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symholes utilises

. capacité collecteur

: vitesse de décroissance du courant de base a I'ouverture du transistor
: énergie de claquage inverse

: fréquence d'utilisation du transistor

: fréquence de coupure en émetteur commun

: fréquence de transition

: gain en courant continu (rapport I¢/1g)

: courant base (continu)

: courant base inverse (continu ou moyen sur une période de 20 ms)
. courant base en fin de conduction, avant I'ouverture

: courant base (valeur créte)

. courant base inverse durant la période d'ouverture

: courant base direct avant I'ouverture

: courant collecteur (continu)

: courant résiduel collecteur-base, émetteur hors circuit (Ig = 0 ; Vg spécifié)
: courant collecteur (valeur créte)

: courant collecteur du transistor en conduction

: courant émetteur-base résiduel, collecteur hors circuit (Ic = O ; VEB spécifié)
: inductance du circuit base

: inductance de balayage

. puissance totale dissipée

: résistance base-émetteur

: résistance thermique jonction-air ambiant

: résistance thermique fond de boitier-radiateur

: durée totale d'une période

: température ambiante

: temps de retard a la décroissance du courant

: temps de décroissance du courant

: température de jonction

: température de fond de boitier

: temps total de désaturation

: temps total d’établissement du courant

: durée d'une impulsion

: temps de croissance du courant

: temps de retard a la décroissance du courant

. température de stockage

: tension base-émetteur (continu)

: tension de saturation base-émetteur

: tension continue collecteur-base (émetteur hors circuit)

: tension continue collecteur-émetteur (base hors circuit)

: tension continue collecteur-émetteur de maintien

: tension continue collecteur-émetteur avec Rgg spécifiée
: VCER de maintien

: tension continue collecteur-émetteur de saturation

: tension collecteur-émetteur (valeur créte) avec Rgg =0
: tension de commande de base

: tension continue émetteur-base (collecteur hors circuit)

t
: rapport cyclique ( 6= Tp_ )






tahleaux de selection des transistors de puissance

VCEO max b
| 20 32 45 60 80 100 160 250 300 | vy | boitier
IC max (A)
BF 469
0,03 “oF 400 1.8
0.1 BF457 | BF458 | BF459 | 6
1 BD 135 | BD 137 | BC 139 s
*BD 136 |*BD 138 |*BD 140
BD 226 | BD228 | BD 230
1.5 *8D 227 |*BD 229 |*BD 231 15 [TO126
5 BD 233 | BD 235 | BD 237 25
*BD 234 |*BD 236 |*BD 238
5 BD 329 BD 131 15
*BD 330 *BD 132
R BD 433 | BD435 | BD 437 6
*BD 434 |*BD 436 |*BD 438
BD 201 | BD203 | BDX 77
8 *8D 202 |*BD 204 |*BDX 78 60 |TO220
BDX 91 | BDX93 | BDX 95
8 *BDX 92 |*BDX 94 |*BDX 96 90 |TO3
BDV91 | BDV93 | BDV 95
8 *8DV 92 |*BDV 94 |*BDV 96 90 |s0T93
10 BDY92 | BCY91 | BDY 90 40 |T03
Darlington de puissance
YCEO max
v) 60 80 100 120 P boitier
IC max(A) (W)
. BD 677 (BD 263) BD 679 (BD 263 A) BD 681 (BD2638B) | BD683 (BD263C) | .0 | 10126
*BD 678 (BD262) | *BD 680 (BD262A) | *BD 682 (BD 262 B) | *BD 684 (BD 262 C)
. BD 645 (BD 267) BD 647 (BD 267 A) BD 649 (8D 2678) | BD651 (BD267C) | co e | 10 200
*BD 646 (BD 266) | *BD 648 (BD266A) | *BD 650 (BD 266 B) | *BD 652 (BD 266 C) ‘
. BD X 63 BDX 63 A BDX 63 B BDX 63 C % |10
*BDX 62 *BDX 62 A *BDX 62 B *BDX 62 C
BDV 65 BDV 65 A BDV 658
12 *BDV 64 *BDV 64 A *BDV 64 B 90 |soTss
i BDX 65 BDX 65 A BDX 65 B BDX 65 C 17
*BDX 64 *BDX 64 A *BDX 64 B *BDX 64 C
o BDX 67 BDX 67 A BDX 67 B BDX 67 C 150 103
BDX 66 BDX 66 A *BDX 66 B *BDX 66 C
transistors haute tension
VCEO max
M1 280 300 350 375 400 450 600 700 boitier
IC max (A)
0,25 BD 232
T0 126
1 BUX 86 BUX 87
BU 132 T03
BUX 84 BUX 85 TO 220
2,5 BU 204 BU 205
BU133 | BU 126
103
BDY 94 BDY 93
5 BU207A | BU208A
BU 426 SOT 93
6 BU326 | BU326A
BUX 82 BUX 83 103
8 BDY 97 BDY 96 BUX 80 BUX 81

* Types PNP







transistor de puissance
au silicium
NPN BD 131

introduction

Transistor NPN, planar épitaxial, au silicium, en boitier plastique TO 126.
Avec son complémentaire PNP, BD 132, il est destiné aux applications générales d'amplification et de commutation.

caracteristiques principales

Tension collecteur-base (Emetteur OuVert) . ... ..ttt et e e e Vcgp max 70V
Tension collecteur-émetteur (b@se OUVEIE) . ..o vttt ittt e e et e e Vcep max 45 V
Courant ColleCteur (Crete) . . . vttt e e e e et e e e e Ic™m max 6 A
Puissance dissipée totale (Tmp < B0 °C) ... i i i Ptot max 15 W
Température de JONCION . . . . ottt e ettt ettt e ettt et Tj max 150 °C
Gain en courant continu :

IC=05A; VCE=12V hFg min 40
Fréquence de transition :

IC=025A; VCE=0V fr min 60 MHz

données mécaniques

(dimensions en mm)

hoitier T0-126
Collecteur relié au boitier.

Accessoires :

56326 : rondelle métallique.
56333 : rondelle + mica + canon isolant.
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max
max
max

max
max
max
max

max

70 VvV
45 vV

3 A
6 A
05A
05A

15 W

—65a+ 150°C

max

max
max

max

max
max
max
max

min
min

max

min

150 °C

6 °C/wW

5 uA

v

500 uA

03V
1,2V
0.7V
1,56V

40
20

60 pF

60 WMHz

valeurs a ne pas depasser (limites ahsolues)
tensions
Tension collecteur-base (émetteurouvert) ......... . o i i VcBoO
Tension collecteur-émetteur (baseouverte) . ........ .. i i VCEO
Tension émetteur-base (collecteurouvert) . ...... ... VEBO
courants
Courant collecteur (CONTINU) « .. oot i i e et Ic
Courant collecteur (Cr8te) . . . .o ot i e Icm
CoUraNt DS (CrBIE) . v i vt e ittt e e et e ettt et e e e et e e IBM
Courant base inverse (Crte) ... ... ...t it aees —Igm
puissance
1 Puissance dissipée totale (Tmp < B0°C) ..ottt e Ptot
températures
Température de StoCKage - . -« oottt e e Tstg
Température de JONCHION . . .o i it ittt ettt e e ettt e e e Tj
résistance thermique
Jonction-fond de boTtier . . . oottt e e Rth j-mb
caracteristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire)
courant résiduel collecteur-hase
IE=0:VCB =50V e ICBO
IE=0:VCB=50V;Tj=150°C ... oturiiimiiniiii i ICBO
courant résiduel émetteur-base
IC= 0 VEB= BV o IEBO
tensions de saturation
Ic=05A;IB=50MA ... . VCE sat
VBE sat
IC=2 A IB= 200 MA VCE sat
VBE sat
gains en courant continu
IC=05A;VCE= 12V hrg
IC=2 AVCE= TV hFE
capacité collecteur (f = 1 MHz)
IE=le=0 ,VCB =0V Cc
frequence de transition (f = 35 MHz)
IC=0,25A;VCE=5V . Tamb=25%C . rutu e T
SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS
130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99
CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DR;U; EVREUX - JOUE-LES»T’(’)URS - SURESNES - TOURS
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transistor de puissance
au silicium
PNP BD 132

introduction

Transistor PNP, planar épitaxial, au silicium, en boitier plastique TO 126.
Avec son complémentaire NPN, BD 131, il est destiné aux applications générales d’amplification et de commutation.

caracteéristiques principales

Tension collecteur-base (EmMetteur OUVert) . ... oottt et —Vcgo max 45V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .. ...t et —Vcgo max 45V
Courant ColleCteur (CreLE) . . v vttt i e e e e e e e e e e e e e e —Icm max 6 A
Puissance dissipée totale (Tmp < B60°C) . ... i Ptot max 15 W
Température de JONCHION . . ..ottt et e et e e et Tj max 150 °C
Gain en courant continu :

—IC=05 A —VCE= 12V e hFE min 40
Fréquence de transition :

—1C=025 A —VCE= 5V e T min 60 MHz

données meécaniques

(dimensions en mm)

hoitier TO 126
Collecteur relié au boitier.

Accessoires :

56326 : rondelle métallique.
56333 : rondelle + mica + canon isolant.
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valeurs a ne pas dépasser (limites absolues)

tensions
Tension collecteur-base (émetteurouvert) . ......... ... .. . i —Vepo max 45V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ......... ... ... ... i, —VCeEO max 45 V
Tension émetteur-base (collecteurouvert) . ...... ... —VEBO max 4 vV
courants
Courant collecteur (CONtINU) . ... oot e e e e e —Ic max 3 A
Courantcollecteur (Créte) ... ... o e —lcm max 6 A
Courantbase (Créte) . . . ... . e —IBM max 05A
Courant base inverse (Créte) . ... ... e +1BM max 05A
puissance
Puissance dissipée totale (Tjp < 60 °C) ..ttt e e Ptot max 15 W
températures
Température de StOCKAgE . . . o v ot ittt Tstg —65a+ 150°C
Température de JONCLION .. . ..ottt e e Tj max 150 °C
resistance thermique
Jonction-fond de boitier . . . ...ttt e Rth j-mb 6 °C/wW
caracteristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire)
courant résiduel collecteur-hase
IE= 0 —VEB =50V —IcBO max 5 uA
IE=0;—=VeB=50V Tj=150°C .......ooiiiiiiii i, —IlcBO max 500 uw A
courant résiduel émetteur-hase
IC=0;, —VEB =5V s —IEBO max 5 uA
tensions de saturation
— I =05 A; —IB=B0 MA .. —VBE sat max 03V

— VBE sat max 1,2V

= 2A = 1B =200 MA ot —VCEsat max 0,7V

— VBE sat max 1,5V

gains en courant continu

— Ic=05A; —-VCg=
—lc=2 A;—-VCg=

12V hEE min 40
TV hre min 20

capacité collecteur (f = 1 MHz)
IE=1e=0;—VCB =5V Ce max 60 pF

frequence de transition (f = 35 MHz)
—1C=025A; —VCE=5V ;Tamb=25°C «ttttttteeettaee e T min 60 MHz

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBL:C
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES = CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
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transistors de puissance
au silicium

BD 135

NPN BD 137

BD 139

Les transistors NPN au silicium BD 135, BD 137 et BD 139 sont des transistors de puissance en boitier plastique TO-126.

Avec leurs complémentaires les BD 136, BD 138 et BD 140, ils sont particuliérement bien adaptés a la commande des étages
de sortie de grande puissance et aux circuits de télévision.

Caractéristiques principales
BD 135 BD 137 BD 139

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . .. ... ... ..... Vo max 45 60 100 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . ... ......... VcEQ max 45 60 80 \Y%
Tension collecteur-émetteur (RBg =1kQ) .. ........... VCER Max 45 60 100 \
Courant colleCteur-Créte . ... ... ... ...ovvuunn... lcm max 1,56 1,6 1,5 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a T,, =70°C) .......... Piot mMax 8 8 8 w
Température de jonction . ........................ Tj max 150 150 150 °c

. . _ . _ hpg min 40 40 40
Gain en courant continu (Ic =150 mA ; Ve =2 V) . ... .. heg max | 250 250 250
Fréquence de transition a f =35 MHz
Ic=B0MA;VCE=5V ..o fr  typ | 250 250 250 MHz

Brochage 287 28T

Boftier TO-126 (dimensions en mm)

)
N

375

N\
11 1mCIX

Collecteur relié au boitier
Accessoires fournis sur demande :
56 333 pour montage isolé
56 326 pour montage non isolé

15.3min

ell cll bl
| 0.5 0.88"“’"“ 229
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(Limites absolues)

BD 135 BD 137 BD 139
Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert). . ... ............. Veceo max 45 60 100 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . ... .......... . Vcep max 45 60 80 Y,
Tension collecteur-émetteur (RBE=1TKkQ).............. .. VCER max 45 60 100 Vv
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .............. . VEBQ max 5 5 5 \J
Courants
Courant collecteur (continu) . ............ ... .. ... .. . . Ic max 1 1 1 A
Courant collecteur (créte) .. ............... ... ... . . lcm  max v 1,5 1,5 1,5 A
/

Puissance dissipée V
Puissance totale dissipée (jusqu’a Tnb=70°C) ............ Piot  max 8 W
Températures
Température de stockage . . .. ......... ... .. .. ... ... . Tstg —55 a 160 °c
Température de jonction . ... ... ............. . .. ... .. Tj max 150 °c
Résistances thermiques
De la jonction a I'ambiante, a I'air libre . . .. ......... ... .. Rth j-a 100 °c/wW
De la jonction au fond de boitier . . ... ................. Rth j-mb 10 °c/w
Du fond de boitier au radiateur (avec accessoire 56333) ... ... Rth mb-r 6 °Cc/w
Du fond de boitier au radiateur (avec accessoire 56 326) . ... .. Rth mb-r 1 °c/w
Caractéristiques
(T;j=25 °C sauf indication contraire)
Courant résiduel collecteur-base
IE =0; VCB =30V . 'CBO max 100 nA
|E:0;VCB=30V,‘T]'= 125°C . ... ICBO max 10 UuA
Courant résiduel émetteur-base
|C=0;VEB=5V ............................... 'EBO max 10 MA
Tension base-émetteur
'C =500 mA ’ VCE =2V VBE max 1 \%
Tension de saturation collecteur-émetteur
|C =500 mA ; IB =B0mA .., VCEsat max 0,6 V
Gain en courant continu
Ic= S5mMAVCE=2V . hgg min 25

h i 40
IC=150MA;VEE =2V ot FE MmN

hgg max 250
IC =500 mA ; VCE =2V hFE min 25
Fréquence de transition & f = 35 MHz
Ic=50mA ;VeE=5V ... ... fr typ 250 MHz
Rapport des gains en courant des transistors appariés
BD 135/BD 136 ; BD 137/BD 138 ; BD 139/BD 140

1,3

[Ici =150 mA ; IVegl=2V

typ
hre1/hFE2

max

1,6



Courbes caractéristiques

10

BD135
BD137
Ic [T
(A) Tmb=70 °C [T]
i §=0,01
CM max A—1
1
1 \\\“
1 pCmax A\ W U AV \ tp=;:
P NS, 20 s
i i ANV NANI AN
ANA\VAN
AN\
%;‘\ 50T
<,
°fo\\
NN
2
: \ 200
-1 500+
10 1 ms
\
wirs
a2
ala
Ml
10-2 2]
1 10 Vcg (V) 102

Aire de fonctionnement de sécurité

| - Région admise pour le fonctionnement en continu
11 - Extension permise pour le fonctionnement en

@ BD 135/BD 137/BD 139 - Page 3/6

10 BD139
]
1
Tmb=<70 °C HH
Ic
(A)
] 6=0,01
CM max A
1C max NN
l ANV A \
o R
Wt A\ NANAN
ANAYAN \
AN NAVANAVE A Y FAS
! N 0ps
C
‘%\ \ I
2N 50
1 o, Ll
c XN Y00
107! |- (maA) N\ HH
- I SRRV f08
— 4 \"Nsoo
— 1ms
— 2
L 11
60 80 100
— Vce V) -
3
10-2L .
1 10 VcE (V) 102

Aire de fonctionnement de sécurité

- Région admise pour le fonctionnement en continu
- Extension permise pour le fonctionnement en

impulsions. impulsions
Il - Fonctionnement en impulsions permis si Rgg < 1 k{2.
Facteur multiplicateur du courant de second claquage a VCEO max V) T BD135 Facteur multiplicateur du courant de second claquage a VCEO max (60V) [—] BD137
Msp(v) MsB(v)
102 102
0,05/ [0 02 6=0,01 0,05[ 111> 6=0,01
0,10 TN 0,10 N
10 4 < 10 \
T \‘ 1
——0,20 N —0,20 N
f H N 1 o
0,33 | 0,33
0,50 TR 0,50 —~ T
kg o ) Pt N I~
075 i 0,75 M —
1 I 1 1 |
1076 1075 1074 1073 509 1072 10-6 1075 1074 1073ty (s) 1072
— - 300
Facteur multiplicateur du courant de second claquage a VCEO max g, BD139 VCE =5V |- typ
M T % f=35MHz 4 N
SB(V) f1 [ Tj=25°C N\
MHz)[
, (MHz) - \
10 = A
200 —_ AN
Z
/
/I
Lo,05} 2024800 7 !
= / T
10 0,10 = SIS A INEN
TN 100 ros
10,20 - Vi 18
- T~ p +
0,33 ~J |
0,50 TR P
0,75 BERE
1 - 0 1
1076 10-5 1074 1073 () 1072 ! 0 100 Ic (mA) 1000

13



6
Veesat Tj=25°C
) valeurs
typiques
I~/15=20-
" y c’'’B
2 /
/
y
/
V4 10
/ A
P
v Lot 5
0
600
Ic
(mA)
Vee=2V
Tj =25°C
400
1|
typ ax Vge
200
l
J
}
0 Ld
1 Vge (V) 2

@ BD 135/BD 137/BD 139 - Page 4/6

I.S
A =25°
VBesat | ¢
(V)
Ic/1g=51
1 10
: LA 120
P
.. '4/
05
0
0 1 Ic(A) 2
100
Ptot max \
@ \
75
\
\
\
50
\
\Y
\
25
\
\
0
50 100 150

Tmp (°C)

]




Facteur multiplicateur de la tension de second claquage a Ic ma
Mgg(1)
102
0,0215=0,01
0,05 ’
TONUNN
NUN
10 0,1 NN
1 \N
1| AN N
0,20 N SN
0,33
0,50 T
T §_~
0,75 ™ -
1 ] IT
1076 1073 1074 1073ty (s) 1072
150
Gain en courant continu en fonction du courant collecteur
I
hre I
Veg =2V
T =25°C
100
i . N
L \
50
N
N\
N\
0 7 3 4
1 10 10 10 Ic (mA) 10

GGRE=® 50 135/8D 137/8D 139 - Page 5/6

103
Zth j-mb)
()C/w)
( P F—__I sop
T T
102
10 - =2z
"%
0,50 1
0,33 H
-——-0'20’_ |4t
0,10
1 L e
£0,05
0,02
0,01
1071 il
1076 1075 1074 10-3 102 107! ) 1
104 T
=+
IC 1T
Veg=2V
(m&) T, =25°C
10°
max T
H
10? Vi
lll 1888
Y
10 A
7
1 /
1073 1072 107! 1 10 102 Ig(ma) 103

15
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transistors de puissance
au silicium
PNP

BD 136
BD 138
BD 140

Les transistors PNP au silicium BD 136, BD 138 et BD 140 sont des transistors de puissance en boitier plastique TO-126.

Avec leurs complémentaires les BD 135, BD 137 et BD 139, ils sont particuliérement bien adaptés a la commande des étages

de sortie de grande puissance et aux circuits de télévision.

Caractéristiques principales
BD 136 BD 138 BD 140
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . . . ... ....... — Vcpo max 45 60 100 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . . ... ....... — Vcgo max 45 60 80 \)
Tension collecteur-émetteur (Rgg =1 kQ) . ........ .. — VCER max 45 60 100 \%
Courant collecteur-créte. . . .. ....... ... ... ..., - lcm  max 15 1,5 1,5 A
Puissance totale dissipée (jusqu’a Ty, = 70 °C) ... Piot mMax 8 8 8 w
Température de jonction . . .. .................... T max | 150 150 150 °c
) A hFE min 40 40 40
Gain en courant continu(—Ic = 150 mA ; —Vgg =2 V). . .
FE max 250 250 250
Fréquence de transition a f = 35 MHz
—1g=50MA; =VEE =5V .. fr  typ 75 75 75 MHz
Brochage
Boitier TO-126 (dimensions en mm)
Collecteur relié au boftier 7gmox
Accessoires fournis sur demande : |‘——* |
56 333 pour montage isolé F “(\’r !
- Oy
56 326 pour montage non isolé ggi - ’é
| =
e
I g
el cid b

|58, |

los  ossml_ |, |22

17



Valeurs a ne pas dépasser GREEP 50 136/8D 138/BD 140 - Page 2/6
(Limites absolues)

BD 136 BD 138 BD 140
Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert). .. ............ — Vego Mmax 45 60 100 \'
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ... ........... — Vceo max 45 60 80 V
Tension collecteur-émetteur (Rgg =1kQ).............. — VCER Max 45 60 100 \%
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .............. — VEBp max 5 5 5 \Y
Courants
Courant collecteur (continu) . ...................... - Ic max 1 1 1 A
Courant collecteur (Créte) . ... .. .. ..., — lcm max 1,5 1,5 1.5 A
— /

Puissance dissipée —\V
Puissance totale dissipée (jusqu’a Tp,p, =70°C) .......... Piot  max 8 w
Températures
Température de stockage . . . . ...................... Tstg — 553+ 150 °c
Température de jonction . . ................. .. ..... T; max 150 °c -
Résistances thermiques
De la jonction a I'ambiante, a l‘air libre . . . . ... ......... Rth j-a 100 °c/w
De la jonction au fond de boitier . ................... Rth j-mb 10 °C/W
Du fond de boitier au radiateur (avec accessoire 56333) . ... Ry mb-r 6 °C/W
Du fond de boftier au radiateur (avec accessoire 56 326) . . . . Rth mb-r 1 °Cc/W
Caractéristiques
(Tj=25 °C sauf indication contraire)
Courant résiduel collecteur-base
|E =0; —VCB =30V - lCBO max 100 nA
lIg=0;—-Vcg=30V ;Ti=125 °C oo — lcgp max 10 MA
Courant résiduel émetteur-base
|C=0;—VEB=5V ........................... - IEBO max 10 MA
Tension base-émetteur
—|C=500mA;—-VCE=2V ..................... - VBE max 1 \%
Tension de saturation collecteur-émetteur
—lg=500mA ; —Ig=50mA ..................... — VCEsat Max 0,5 \%
Gain en courant continu
—lg= 5MA;=VeE=2V ... . hgg min 25

heg min 40
- |C=150mA;—~VCE=2V .......................

hge max 250
- |C=500 mA ; —VCE=2 Vo heg min 25
Fréquence de transition & f = 35 MHz
—1Ic=50mA; —Veg=5V ... .. ... ... ... fr typ 75 MHz
Rapport des gains en courant des transistors appariés
BD 135/BD 136 ; BD 137/BD 138 ; BD 139/BD 140 13

t
[Icl = 150 mA ; IVCEI=2V ... hpg1/hgg2 r:::x 16



Courbes caractéristiques GRE=P 50 136/8D 138/BD 140 - Page 3/6

10 BD136 10 BD140
BD138 1
[T
-Ig L1 o Tmb =70 °C H
(A) < I C
TmbS70 0C ™
= 6=0,01
~IcMmax 8 o’oi ~IcM max , A
T T t
~1cma \\\ \ 11 -1 max \\ \
1 A\unY X, =0 1 AVWIY X X
A\ VAN 20us ” \\\\\\\ 1Y
Prot max \\\\ \LX N H tot Max RO
ANN\AN ANA\VAN \
ANNY NS N
G)K\\ N ! 002\\\ 20pus
e 50 A \
2 3 N
< AL a3
) s
2N N100 2 50
2
1 NN 200 %) (]
200 e N 100
10-1 N-NNs00 107! = (maA) NS HH
1ms L N
N — 500
lms
: 2
I 11
60 80 100
— ~Vce V)
8|2 S
2 a8 2
10~ nd b 10-2
1 10 -Vcg (V) 102 1 10 -VCE (V) 102
Facteur multiplicateur du courant de second claquage a '7VCEO max (45 V) | BD136 Facteur multiplicateur du courant de second claquage a —VCEO max (60 V) | BD138
Mgg(v) ] | Msp(v)
102 102
520,01 0,05 =0,
0,10 ’ OEHF'OZ\\\ o0 | | THR i
10 - N 10 - '{\ \,
T —=———— 1 SN
0,20 \\\\ —0,20 N
t o N t =
0,33 ) 033 N
0,50 e TR 0,50 T
0"75 =ttt L] 0’7'5 "—'—'~-h_~\E
1 I 1 1 |
106 105 1074 1078 () 1072 1076 1075 1074 1073ty (s) 1072
Ny — : 15
Facteur multiplicateur du courant de second claquage a —VCEO max (80 V) | BD140 -VCE =5V
M f=35MHz
SB(V) fr Tj =25°C
(MHz2)
102
100
typ
0,02 |6=0,0 —
0,05 N
0,0 K ]
e~ RN
10 0,10 - g
N 5
0.20 i T
0,33 i ~ —p
0,50 T T—I1HH
0.75 T 1
1 R — 0 LT T TTIT
10-6 10-5 10-4 1073 () 10-2 1 10 00  -Ic (mA) 1000

19



GRE=D 5D 136/8D 138/BD 140 - Page 4/6

6 15
v T;=25°C v T,=25°C
CEsat valeurs BEsat valeurs
v) typiques v) typiques
IC/IB= 5 ]
o
IC/IB=2°— A
l 1
/
y
2 0.5
4
P =d 5
1 ot =1
)
00 1 =Ic (A) 2 00 1 -I¢c (A) 2
600
(mA) 100
~Veg=2V Ptot max \
T;=25°C (%) \
\
400 75
\
4 \
typ ax-Vge
50
\
200 \
\
25
1
1 \
| \
4 \
0 0
! “Vee V)2 0 50 100 150
Tmpb (°C)




GGRE=D 50 136/BD 138/BD 140 - Page 5/6

103
Facteur multiplicateur de la tension de second claquage a IC max Zth j-mb - _I—.l—-,-—l_
M, oc
SB(1) SSAR ,irpp___l L
2 T T
102 10 - 233
10 » i —
0 =0,01 0,7 . .
005 NN 0,50F= gas : He
10 LO1 N \\ 0,33 =
T S\ 1020 BEz 1
AN 0,10 =
L X ==t ==
— N as! —== H
0,33 Raa s e 5 1 88
T - ~J £0,05 T
0,50 iy 0.02 n
0,75 ] 0.01
1 I 1T = 10° L Hl“ ]
10-6 1075 104 1073 tp(s) 10-2 1076 1075 1074 10-3 10-2 1071 e 1
150 - - - 104
Gain en courant continu en fonction du courant collecteur -+ — 3
’IC .
—L[ (mA) —Vcg=2V
hee T T, =25°C
—Vcg =2V
Tj =25°C 103
100 max-Ig HHH——1111
AN
ol
V]
AN 10? A
=
A
50 C
/1
10 A
7
\\ 7 -
Y
o 7 3 “ V=5 d
1 10 10 10 -Ic (mA) 10 10 1072 107! 1 10 102 -Ig(mA) 10°
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transistors de puissance
au silicium

BD 201
BD 203

NPN

Les BD 201, BD 203 sont des transistors de puissance
NPN, a base épitaxiale en boitier plastique TO-220.
Avec leurs complémentaires, les BD 202, BD 204,

ces transistors sont destinés aux applications générales
d’amplification linéaire et de commutation.

Ces transistors sont également disponibles sous forme de
paires NPN.PNP pour les applications en audiofréquence.
Les paires BD 201.202 et BD 203.204 sont plus particu-

liecrement destinées aux amplificateurs de haute fidélité de
15a25 W surdes chargesde4 a 8 Q.

Caractéristiques principales
BD201 | BD203

VCBO .. v itieiieeee e max 60| 60V
VCEO oot max 45| 60V
IC max 8 8 A
Piot (Tmb < 25°C) ...t max 60 | 60 W
T max 150 | 150 °C
hpe (VCe=2V,Ic=3A)...... min 30
hpg(Vce=2V,Ic=2A)...... min 30
VCEsat(lc=3A,

IB=03A)........ ... .... max 1 1V
fhfe VCE=3V.Ic=03A) .... min 25| 25 kHz

(Dimensions en mm)
Boitier TO-220
10.3 45

~ max *| max |*
> 36 |- 13-+ |-
| ' '
28 59
i 4 R min
. | ‘ BLRLY
| | : max
| | l
L _——— ]
- ' ]
3.5 max [}
non erame 5,1
N max L
1127 H
1'3 - - min
b||c
- 0,9max ,W‘ 0.6
- - 2.4
2,56 254

7

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

VCBO +++ v vt oot

Vceo!( Ic=02A) ...........

VEBO “« vt vvmeeeeeeee i max 5 5V

IC e max 8 A

ICM max 12 A

lcst=2ms) .......... ... ... max 25 A
Ttg coeeemeiia —65a+150°C
T max 150 °C
Piot (Tmb < 25°C) .............. max 60 W

RESISTANCE THERMIQUE
REA oMb« v v eeeeee e e e 2,08 °C/W

Caractéristiques (T, = 25° C)

Sauf spécifications contraires
1

Iceo (Vce=30V,Ig=0) max mA
iceo (Vecg=40V,
IE=0,Tj=150°C) ....... max 1 mA
IEBO(VEB=5V,Ic=0) ... max 5 mA
!BD2011BD203
VBR(CEO) {lc=0.2 A,
IB=0)............ ... min 45 60 \Y
hre (VCE=2V,
Ic=3A) (1)t min 30
hre (VCE=2V, .
Ic=2A)(1)....... ... min 30
hre (VCE=2V,
Ic=1A (1) ... min | 30 30
e —

VCEsat (Ic=3A,

IB=03A)(1).......... max 1 A
Vcek (lc=3A Ig:
valeur pour laquelle

Ic=33AVce=2V)(1). typ 1 v
VBE (VCE=2V,

cl =3A) (M) ........... max 1,5 \%
fhfe (VCE=3 V. Ic=0,3A) . min 25 kHz
fr(Vcg=3V,Ig=0,3A,

f=1MHz)............. min 3 MHz
NOTE (1)

Mesuré sous les conditions d'impulsions
avec tp =300ps.et s =2 %.

Courbes caractéristiques

102 ——— —— HH
o [ S S
Sl o T
73K B |
[ICM 5=001 100ps 20P°
10 Io—T— — H
- I
I
1
— i
jas
- i
N ]
P‘Tu;;ks 25°C BD 201 - i
— BD 203
|
. |||
10 L

1 10 —veg (V) 102

AIRE DE FONCTIONNEMENT

1. Région admise pour le fonctionnement en continu.

2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. ™~

B |
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102 — - P
Facteur Multiplicateur du second claquage a I¢c max (V‘I")‘ b
Mgp(1) -
[ | \ L
- S -
5=0,01 © L]
10 = T HENN
0,0 tH 11
0,05 - -+ 8
Il R \
02T SIRARER - T
:I\\ \~= \
| SR ]
0,5 N
e W NN % t-+—
T T I~ | 1T
L ]
10-5 104 103 tp (s) 102 i
[T \
\
102 % 50 100 150 Tmp (°C)
— - c
Facteur Multiplicateur du Second claquage & Vcgp max b
N — IL i } TTITT
| 11 BD201
[~ _5-0,01
Mgp(v) \H‘
—
P— N 1
~0:02 TN c - «,L Valeurs typiques
T “ 1
N \ -
~———1 | 00s Il
10 T""\ l«};‘
- NN 5 N RS
ini RN |
0,2 NI dARpxy=
M ™~ T AN,
WA . P ARER I
NOY Vs AT 0T A
0,5 TR v TN T
— AR BN
j— -nﬁhﬂ\ﬂ\~ v‘ =50mh~
[T 3 AL 7 B_soﬂ"“
1 AL = !
-5 -4 -3 2 A4 -
10 10 10 tp () 10 pd AT T omA
.94 o]
A \
2 1A 44 A
/) A/ D=
102 — — . / LA 1g=20mAL_]
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~ a Vceo max 1 [l
§=0,01 BD203
0{02= N
Mgp(v) : ™
~ N\ :
0,05 N 0
; 0 1 Veg (V) 2
L k CE
10 0,1 N T
T S
I — —
0,2 N
N
NN
0,5
—] N -
HEN 1
B #\5\\_{_ (f) Valeurs typiques
1 n [
1075 1074 1073 tp () 10-2 IT IT %
1 ‘Bﬂz.ml\’f“
— 1
— T 1
L2mA——
\B_\Zm
-
4 pt
0.8 / Caii
1A T xB=\0mA':
I )V B B ——
2
£ 0.6 1q=8MA——
¥ [ 2
] | — |
2 H-r red
g . 1g=6mA_| |
4 A4
H o4 A {
E
_.qg' I B:LmA__
g 0.2 A 1 % I ¥
o
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i //
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2V

VCcE
Tj=25°C

10
(A)

T

HESO I

103

25

IB (mA)

10

-

102

3AT
2A 4

j(°C) 200

ov

_IF
ic®)

100 T

et}

5

typ
N

0

10

100
75
50
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-100
0.5
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107!

Rge(0)

10

H

11

BD 203
BD 201

2V

I
ST=25 0

1

25 °C

106

VeE

Tj
Ic (A)

1

105
typ

1

104

150 T;(°C)

el

100
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= e
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3 TTTTT]
T
Ic -
VBEsat -0 [
) Tj=25 oC m
2
4
4t typ
1 "
o T
0 5 Ic(a) 10
15 TTT T
IHRERE
Vep=2V [1]
Ic C T
T;=250C [
() J n
10 11
typ 2]
/'
5
‘V
y,
/|
0
0 1 Vg (V) 2
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transistors de puissance
au silicium

PNP

BD 202
BD 204

Les BD 202, BD 204 sont des transistors de puissance
PNP, a base épitaxiale en boitier plastique TO-220.

Avec leurs complémentaires, les BD 201, BD 203, ces
transistors sont destinés aux applications générales d’ampli-
fication linéaire et de commutation.

Ces transistors sont également disponibles sous forme de
paires NPN.PNP pour les applications en audiofréquence.

Les paires BD 201.202 et BD 203.204 sont plus particu-
lierement destinées aux amplificateurs de haute fidélité de
15425 W surdes chargesde4a8Q.

Caractéristiques principales
BD202 | BD204

—VCBO - -+t veeeie max 60 60 V

S VCEQD e e max 45| 60V

— G max 8 8 A

Piot (Tmb < 25°C) ........... max 60| 60 W

Tj oo max 150 | 150 °C

hfpg(—VCe=2V,—Ic=3A) .. min 30

hEpg(—VCg=2V,—Ic=2A) .. min 30

—VCEsat (—1c=3A,

T —IB=03A) ... max 1 1V
fhfe (—VCE=3V,—1c=0,3A). min 25| 25 kHz
BrOChage (Dimensions en mm)

Boitier TO-220
o
- 36 (=

L ( v
3.5 max )
non erame 51
max
4 =
¥ o127 M
13 & |= min
b||clfe L J
»!lle 0 9max | |< 06
A - - .24
2,54 2,54

17

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues) BD202 [BD204

~VCBO +++ v max 60 | 60 V
—VCeo (—1c=02A) ........... max 45 | 60 V
—VEBO + + vt v v max 5 5V
=G max 8 A
—ICM e max 12 A
—lcs{t=2ms) ................. max 25 A
TSUG  rovver —65a+150°C
T max 150 °C
Piot Mmb < 25°C) .............. max 60 W

RESISTANCE THERMIQUE
Rth j-mb

2,08

°C/W

Caractéristiques (Tj = 25° Q)

Sauf spécifications contraires

—Iceo (—Vce=30V,ig=0) max
—IcBo(=Vcp =40V,

IE=0,Tj=150°C) ....... max
—Iggo (—VER =5V, Ic = 0) max
—VBR(CEO) (—Ic=02A,

IB=0) ....... ... ..., min
hre (—=VcE=2V,

—Ic=3A (1) .......... min
hFe (—VCcE=2V,

—lc=2A) 1) .......... min
hrpe (= VCE=2V,

—lc=1A ) .......... min
—VCEsat {(—Ic=3A,

—1g=03A (1) ........ max

—VCek (—1c=3A,—1Ig:

valeur pour laquelle

—1c=3,3A, —Vcg=2V) (1) typ
VBE (—Vcg=2V,

—lc=3A) (1) max
fhfe (= VCe=3V, —Ic = 0,3 A) min
fr(—=Vcg=3V,—1g=0,3A,

f=1 MH2)

NOTE (1)
Mesuré sous les conditions d'impulsions

avectp =300uset 5 =2%.

1 mA

1 mA

5 mA

BD202 | BD204
45 60 \%
30

30
30 30
————

1 A

1 Vv

1,5 \Y)

25 kHz

3 MHz

Courbes caractéristiques

102

It

“lg T

(A)

e\
117

1T

ImEe

< 25°C BD 202-»

18D 204

BN
[

| |

1 10 -vee (V)

102

AIRE DE FONCTIONNEMENT

1. Région admise pour le fonctionnement en continu.
2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.
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Courbes caractéristiques (suite)

102
Facteur Multiplicateur du second claquage & — Ic max.
11D
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~
v

Résistance thermique transitoire (°C/W)
~

2

t(secondes)
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(v)
Valeurs typiques
2 y,
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o
1
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T=25°]] fr INEEE
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transistors de puis§a_nce
au silicium BD 226

NPN BD 228
BD 230

telévision —amplificateurs HI-FlI

Transistors NPN au silicium planar épitaxial en boitier plas-
tique TO-126 principalement destinés aux circuits de télévi-
sion et amplificateurs audiofréquences. lls sont complémen-
taires des transistors PNP : BD 227, BD 229 et BD 231.

Caractéristiques principales
BD 226 | BD 228 | BD 230
VEBO - v oo e max | 45 60 100 |V
VOB - v et e e e max 45 60 80 \Y
VCER(RBE=TkQ) . o max 45 60 100 \Y
LM max 3 3 3 A
Ptot (Tmb < B2°C) .o max 125 12,5 12,5 W
LTS P max 150 150 150 °C
REE (VCE =2V IC = 150 MA) « e veeee oo min | 40 40 40
CE c max | 250 160 160
hEg (VCE =2V Ic=TA) oo min 25 25 25
fTVCE=5V:Ic=50mA;f=35MHz) ............ .00 typ | 125 125 125  |MHz
Brochage Valeurs a ne pas dépasser
Boitier plastique JEDEC TO-126. (Ll mlteS abSOI UeS)
Collecteur relié a la partie métallique de la surface de
montage. |BD 226| BD 228| BD 230
Couple de serrage : min 5 cm.kg ; max 6 cm.kg.
‘ . ) VCBO -« max 45 60 100 |V
Accessoires : 56333 pour montage isolé; 56326 pour v (le = 30 mA)
montage non isolé. CEQ Ic =30 mA). . max 45 60 80 |V
VCER (RBE=1kQ! . . max 45 60 100 |v
23_- <28 VEBO - oo max 5 5 5 1V
,{’f _* I max 1.5A
Y W
(c:;(c‘;' @ |7 | IcM -« . max 3 A
R £ Ptot Tmb <62°C) ... ... ..... max 125 W
j = TG o vvv e —55a+ 125 ©C
l T max 1560 °C
3E
| iy le } RESISTANCES THERMIQUES
o~
Rthjoa oo 100 °C/W
£ Rthjomb - oo 7 °C/W
W Rth mb-h (avee rondelle mica). .. ........... 6 °C/W
l cll b ] ‘ Rth mb h (avec rondelle mica et graisse) ... .. 3 °C/W
1L58 105 0.88’“";‘})__ LJ 229 Rth mb h (sans rondelle mica). .. ........... 1 °C/W
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Caractéristiques (TJ = 250 C) (sauf spécifications contraires)

ICBO (VCB =30V  IE=0) L. max 100 nA
1IcBONVCEB =30V IE=0:Tj=125°C). .. ... max 10 4 A
IEBOIVEB = OV IC =0 . max 10 v A
VBEIVCE =2Vl =1 A) (1) max 1.3V
VeEsat 1= T A IB =01 A) Lo max 08V
BD 226 | BD 228! BD 230
heg (VCE =2V ile =6 mAL. ... min 25 25 l 25
hEg (VeE =2 Vile = 150 MA) Lo | min 40 40 40
FETCE ¢ | max 250 160 l 160
hEE(VCE =2V I =T A) L min 25 2¢ 25
fTVcE=5V . Ic=50mA  f=35MHz) ... . ... typ 125 MHz
Rapport d'appariement pour une paire complémentaire :
BD 226/BD 227 ; BD 228/BD 229 ;:BD 230/BD 231 )
hFE1/MFE2  [[Vegl =2V llc =150 mA] ... o { typ 3
max 1.6
(1) Lorsque la température augmente Vgg diminue d'environ 2,3 mV/°C.
Courbes caractéristiques
T Y 1
. T ’ ez
Tmb < 62 °C - 1 l”l
. Tmb S 62 °C —H
Ic 6=0,01 c §=0 ol
(A) [ !CMmax =00 tp= (&) [IcMmax —
< —— NN\S tn=
il N N NN Ll2g \Q\\\ N 10ps
Ic max “ \ IC max
N
\
1 Prot ma?(x‘\‘“\ 2 \\ 1 Ptot max 1 NNOORCTY \\
AN A A\\RV\RVAVERY
AN NN AVE Y AN AV \
ANARAVINER Y JAN 50 \NARANVANER NHAY
‘%, o\ 13 NNVAVA 1120
2 Ny ! ; I AN
%\ \ 1100 _G%\\
2\ il ’)o\\ 150
% 200 %\
2 _Hs00 2%\ -H 100
1 | 41 ms %
11 2 T ", 200
10-1 | '-5<| 1071 — 7 NN 500
10 — Ic 11 ms
d.c. — (mA) | N 2
— 1 TN S
B 10
— d.c.
T4
I |
E
e [ 60 80 100
a8 Ve (V)
10-2 ol 10-2 R |
1 10 Vg (V) 102 1 10 Vg (V) 102
Aire de fonctionnement (transistor polarisé Aire de fonctionnement (transistor polarisé
en sens direct). en sens direct).
Zone | : région de fonctionnement en Zone | : région de fonctionnement en
continu. continu.
Zone |l : extension permise pour un fonc- Zone Il : extension permise pour un fonc-
tionnement en impulsions répétitives. tionnement en impulsions répétitives.
Zone Il : le fonctionnement dans cette

région est autorisé en impulsions a
condition que RBg < 1 kQ.

VPR R TN DR PN P P S
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102
Ziny-mb *1'9"‘ tp
(°ciw) 7 5=
L
10 6= T
0.75
0.5
033 U
, FTTT1170.2 L a -
——_ y 0.1
- 0.05
l N 0.02
0.01
107
1072
1073 1072 107" 1 10 102 tp (ms) 10°
Facteur multiplicateur (second claquage)
pour Ic max. |
>ty le
Mgg (1) b= 6:;—p
10?
65:=0.0
0.02
— 0.0
\ :
N
10 NN
Sogs
0.2
t AN
0.33 »
05 'W\NN"m“
L 1
0.75 r-(-»-_..._*:;‘r
. T o
1073 1072 10! 1 tp (ms) 10
Facteur multiplicateur (second claquage)
pour Vcgpo=80V.
>(tp e
Mgg (V) |.'11-.. 6=t1,—’
10?
S
&
\\ °'|0'
Py
10 01
0.2
= ~ NS
0.33 S
T
05 T4
01‘715 ——t el d : =4
L t
-3 1072 107! 1 tp (ms) 10
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Courbes caractéristiques (suite)

15 BEE 104

H =
CE*
Vee=2V |1 I {1/=25°c ]}
Ic Tj=25°C[ 1] (mA)
(A) 108 max [
1 7
V|
] typ7L— 102 '//
,I
A 7
05 4
/ 10 /|
4 z
7
v
0 1
600 800 Vgg (mV) 1000 1073 1072 107" 1 10 102 Ig (mA) 103
s TTTTTTTTT7T 150 . T
. Veg= 2V HH
Val%a.uiszt\ép:(q:ues 1<% 250¢ FH
VeEsat | = h
) FE §
. Ic=250mA
& HEaH —H+ 500 100
= 1750 - typ
] 1000 o
/
\
\
AN
2 \ 50 ~
\\
\ N
N
1 \!
\ \
A M
N —
0 3 I
0 10 10? 10 Ic (mA) 10
0 20 Ig(mA) 40
1.2 [T ITTTTITTTT 300 T 1T
Valeurs typiques - \f/:3_SSM/Hz F
. — (o] - CE~ 11
Vgesat TJ =25°C fr e T2 25%C T
) MH IS N B
(MHz] D S e
et
1 Ic=1000mA 200 ’ ]
=T 750 i
=T
P 500 = i —
- P typ N
/" P A A s
=250 /
08 HiA - 100
/] 7
7 P mEREl
/
r/ - - N
] ENER W e b
et " | — PR {
— 1 1 ]
06 0 p : S
. 2 3
0 100 Ig (mA) 200 1 10 10 I (mA) 10

R.T.C.LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470




transistors de pui§§a_nce
au silicium BD 227

PNP BD 229
BD 231

television — amplificateurs HI-FI

Transistors PNP au silicium planar épitaxial, en boitier
plastique TO-126 principalement destinés aux circuits de
télévision et amplificateurs audiofréquences. Ils sont complé-
mentaires des transistors NPN : BD 226, BD 228 et BD 230.

Caractéristiques principales
BD 227} BD 229 | BD 231
SV CBO max 45 60 100 \
SV CED max 45 60 80 \Y
—VCER(RBE =T KQ) .. max 45 60 100 \
— IO« e max 3 3 3 A
Ptot (Tmb <62 °%C) . .. max 12,5 12,5 12,5 W
Ll T T T max 150 150 150 °C
hEE (—VCE =2V 1c=T50MA. .. .. oo vmin 40 40 40
FE'—YCE ¢ ‘max | 250 160 160
hEE (=VCE=2V ;= Ic=TA) L min 25 25 25
fr(=Vce=5V;—Ic=50mA;f=35MHz) .......................... typ 50 50 50 MHz
Brochage Valeurs a ne pas dépasser
Boitier plastique JEDEC TO-126. (lelteS abSOIUGS)
Collecteur relié a la partie métallique de la surface de
montage. BD 227 BD 229|BD 231|
Couple de .serra_ge 1 m;n b cmkg ; max 6 ?m‘lk,g_' 306 “VCBO e, max| 45 60 100 |V
Accessonreg : 1:363 3 pour montage isolé; 56 pour “VCEQ (— I¢ = 30 mA) max 45 60 80 Vv
montage non isolé.
—VceR (RBg=1kQ). . max 45 60 100 \%
287 r_z_e_mm i " —VEBO -+ vviiiin max 5 5 5 Y
; o G max 15A
~ot 4 m‘ —Icm max 3 A
=] sl TICM
T £ Prot Mmb <62°C) .o voveen . max 12,5 W
‘ = TG « oo —55a+ 125 o°C
5 * | Tj o max 150 °C
— ‘ s v
L
3 |
——i;s e | RESISTANCES THERMIQUES
‘ < | Rthjrae oo 100 °C/W
| Eg} Rthjomb - o cveee e 7 °CW
| '—l Rth mb-h (avec rondelle mica) .............. 6 °C/W
T ‘ Ml moe: € b‘ R Rth mb-h {(avec rondelle mica et graisse) ... ... 3 °C/W
|<+58 105 088™| |, |L,.1229 Rth mb-h (sans rondelle mica) ........:..... 1 °CW
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Caractéristiques (T,

(sauf spécifications contraires)

—IcBo (—Vcg=30V;Ig=0)
—~1cBO (~VcB=30V Ig=0;Tj=125°C)
—leBo (= VEB=5V:ic=0)
—VBg(=VCcg=2V;—Ic=1A)(1)
~VCEsat(—lc=1A;—Ig=0,1A)

hre (—
hre (—
hpg (=Vgcg=2V, —-Ic=1A)

fT(—VCE=5V: —Ic=50mA ; f= 35 MHz)

Vce=2V;—Ic=5mA)
Vcg=2V;—Ic =150 mA)

Rapport d’appariement pour une paire complémentaire :
BD 226/BD 227 :BD 228/BD 229 ;BD 230/BD 231

hre1/hFE2

(1) Lorsque la température augmente — Vgg diminue d’environ 2,3 mV/°C.

[IVcel =2 Vil ic =150 mA ]

Courbes caractéristiques

10

(A)

1072

T
— Tmp S 62 °C FH
I
! i
; 6=0,01 i g
~ICM max A P
N J-—1110ps
\\\ \ (IlJ
11 =20
-Icmax | N |
LI
Prot max\\ .
ANV NV
ANRANY \
ANNNRNN \ 50
%o\ \\ \ X 111
5NN
%\\\ 1100
(3 \ 1
HERCN —==4200
2, \/ 500
1 —11ms
I BNYH 2
sadl
10
t d.c.
| il
i | | | !
e
| BN
M ENERE
2|18
1 10 ~Veg (V) 102

Aire de fonctionnement (transistor polarisé
en sens direct).

Zone | : région de fonctionnement en
continu.
Zone |l : extension permise pour un fonc-

tionnement en impulsions.

10

(A)

10-2

GRESP 50 227/229/231 - Page 2/4

max 100 nA
max 10 v A
max 10 uA
max 1.3V
max 0,8V
BD 227 | BD 229 | BD 231
min 25 25 25
( min 40 40 40
¢ max 250 160 160
min 25 25 25
typ 50 MHz
typ 1.3
max 1.6
1 BD231
LT 1T 117
Tmb = 62 °C 4
1 6=0,01
~ICM max L
| p=
! N \ \\\ \\ 10ps
=-IC max | \ | !
\\\ | |
Prot max \\ ANV W W W B
A\\U VAR VAVERY T
AN \
ANVANAN N[
NN RNAN 120
1 ARG
AN
| %\\\ 1>
%\ N 100
% \
2 6/\ 1200
- 4500
= i NN s
F— (mA) —1 ; T 2
— | I 1 5
L 1 ——4 10
— ; - — : t d.c.
| - ||
! i
! !
— 60 80 100 |
-Vcg (V) | | i
N ERE| L
1 10 -VcE (V) 102

Aire de fonctionnement (transistor polarisé
en sens direct).

Zone |
continu.
Zone |l

: région de fonctionnement en

. extension permise pour un fonc-

tionnement en impulsions.

Zone il

. le fonctionnement dans cette

région est autorisé a condition que
RBE< 1k Q.
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Courbes caractéristiques (suite)

10?
Zinj-mb g "Itpk‘ t
-2
(°c/w) 7ol s T
4
I
10 5= T
0.75
0.5
033 s
\ HNEaszzz
> 01
e
=&t
0.01
10™
1072
1073 1072 107 1 10 102 tp (ms) 103
Facteur multiplicateur (second claquage) |
pour —IC max
»{t,
Mgg (1 .ET‘J 5:‘T_P
10?
— Lo
~— 0.05
—
<\$ttw\
™~
10 0.1 = ——
0.2 ———
T N
0.33 NN
1
0.5 T~ %
0.75 T iy
1 — -
1
1073 1072 107! 1 tp (ms) 10
Facteur multiplicateur (second claquage)vi
pour —Vcgo =80V.
| it |
Mgg (V) — T T 11T ‘f ——t I.‘i:_,l 65:--2
107 —— . - - - H
T RN N AN 11
0.01
0.02 - T T
0.05 | ||| | i .
0 SN
0.1 THRIY ST _ T 133t -1 =
1T TN - [ T1] - - T [ }
oz«"\Q_\\ B 50 S I
u-.\\§§ t L S G 11 6 I O S .
0.33 .\\: | . 1 S U A
os T T8 _ - _
e — T~
0.75 e DA s e W]
[ { I ——
1
103 1072 107" 1 t, (ms) 10
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15 IBEEI 10 T
11 b
Ve =2V -Ic ITvC:Ezs"z i
Tj=25°C] ( L
-1c i mA)
(A)
10° max Ig
1 2z
V]
102 v
typ -
0.5
10
7
P
0 : v
600 800 -Vge (mV) 1000 1073 1072 107 10 102 -1g (mA) 10°
6 TTTTTTIIIT] 150 T TT1
Valeurs typiques t -Veg=2V HA
Tj=25°C. Tj=25°C 1]
-Vcesat hee
(v)
||
S=dEl 750 N
L1000
\
1\
50
2 N\
\ \\
\ \
N
AN
~
0 010 102 103 -Ic (mA) 10%
0 20 -Ig (mA) 4O c
12 NESEESESEE 150 T T11
Valeurs typiques [ | f=3S‘MHz T
T; =25 °C. ‘VCE-?,V H
-VeEsat J fr Tj=25°C [11
v) MHz)
A — 100
‘i.—(‘
4 =500
|
1250 - typ
0.8 44 50 =
P
0.6 01 10 102 1 10
0 100 -Ig (mA) 200 e (mA)

>
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transistor de puissance GRI=P

haute tension - au silicium
NPN BD 232

Le BD 232 est un transistor de puissance a triple diffusion, NPN, en boitier plastique SOT -32, principalement des-
tiné aux récepteurs de télévision.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

VEESM (VBE T 0) e max 500 \%

VCEQ wererererorssssesessas ettt st s max 300 \'%

O et max 0,25 A

'em (avec ty < LIS e e et max 1 A

Prot (Trb S62°C) i max 15 w

Tj ...................................................................................................................... max 125 °C

hEE (Ve =5V ile =150 mA) e min 20

fT (VCE=10V;IC=50mA; F=5MHZ) ..o typ 20 MHz

DONNEES MECANIQUES

(Dimensions en mm)

2,8"\0‘ ‘_Zemux |
] ER
ot L™,
Boitier plastique TO-126 "? E:_
|
- Collecteur relié au boitier Tl _‘iz% 12 l
- Accessoires : 56333 montage isolé é)
56326 montage non isolé )
'
58 les
YALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
VCESM (VBE T 0 e max 500 \
VCERM ........................................................................................................................ max 500 V
o 0 T T O P IOPO PR max 300 \
VEBO ............................................................................................................................ max 5 \Y
IC ................................................................................................................................... max 0,25 A
lem (AVEC 1 T M) teiiieee ettt e e e e s e e et e e e e e e e e e e e e max 1 A
IB ................................................................................................................................... max 0,25 A
Piot (Tmb< 57,5 0 ) i a e e e et e e e e e aaaae e e e taeaeenanaeas max 15 w
Tstg .............................................................................................................................. -65a+ 125 °C
Tj ................................................................................................................................... max 125 °C
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RESISTANCES THERMIQUES

R L & L ettt ettt e e et ———aeeeeeatat——eeeeertat—aeeee et a—————eaeeteetttat . eetttettaneeeetat i oeetnnaareenann 4,5 °C/W
th b . '

Rify 1o e 100 °C/W
Rih mb-h (accessoire 56333 pour Montage iSOIE) ...ccciiiiieiiviiiiiieceeie ettt s eaee 6 °C/W
Rih mb-h (accessoire 56333 @ GraiSS@) ...cccecoiirieeereeeieereeeeeetieeee ettt e e ettt ettt e s e eaean 3 °C/W
Rih mb-h (accessoire 56326 pour montage Non 1S016) ......cciiiciiiiiiiiieeeeeeeee et eeeeeeeeaeeeeeeeae s 1 °C/W
CARACTERISTIQUES (T] = 25 °C) sauf spécifications contraires

ICES (VCE = 500 \" H VBE = 0) ............................................................................................ max 0,] mA
'CES (VCE =500 Vv ; VBE =0 ; T] =125 °C) .................................................................... max 1 mA
hFE(VCEZSV,‘CZSOmA) ............................................................................................ 25&]50

hFE (VCEZSV; |C: 150 mA) .......................................................................................... min 20

VBE (VCE =5V H ‘C = ]50 mA) .......................................................................................... max 1 \'%
VCEso'r (|C=150 mA ; |B= 15 MAY e max 1 Y
VCEO sust (|C = 100 mA ; IB =0 ;L =25 mH) oo min 300 \'4
fT (VCE =10V; IC =50 MA ;£ = 5 MHZ) ottt e typ 20 MHz

Circuit de mesure du VcEO sust

+50V
100-2000

hor.
oscilloscope

A 0

~

_ 6V 3000 1n i
30-60Hz -[_S___H:; Vego (V) 300V

COURBES CARACTERISTIQUES

10
Tmb <57,6°C
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
'c
(A) . . . . .
| Région admise pour le fonctionnement en conti-
§=0,01 L) nu.
b=
1 SR TA T ?(;‘s [l Extension permise en impulsions.
AN\WEA \\\\ N oo [l Aire de fonctionnement permise en impulsions
D + - e .
NN 5([) répétitives pendant le temps d'etablissement
S . o
Q\ \ \ 100 dans les convertisseurs si :
| o \\\\ll | l
107! ®o° \\\\x 3[001 RBE < 1kQ
2 NN T
o/\\\‘ N\ 1 t <0 3 s
@%\&\Qt 500{ pSY K
& 1ms
Q/,/\\\l/g | IV Utilisation possible en impulsions avec :
1072
my v
P4
1073
10 102 103 Vee (V)

(1) Indépendant de la température
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Facteur multiplicateur du courant de second claquage a VCEO max
MsB(v)
2 -0
10 ==10,01
~<240.02
N
-g_\
N
0,|05
0,10 \\\
~{ |
10 0'20 \~~§\
| -
1
0,33 N\
T =
0,50 I~
0,|75 ] \\
1 Bn R ::
1 1] 1 ) - - =
-3 -2 -1
10 10 10 1 tp(ms) 10
Facteur multiplicateur de la tension de second claquage a IC max
Msg(1)
102
+6=0
- 0,01
0,02
10“0,05
0,10
-0,20 ~N
[ 0,33 Emes
———— T T T
0,50 T —
4
0,75 T
1 b
10-3 10-2 10~1! 1 tp (ms) 10
102 —
Zthj-mb ] I |
(°c/w) _.I tple ‘ tp
-— Tl 7
10
15 -
0,75
% ’
—10, t u—':::
1—10,204 st
—30,10+H]
,05°
]
il
10-" 0,02
0,01
0
1072
10-3 10-2 10" 1 10 102 ¢ (ms) 107
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

75
6 EERE 11T
I BEEEE IR
) Valeurs typ. [T VcE=5V E[
Venm o _ o 1 = o)
CEsat Tyj=25°C [1] hFE Tj=25°C
V)
\ I
“ |
t
4 t \ 50 ’,l yp ~
| = N
\ \
\ _— \
\ - \
\
\ \ \\
2
\& 2 \
A\
= \
o Mol I\
Ei“o w I\ k4
1\ Y
| N ~
NS -
0 100 I (mA) 200 . 10 102 I (mA) 103
3
0 E=E: v TTT]
=925 OC
1 Mo SEAS S T 51 ® 10(/\1”
( /i]) T5=25°C — (MHz) CE
m
/ 30
102
typ 20 ’/ typ ‘\\
A N
V
10 AN
10 \
\\
L~ \
1 0
0 0.5 1 Vpg (V) 1.5 1 10 102 Ic (mA) 103

G>
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transistors de puissance
au silicium

BD 233

NPN BD 235

BD 237

telévision - amplification audio-fréquence

Transistors NPN a base épitaxiale, en boitier plastique

TO-126. particulierement destinés aux circuits de télévision

et d'amplification audiofréquence soumis a de fortes impul-

sions de puissance. Ces transistors sont complémentaires
des BD 234, 236, 238.

Caractéristiques principales
'80233 |BD235 BD 237|
VEBO « + v e veem e e e e e max 45 60 100 \%
VEED + vt v vee e e e e e L max 45 60 80 vV
VCER IRBE= 1K) oot e max| 45 60 100 | v
Lo max 6 A
PtOt (Tmb < 25 OC) ........................................................... max 25 W
L T max 150 °C
hFE(VCE =2V I =T A) min 25
fTVCe=10V:Ic=250mA;f=1MHz) ... ... .. . . . min 3 MHz
Brochage Valeurs a ne pas dépasser
, (Limites absolues)
Boitier JEDEC TO-126.
Collecteur relié a la partie métallique de fa surface de |BD 233 | BD 235 | BD 237|
montage. v - 2 v o0 1 v
Couple de serrage : min. 5 cm.kg ; max. 6 cm.kg. CBO - --voveen max 5
. L, VCEO -« vvveei . max 40 60 80 \
Accessoires : 56333 pour montage isolé ; 56326 pour v 5 5 5 v
montage non isolé. EBO - oo max
VCer (RBE=1KQ). max| 45 60 100 |V
‘78—’| NG max 2 A
0 ICM- o max 6 A
o 3 Piot (Tmb <25°C)............. max 25 W
1 € T max 150 °C
i = TQHG v oo — 554+ 150 °C
i H 4
\ I RESISTANCES THERMIQUES
1 ' Rthjoa- oo 100 °C/W
! E’ Rethjomb « o ove e 5 °C/W
‘ w Rth mb-h (avec 56333 pour montage isolé). ... 6 °C/W
el clibll v Rth mb-h (avec 56333 et graisse au silicone). .. 3 °C/W
|05 0.88’“‘"!. 229 Rth mb-h (avec 56326 pour montage non isol¢) 1 °C/MW
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Caractéristiques (T, =

sauf spécifications contraires

IcBO (VB = VCBOmax e =0)

IcBO (VCB =VCBOmax. [E=0;Tj= 150°C)

lIeEBo(VER=5V:Ic=0)
VEg(VCg=2V Ilc=1A)
Vcesatllc=1A:Ig=0,1A)

hrpe (VCe=2V; Ic = 150 mA)
hpg (Vce=2VIc=1A)

temps de commutation
tonllc=1A;Ig1=—1g2=0,1A)
toflc=1TA:Ig]=—

+16V

-V = -

— +20,3V

transistor
en mesure

b

Courbes caractéristiques

AIRE DE FONCTIONNEMENT

| - Région admise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.

10

(A)

fT(VCE=10V:lc=250mA; f= 1 MHz)

GRESP 50 233/235/237 - Page 2/4

——

1 0°/o\ t

[+tore

—— eni;npulsions répétitives o :0,011
ICMmax—T 1T N =
AN AN No.o2ms
N NN ]
HEERNYNNNAND YN (2
No.1
IC max \\\ \\ N
N NN N
P c.) \
tot max \lx\\ \
AMIAY 0.2
AU NN N\ 4+
AN |
N
\ A\ B
2-1
5
NGo
\‘ 20
I
Tmb <25 °C
el B'2) ~
P B S
alal al

max 100 p A
............................................ max 3 mA
max 1T mA
max 1.3 V
max 06 V
BD 233
BD 235| BD 237
40 a 250|403 160
min 25 25
.......................................... min 3 MHz
typ 0.3 us
typ 1.1 s
7/ 90% ] Circuit de mesure
10% \ t
\/ Impulsions d’entrée : ty;=tf = 15ns
_________ L Ip: 10:15
T= 500us
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102
Facteur multiplicateur du second claquage a | max.
Mgg(1)
10 b—s =0,01
0,05
0,10
NN
0,20 N
0,33 T
. N
0.50 S Nhh k
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e N ——
1 1T -
1071 1 10 tp (ms) 102
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Msg(v)
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-T- 16=0,01
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B
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1 Tt Nmnas
-1
10 1 10 tp (ms) 102
9
10~
Facteur muluplicateur du second claquage a Vcgomax. BD235
MsB(v)
10
0,1046 =
0,20 \j OYOIL
N
L 0, 33— &
-
0,50 \\\~ ::\\
0.75 \\'h.hn_,__\\
) N_‘H \‘N\
1 ——— ———
1071 1 10 tp (ms) 102

45



Courbes caractéristiques (suite)

BD 233/235/237 - Page 4/4

103
—
Zth j-mb I I
(°C/W) —
—] tp 4—-_—1 5= tp
T .
102 T
10
-6 =1
—=0,75 Sest
- 0,50 ot
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1 —-—1-0..29 Lt
—0,10
0,05
J10,02
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102
i i ti Facteur multiplicateur du second claquage a Vogpomax. BD2:7
2 Vcg =2V
t Tj=25 oC I M
Ic 1 SB(V)
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1,5
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| 10
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0,5 ] S
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[T T T TT1
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transistors de pui§§a_nce
au silicium BD 234

PNP BD 236
BD 238

telévision - amplification audio-fréquence

Transistors PNP a base épitaxiale, en boitier plastique
TO-126, particulierement destinés aux circuits de télévision
et d’amplification audiofréquence soumis a de fortes impul-
sions de puissance. Ces transistors sont complémentaires
des BD 233,235, 237.

Caractéristiques principales
BD 234| BD 236 | BD 238 |
FVEBO -« v e e max | 45 60 100 |V
SV CEQD -+ ot e e e max 45 60 80 \Y)
—VCER(RBE=TKQ) Lo max 45 60 100 \Y
BT, S T T R max 6 A
Piot (Tmb < 25 0C) . o ot max 25 W
L R max 150 °C
hEE (- VCE =2V —lc =T A) min 25
fTi=VCe=10V: - 1c=250mA ;f=1MHz) ... ... ... ... ... ... ... .. ... min 3 MHz
Brochage Valeurs a ne pas dépasser
Boitier JEDEC TO-126. (Limites absolues)
Collecteur relié a la partie métallique de la surface de
montage |BD 234 | BD 236 | BD 238

Couple de serrage : min 5 cm.kg ; max 6 cm.kg.

Accessoires : 56333 pour montage isolé ; 56326 pour “VCBO - max 45 60 100 N
montage non isolé. ~VCEQ -+ -+ max 45 60 80 Vv
~VEBO -+ -+ max 5 5 5 \
787 —VcEeR (Rge= 1K) max 45 60 100 Y,
- Im — —lc .o max 2 A
5 o UM et e max 6 A
5 Piot Tmb<25°C)............. max 25 W
| 2 T e max 150 °C
| TOUG « oo — 554+ 150°C
RESISTANCES THERMIQUES
Rthja. - oo 100 °C/W
:éﬁ Rth JFmb o 5 °C/MW
o Rth mb-h (avec 56333 pour montageisolé). ... 6 °C/W
I Rth mb-h (avec 56333 et graisse au silicone) .. 3 °C/W
Rth mb-h (avec 56326 pour montage non isolé) 1 °C/W
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Caractgristiques (TJ- 25°

sauf spécifications contraires

@ BD 234/236/238 - Page 2/4

—1cBO (—VCB =—VCBOmax: [E=0) .o max 100 uA
—1cBO (=VCB=—VCBOmax. [E=0.Tj=150°C) ... ... . ... ... . . max 3 mA
—IEBO (= VEB =0V I =0) . max 1 mA
—VBE (= VCE =2V — I =1 A) max 1.3V
—VeEsat (= lc= T A = IB =01 A) max 06V
BD 234
8D 236 I BD 238
hEE (= VCE=2V =10 =150 MA) ..\t 403250'402}‘60
hEE(—VCE= 2V = IC = 1 A) L min 25 25
f{VCE=10V; —Ic=250mAf=1MHz) ....... .. . . min 3 MHz
Temps de commutation
ton(—1C=T A, —IB1=—IB2=0,1 A) .. e typ 0.3 ys
toff(—1Cc=1 A, —IB1=—1B2 =01 A) . . e typ 0.7 us
Montage de mesure
+6.LV Igy [——- 90% Circuit de mesure
1, \
-20,3V 0 10% t
. Impulsions d’entrée : t,=tf= 15ns
tér:n:;lstor I tp — 10{1 s
mesure g2 1————"—"—"—"— m— _
+1V — - T= 500 s
0 “Ic 90%
eV 10%) t
0
) ; Q—to"-. “to""l

Courbes caractéristiques

10
[ en impulsions répétitives . 9 = 0,01 j
-1CM max - tp =

ANAWAVANI I NAY Y

-1c \ N \\ )

S 11 R L [0.05
-IC max \\\ L \1 N 0,1
\ \ N
. Prot max (d.c.) \\ \ \
ANAN
ARM'ARY 0,2
AV NN ¢ AVAS
AN %
N
NN
5
Vi
on
I
10°1
Tmb <25 °C
<] O} ©
el Kael Bl
Nj N o~
ajal a
-2 [sa) Waol Wyea]

10 ol B B

1 10 -Vcg (V) 102

AIRE DE FONCTIONNEMENT

| - Région de fonctionnement en continu.
Il - Extension permise en impulsion.
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Facteur multiplicateur du second claquage a |c max.
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Facteur multiplicateur du second claquage a Vcgpomax.
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Mgp(v)

10
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1071 1 10
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102

Facteur multiplicateur du second claquage a Vcggmax.
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Courbes caractéristiques (suite)

_IC
(A)

1,5

0,5

~VCEsat
V)

BD 234/236/238 - Page 4/4
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transistors darlington de puissance
au silicium
PNP

BD 262
BD 262 A
BD 262 B

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 262, BD 262 A et BD 262 B sont des transistors DARLINGTON en

boitier TO-126.

Avec leurs complémentaires les BD 263, BD 263 A et BD 263 B, ces transistors de construction monolithique sont principa-
lement destinés aux étages de sortie d’amplificateurs et aux applications industrielles de commutation.

Caractéristiques principales
BD 262 BD 262 A BD 262B

—VCED -t vt max 60 80 100 \)
— VCBO ................................... max 60 80 100 \Y}
— ICM .................................... max 6 6 6 A
Piot (Trb =25 OC) e max 36 36 36 w
T max 150 150 150 °c
hrg (—Ic=05A;=Vcg=3V) ............... typ 1000 1000 1000
hEg (~lc=15A;=Veg=3V)............... min 750 750 750
fr (~lg=15A;=Veg=3V) ............... typ 7 7 7 MHz
Brochage

(Dimensions en mm)
Boitier TO-126

Collecteur relié a la partie métallique de la surface
du boitier

Accessoires
56333 pour montage isolé

56326 pour montage non isolé id I
'3 L2
Couple de serrage : T~
min 0,5 mN
max 0,6 mN
f<4 58»’ > 405

088™x| |, _,@
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Valeurs a ne pas dépasser

GRESP 50 262/80 2624/8D 2628 - Page 2/4

(Limites absolues selon publication IEC 134)

BD 262 BD 262 A BD 262B
Tensions
- VcBo max 60 80 100 \%
“VEOED + - c e max 60 80 100 Y
“VEBO - c e max 5 5] 5 \%
Courants
= max 4 4 4 A
— oM - max 6 6 6 A
— B max 100 100 100 mA
Puissance dissipée
Piot (Tmb =25°C) .o max 36 36 36 w
Températures
Ttg - oo — 554 + 150 °c
Ti ........................................ max 150 150 150 °C
RESISTANCE THERMIQUE
T 35  °C/W
Caractéristiques
a Tj = 25 °C sauf indication contraire
—lcgo U =0:—=Veg == VCBO max) + « + + « « c o vt v ettt e e e max 02 mA
- 'CBO “E =0, — VCB = - VCBO max - Tmb =150°C)............... max 2 mA
- Iceo (Ig=0;—Veg=30V ;BD262).......... .. ..ttt max 05 inA
— lCEO (|B =0, - VCE =40V ;BD 262A) . .. .. o max 0,6 mA
—Icg0 (B =0:—VCE=50V ;BD 262B) .. .....ourunrininnan ... max 05 mA
- lggo (lc=0 = VEB=bV .. max 5 mA
hfE (—1e=05A;—VCE=3V) (1) .0ttt typ. 1000
heg (=1 =15A;=VeE=3V) (1) ottt min 750
hEg (=1c=4A;=Vcg=3VI(1) ... typ. 750
— VB (=18 A = VeE=3 V). max 25 V
—VeEsat (FIc=15A—Ig=3mA) . ... .. max 25 V
T (=lg=15A ;- V=3 V) typ. 7 MHz
fhfe (=lc=18A ;= V=3Vl . typ. 60 kHz
Wisc) (Ig <<0) voir fig. 2 page 3. . .. .. ... min 30 mJ

(1) Mesuré en impulsions avec ty <300 usetd <2

SCHEMA DU CIRCUIT DARLINGTON

‘ T [ T T T T T T T T v 1
- Loc | vy
BO— —- { TJ : ! |
! T ' | I
: | | |
: : |
| L}{: R | |
b i ) l |
| = = = I
° b |
Vg I EB| C
— vy |
horizontal = 1 "1
SCO
Ri.. .. typ. 30 k2 100 | [100q | [1okn
Ry ............ typ. 150 2

CIRCUIT DE MESURE DU SECOND CLAQUAGE




Courbes

102 I
T h 42 H
E
(A)
i
v skobr
“leMife 1
4 s \ BD262
Cmy H BD262A
N v |- BD2628
N
}
; SOps
[ — b - -
curant X
continu AV 100
|
I
I
500
I ms
10
| dec.
o !
1 1 Svep ) 102
AIRE DE FONCTIONNEMENT
1~ Région admise pour le fonctionnement
en continu
2 — Extension permise pour le fonctionnement
en impulsions.
T
100
Prot max
(%)
75 A
50
25
0
0 50 100 150
Tmp (°C)

caractéristiques (suite)
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Courbes caractéristiques (suite) BD 262/BD 262A/BD 2628 - Page 4/4

S5 6
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transistors darlington de puissance
au silicium BD 263

NPN BD 263 A
BD 263 B

I Les transistors de puissance NPN au silicium BD 263, BD 263 A et BD 263 B sont des transistors DARLINGTON en
boitier TO-126.

Avec leurs complémentaires les BD 262, BD 262 A et BD 262 B, ces transistors de construction monolithique sont principa-
lement destinés aux étages de sortie d’amplificateurs et aux applications industrielles de commutation.

Caractéristiques principales
BD 263 BD 263 A BD 263 B
VEED « -« oot e e e e e max 60 80 100 \
VEBO + - oo e max 80 100 120 Vv
ICM - max 6 6 6 A
Piot (Tmb=25°C). ... .. ... . ... .. ... ... .. max 36 36 36 w
T max 150 150 150 °c
hpg (g=05A;;VCg=3V) ... ... ..., typ 1000 1000 1000
hpp U =15A;Veg=3V) ... ... ... ...... min 750 750 750
fT (|C =156A; VCE =3V) .. typ 7 7 7 MHz
Brochage
(Dimensions en mm) 2|§17 -8
Boitier TO-126
Collecteur relié a la partie métallique de la surface S 1
du boitier.
Accessoires : _
56 333 pour montage isolé %
56 326 pour montage non isolé :E, ' 12
. ! :
Couple de serrage : ™
min 0,5 mN
max 0,6 mN
| ‘ e
58, Lles ossm]l
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Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues selon publication |EC 134)

GRESP 50 263/80 2634/8D 2638 - Page 2/4

BD 263 BD 263 A BD 263 B
Tensions
VCED - - vttt e e e e, max 60 80 100
VEBO ~ v v ot e e e max 80 100 120
VEBO « vt ottt e max 5 5 5
Courants
I max 4 4 4
ICM - - max 6 6 6
IB max 100 100 100
Puissance dissipée
Piot Tamb=256°C) ... ... i max 36 36 36
Températures
Totg o — 55 3+ 150
L max 150 150 | 150
RESISTANCE THERMIQUE
Rih F 1« T 3,5
Caractéristiques
a Tj = 25 °C sauf indications contraires
ICBO (|E = 0) (1) ................................................. max 0,2
'CBO “E =0 ;Tmb=150 OC) (1) oo max 2
lceo UB=0;Veg=30V :BD263) ........ .00 i, max 0,5
IceE0 UB=0:VEp=40V :BD 263 A) ....... o, max 0,5
IceEo (UB=0:Voe =50V ;BD 263 B) ..........0uuuuimiinuunnnn i, max 0,5
IEBO (|C=0 CVEB =0 V) o max 5
hgg (Ic=05A; Vee=3V)(2) .. typ 1000
hgg (lc=15A; Vee=3V)(2) ... min 750
hEE Ic=4AVeE=3V)I(2) . typ 500
VBE (=158 AVCE=3 V) max 2,5
Veesat (Ic =15 A IB=3mA) .. max 2,5
fT (|C=1,5A ;VCE S8 V) typ 7
fhfe =15 A VeE=3 V) o typ 60
Wie) (IB<0) voirfig.2page3 . ... ... ... .. min 30

(1) Vcgo =60 V pour BD 263, 80 V pour BD 263 A et 100 V pour BD 263 B.

(2) Mesuré en impulsions avec to <300 usetd<29%.

SCHEMA DU CIRCUIT DARLINGTON
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CIRCUIT DE MESURE DU SECOND CLAQUAGE
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Courbes caractéristiques
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AIRE DE FONCTIONNEMENT _
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Courbes caractéristiques (suite)

105 — 7T
T T T
VCE =3V :E
Valeurs typiques :_
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X001t
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/ |
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4 2
14
A
-
2 1 EEERISRES
typ} By
0 0
1 VBg(V) 2 0 2 Ic(A) 4
lc=154 [
VCg=3V
Tj=25°C |
typ
H
\
10 102 103 104 105 f (kHz) 106

G>

R.T.C.LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS

MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS

S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F — R.C. PARIS B 672 042 470




transistors de puissance
au silicium BD 266

PNP BD 266 A
BD 266 B

Page 1/4

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 266, BD 266 A et BD 266 B sont des transistors DARLINGTON en boitier
TO.220.

Avec leurs complémentaires, les BD 267, BD 267 A et BD 267 B, ces transistors de construction monolithique sont prin-
cipalement destinés aux étages de sortie d’amplificateurs et aux applications industrielles de commutation.

Caractéristiques principales

BD 266 BD 266 A BD 266 B
VCEOD « ot eete e e e e max 60 80 100 \
VEBO vttt e e e e e max 60 80 100 \Y
oY, S max 12 12 12 A
Piot {(Tmb=25°C) . ... max 60 60 60 w
hEE(IC=3A;VCE=3V) . min 750 750 750
Brochage

(Dimensions en mm)
Boitier TO.220
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Valeurs a ne pas dépasser

(Limites absolues selon publication |[EC 134)
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) BD 266 BD 266 A BD 266 B
Tensions .
VECED t e ot e 60 80 100 \
VOB - o oottt e e e 60 80 100 \Y
VEBO - o et e 5 5 5 \Y
Courants
LG 8 8 8 A
DB e 150 150 150 mA
ICM - e e 12 12 12 A
Puissance dissipée
Prot (Tmb =25°C) ..o\t 60 60 60 w
Températures
TOG - -« v et e 554+ 150 °C
L 150 150 | 150 °C
Caractéristiques
aTj= 25 °C sauf indications contraires

BD 266 BD 266 A BD 266 B

VBR)CEQ(Ic=100mA;Ig=0)(1) ... ... ... ... ..cocoon... max 60 80 100 Vv
IcBO (IE=0;VecB= COV) ... ... . max 0,2 mA
IcBO (Ic=0:VcB= 80V) ... ... max 0,2 mA
IcBO (lE=0;VcB=100V) .. ... .. .. ... . .. max 0,2 mA
ICBO (lE=0;Vecp= 60V;Tj=100°C) ................... max 2 mA
IcBO (le=0;Vecg= 8OV;Tj=100°C) ................... max 2 mA
IcBO (lge=0;Vcp=100V;Tj=100°C) ................... max 2 mA
IEBO (Ic=0;VBE= BV) ..., max 5 5 5 mA
ICEO (IB=0;VCE=30V) .. ... max 0.5 mA
ICEO (IB=0;VCE=40V) ... i max 0,5 mA
ICEO (IB=0;VCE=50V) ... .. .. max 0,5 mA
hte(lc=3A;VCE=3V)(1) .. min 750 750 750

hfe IC=8A;VCE=3V) (1) «ve oo typ 750 750 750
hfe(IC=05A;VCE=3V) (1) v typ 1500 1500 1500
VCEsat{IC=3AIB=12mA) ... ... .. max 2 2 2 \
VBEUC=3A;VCE=3V) .o max 2,5 2,5 2,5 \Y
fT (UC=3A;VCE=3V) . typ 7 7 7 MHz
fhfe IC=3A;VCE=3V) . ..o typ 60 60 60 kHz
E second claquageinverse ............. ... . . ... . ... min 50 50 50 mJ
2 T typ 10 10 10 kQ
N S typ 150 150 150 Q
VEUE= B A) o typ 1.8 1,8 1,8 \%
Résistances thermiques :

RN J-MD - -« e e et e e e 2,08 ° W
Rth joamb - o e e e e 65 °C/W

Schéma du Circuit Darlington

(1) mesuré en impulsions avec tp <300 usets<2%

Circuit de mesure du second
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courhes caracteristiques

Ic
P |
Ic 10 —_— 201
o AN AN T
v \ 1
% C|
0’; \ (A]
\
(o]
101 N ANPY ’2} m 10 \ 8
A AN T Tmb-25°C ;
AN \
Y 001 N
AN\ WAYEIN
A 6
0 \ 10" 4
10 Tmb=25°C]
d:001 BD266A!
\ BD2668 \
BD266
10" L 10° °
1 10 Vce V 1 10 Vce(V) 05 1 15 2 veeW
Rth j.mb h21
(°C/W)
25 ey \
da 108
2 - EEE \
L 55
ot 1] 1
L — [~
15 “d:(?,'[l =T 102 typ Ic:3A
. B VCE=3V
1:d=05 " 4
i Z
— Z d: 10 K
1 X
0,5 =405 3 Z -
d:0\ 2= d-0,05
——T 111
L LI 7 1 10 107 10° 10° (kHz)
10° 10 10° 10? 10 1 t(s)
VCEsat h:p S A - -
!
W) L 1
6 ; =
S i
4
3 A
2 : .
2 ‘ V/
= : SR o i 4

A g : // \\
L 9 :
L HT g - hEe
1 = ’ 1] I el
& F,zso - 5hoel
B 1 o i
Tamb:=25°C ] 4 o
3 VCE=3V.
2 1]
o 2 4 6 8 Icw ¥ e E
R 1 : R !
10" 2 3 4 5 6 7891° 2 3 4 56789

61



BD 266/266A/266B - Page 4/4

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F — R.C. PARIS B 672 042 470




transistors darlington de puissance
au silicium BD 267

NPN BD 267 A
BD 267 B

>

Les transistors de puissance NPN au silicium BD 267, BD 267 A et BD 267 B sont des transistors DARLINGTON en boitier
TO.220.

Avec leurs complémentaires, les BD 266, BD 266 A et BD 266 B, ces transistors de construction monolithique sont prin-
cipalement destinés aux étages de sortie d’amplificateurs et aux applications industrielles de commutation.

Caractéristiques principales

BD 267 BD 267 A BD 267 8B
VECED -t e e e e max 60 80 100 \Y
VECBO - - oo max 80 100 120 VvV
IO v e e e e max 12 12 12 A
Piot (Tmb = 25°%C) « .\ max 60 60 60 W
hEE(C=3A;VCE=3V) o min 750 750 750
Brochage

(Dimensions en mm)
Boitier TO.220
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Valeurs a ne pas dépasser

(Limites absolues selon publication |EC 134)

Tensions

Puissance dissipée

Piot Tmb=25°C) . ...

Températures

Caractéristiques

a Tj = 25 °C sauf indications contraires

V(BR)CEQ (Ic=100mA;Ig=0) (1)

1

IcBO (lE=0:Ve= COV) ... . i
IcBO (Ic=0:VeB= 80V) ...
IcBO (lE=0;VeB=100V) ... ...
IcBO (le=0;Vecg= 60V;Tj=100°C) .........
IcBO (le=0;Vcg= 80V;Tj=100°C) .........
IcBO (le=0;Vcg=100V;Tj=100°C) .........
IEBO (Ic=0;VBE= 5V) ... ... ..
ICEO (IB=0;VCE=30V) ...
ICEO (IB=0;VCE=40V) .. .
ICEO (IB=0;VCe=50V) .....................

htelic=3A;Vce=3V) (1)
hte lIC=8A;VCg=3V) (1)
hte (lIc=05A;VCg=3V) (1)
VCEsatllc=3A;Ig= 12 mA)

Ny

VBE(C=3A;VCe=3V) ... ...
frT (Uc=3A;VCE=3V) ... .
fhfe IC=3A;VCE=3V) ... o

E second claquage inverse

Résistances thermiques :
Rth j-mb
Rth j-amb

Schéma du circuit Darlington

mo-

(1) mesuré en impulsions avec tp <300useto<2%

R
Ry .. e
VEUE=3A) ...

GRESP 50 267/2671/2675 - Page 2/4

BD 267 BD 267 A BD 267 B
60 80 100 \%
80 100 120 Vv
5 5 5 \Y
8 8 8 A
150 150 150 mA
12 12 12 A
60 60 60 W
—55a+ 150 °C
150 | 150 | 150 °C
BD 267 BD 267 A BD 267 B
max 60 80 100 \%
max 0,2 mA
max 0,2 mA
max 0,2 mA
max 2 mA
max 2 mA
max 2 mA
max 5 5 5 mA
max 0,5 mA
max 0,5 mA
max 0,5 mA
min 750 750 750
typ 750 750 750
typ 1500 1500 1500
max 2 2 2 \Y
max 2,5 2,5 2,5 \Y,
typ 7 7 7 NI_HZ
typ 60 60 60 kHz
min 50 50 50 mJ
typ 10 10 10 k Q
typ 150 150 150 Q
typ 1,8 1,8 1,8 \
2,08 ° C/'W
65 °C/W

Circuit de mesure du second
claquage inverse
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transistor de puissance
au silicium
NPN BD 329

introduction

Transistor NPN, au silicium, en boitier plastique TO 126.
Son complémentaire est le transistor PNP BD 330.

caracteristiques principales

Tension collecteur-émetteur (VBE=0) . ... .. ittt VCces max 32 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . .......... ittt Vcep max 20 V
Courant collecteur (valeur Créte) . ........ ... . it Icm  max 3 A
Puissance totale dissipée (Tmp < 45 °%C) .. ittt i et aee Ptot max 15 W
Température de JONCHON . . .ottt it ettt it e ettt tee et te et ianeeaaannns Tj max 150 °C
Gain en courant continu :

IC=0,5 A VCE= 1V L e e e e hFe 85 a375
Fréquence de transition :

IC=50MA ;VCE= BV i fr typ 130 MHz

données meécaniques

Dimensions en mm

hoitier T0-126

Collecteur relié
au boitier

Accessoires :

56326 : rondelle métallique.
56333 : rondelle + mica + canon isolant.

287" 8™

‘4 >~ - - -b‘

32
0
! L
3,75

17 max

2

15'3m|n
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valeurs a ne pas dépasser (limites absolues)

tensions

Tension collecteur-émetteur (VBE=10) ... ..ottt VCES
Tension collecteur-base (émetteurouvert) . ... .ot e VcBO
Tension collecteur-émetteur (baseouverte) . .......... i VCEO
Tension base-émetteur (collecteurouvert) . ........ . it VEBO
courants

Courant collecteur (CONLINUY - .« v vttt it ettt e ettt it e i eaans Ic
Courant collecteur (valeur Créte) . . ...ttt i ittt Icm
Courant base (CONLINU) - .« oottt ittt c ittt it e B
Courant émetteur (CONtINU) . ..o v ittt i i et c i —IE

puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tmp < 45°C) ... . i Ptot
températures

Température de StOCKAgE - -« « v v ottt i e Tstg
Température de JONCHION . . ...ttt ittt ittt Tj

résistance thermique

Jonction-fond de boitier . . ... ... . L Rth j-mb

JONCtioN-air @mMbiant . ...t Rthj-a

caractéristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire)

courant réesiduel collecteur-hase

IE=0;VCB =32V e e IcBO
IE=0;Ve=32V Tj=150°C .. ... IcBO

courant résiduel émetteur-hase
IC=0 ; VEB =BV IEBO

tension hase-emetteur

IC=0mMA  VCE= 10V e VBE
IC= 2 A VCE= TV o e VBE

tensions de saturation

IC= 2 A IB=0,2 A e VCE sat

gain en courant continu

IC=0mMA VCE= 10V e hEg
IC=0.5 A VCE= OV e hFe
IC= 2 A VCE= TV e h FE

fréquence de transition (f = 35 MHz)
IC= B0 MA  VCE= BV e fr

max
max
max
max

max
max
max
max

max

max

max
max

max

typ
max

max

min

min

typ

32 v
32 Y]
20 \
5 i
3 A
3 A
1 A
3 A
15 W

—65a+ 150 °C

150 °C
7 °C/W
100 °C/W
10 A
1 mA
10 A
0,6 \
1,2 v
0,5 v
50
85a375
40
130 MHz
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courhes caractéristiques h>

aires de fonctionnement de sécurite
transistors polarisés en direct

I - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

10 11
111
Trb < 45 °CHA
6=0.,01
Io P —
(A) N tp=
) \ 50 ps
N
N
1 Q\ 1 100
1 WL200
A\\RWAY
2) \
500
\ 1ms
2
10
dc.
107
10-2 2
1 10 VCE (v) 10
i 102 7262125
100 —‘I L“l L
tp e
Zihj-mb Sl T*I §-t0
(°C/W) T
Ptot max 10 62 ;L!
(%)
0,75
0.5
3 033 L
maill -5
3 1 02 A
50 Sean ;
\ ST 0.1
B _-‘—‘—‘7 /' v
A\ — 002
\ 0.01
A\ 107
: :
| L
- L N
R R st S — .
N
0 | ) b i )
1 1 1
° %0 T (°C) 1073 1072 10" 1 10 102 tp (ms) 103

1) Courbe de Pyot max et Pgrate max.

2) Limites du second claquage (indépendantes de la température). 69
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2
10 Facteur multiplicateur de la tension de
second claquage a I¢ max
Msgi)
10
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01 0.05
o
L 0.33 —
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0.75 i SR §'\
. E—
1
107° 1074 1073 tpls) 1072
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1,5
VCE =1V
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/
>
A
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0,5
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transistor de puissance
au silicium
PNP BD 330

introduction

Transistor PNP, au silicium, en boitier plastique TO 126.
Son complémentaire est le transistor NPN BD 329.

caracteéristiques principales

Tension collecteur-émetteur (VBE=0) ...ttt i it ie s —VCgs max 32 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ... i —VCepo max 20 V
Courant collecteur (valeur Créte) ... ... ittt iae s —Icm max 3 A
Puissance totale dissipée (Tmbh < 45 °C) oo i it e Piot max 15 W
Température de JONCHION . .. oo vttt ittt et et e Tj max 150 °C
Gain en courant continu :

—IC =05 A —VCE= TV ot e hFE 854375
Fréquence de transition :

—1c=580mMA ; —VCE=BV i fr typ 100 MHz

données mecaniqgues
(dimensions en mm)

hoitier T0-126

Collecteur relié
au boitier

Accessoires :

56326 : rondelle métallique.
56333 : rondelle + mica + canon isolant.

'ZBnmx
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valeurs a ne pas dépasser (limites abhsolues)

tensions

Tension collecteur-émetteur (VBE=10) ... ..ottt —VCES
Tension collecteur-base (EMetteur OUVEI) . ..ottt et ittt it e e e e iiee e —VcBO
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . .......v vttt ittt nnenennnn —VCEO
Tension base-émetteur (collecteurouvert) . ........u ittt ittt —VEBO
courants

Courant collecteur {continu) . ... ... i e —Ic
Courant collecteur (valeur Créte) .. ...ttt —Icm
Courant base (CONtINU) . ..ottt i e ittt —IB
Courant émetteur (CONtINU) - ..ottt i i IE

puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tmp <45 °C) o ittt ii it it e e e Ptot
températures

Température de stockage . . . .o oo ittt ittt i e e e e TStg
Température de JONCHION . . .ottt ittt e e e e e Tj

résistance thermique

Jonction-fond de boitier . . . ... .. L Rth j-mb
Jonction-air ambiant . ... ... Rthj-a

caracteristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire)

courant résiduel collecteur-hase

IE=0, —VCeB T 32V o —IcBO
|E=0;—VCB=32V:Tj=15O°C ....................................... —IcBO
courant résiduel émetteur-hase

IC=0 = VEB =0V i —IlEBO
tension hase-émetteur

—IC=5mMA; —VCE=10V .. — VBE
—IC= 2 A = VCE= TV —VBE

tensions de saturation

—IC=2A: - =02 A — VCE sat
gain en courant continu

—IC=5mMA; —VCE= 10V hEg
—IC=05 A —VCE=5V i hFe
—|C=2A,—VCE=1V ............................................... hFE
fréquence de transition (f = 35 MHz)

—IC=50mMA ; —VCE=5V fr

max
max
max
max

max
max
max
max

max

max

max
max

max

typ
max

max

min

min

typ

32
32
20

W = W w

15

—65a+ 150
150

100

10

0,6
1,2

0,5

50
854375
40

100

GRESD 50 330-Page2/6
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courhes caracteristigues

aires de fonctionnement de sécurite
transistors polarisés en direct

I - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

10 T 1 T7
) I
Top < 45 °CHA
. 5=0,01
-1, . ]
(A) N \ tp=
) \ \ 150 ps
Y
1 N n 100
1 1200
A\\RMY
AN
AN
500
1ms
2
10
dc
10!
1072
L 10 ~Veg (V)

102 — =
Zthj-mb ) ' ’i:p}T‘J 52
(°C/W) i T

10 o e

075 - 2 = i

05 e |

033 i L

- —+ #l 1§
H 0.2 ] ez i
1
%50 2l T - a
0.1 1
— 0.05
— 0,02 L

0.01

10"
R
L SEIE.
4
102 1
1073 1072 107" 1 10 102 tp (ms) 103

1) Courbe de Ptot max et Pcrate max.

2) Limites du second claquage (indépendantes de la température).
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2
10 Facteur multiplicateur de la tension de second claquage
a ! C max
MSB(I)
10
5= 0,01
1 0,05
0,33 -~
05 ‘~:“E$§\§
0,75 e
1
1075 1074 1073 tpl(s) 1072
ffameur multiplicateur du courant de second claquage
3 —V CEO max
Msav)
102
6=001
1022 s 202
£ 0,1 ~
—
0,2 Siy
0,331 | [T+
-CTS—.N._L__.‘-_ TN\
0.75 R
1 I
1075 1074 1073 1072 tp(s) 10!
200
—Veg =1V
T, =25°
hee J
150
typ
100 T—
N
N
50 \w
0 1
1072 1071 1 -Ic (A) n
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1,5
“Vee =1V
T;=25 °c
Ve
(V)
1
,/
b1
typ
o
1
05
0
102 101 1 _IC (A) 10
10
ll Val. typ
1 T;=25°C
\
|
_VCEsqt \
V)
1 1
1
\ A
\ h -Ic=
3A
T~y
\ \N__ 2A
\\ -
\\ 1A
10— — 0,5A
1 10 102 ~1g (mA) 103

77



78

BD 330 - Page 6/6

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470

Réf. 4479-11/1977.

Composition Paris-Photocomposition

Impression |.M.E. 25-Besancon



transistors de puissance
au silicium
NPN

BD 433
BD 435

BD 437

Ces transistors de puissance NPN en boitier plastique
TO.126, sont principalement destinés aux applications en
audiofréquence.

Le BD 433 et son complémentaire PNP,le BD 434, sont
principalement destinés aux étages de sortie des auto-
radios.

Les paires complémentaires BD 435/BD 436, BD 437/
BD 438 sont utilisées dans les amplificateurs et les récep-
teurs de radio avec une puissance de sortie pouvant attein-
dre respectivement 10 W et 15 W.

Caractéristiques principales

VCESIVBE = 0) oot max
Vi CED -+ v ettt ettt e e e e e e e e max
o P max
Piot (Tmb < 25 0C) . e e max
T max
hEE (VCE= 110 =2 A) min
hEE (VCE= 1V IC =3 A) L e min
frTiVCE=1V:Ic=250mA;af=1MHz). .. ... . ... ... ... ... ... ...... min

BD 433 | BD 435 | BD 437
22 32 45 V
22 32 45 V
4 4 4 A
36 36 36 W
150 150 150 °C
50 50 40
- - 30
3 3 3 MHz

Valeurs a ne pas dépasser

Brochage (Limites absolues)
® Boitier T0.126 (dimensions en mm). BD 433 | BD 435 | BD 437
o l()C;)iliieecrt.eur relié a la partie métallique de la surface du VCBO «oooo max 22 32 45 v
® Accessoires : 56333 pour montage isolé ; Vces (VBE=O0) .. max 22 32 45 \%
56326 pour montage non isolé. VCEOQ- - v vvnn.. max 22 32 45 \
(min 0,4 mN) VEBO --*vvvvn.. max 5 5 5 \%
(max 0.6 mN) couple de serrage >
Ic oo max 4 A
ol Y, I max 7 A
IB. oo max 1 A
_ Ptot {(Tmb < 25°C) max 36 w
Totg e ovvvvvnnnnn —55a+ 150 °C
3 T max 150 °C
€
’ Résistance thermique
Rthjra vvvoreee 100 °C/W
Rthjomb «vevvee e 3,5 °C/W
é Rth mb-h (avec accessoire 56 333) - -« - - - - 6 °C/W
w Rth mb-h (avec accessoire 56 333
_v et graisse au silicone) . .... .. .. 3 °C/W
0.5 0.88'""‘1! 229 Rth mb-h (avec accessoire 56 326) - - - - - - 1 °C/W
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Caractéristiques (Tj = 25°C)

@ BD 433/435/437 - Page 2/6

(sauf spécifications contraires)
1cBO(VCB=VCBOmax- lE=0) ... max
IcBO (VCB=VCBOmax, l[E=0.Tj=150°C) .. ............. ... .. ........... max
IcBO(VeB =10V, Ig=0,Tj=150°C) ... ... ... ... .. max
IEBO(VEB =5V IC=0). ... max
Vcek (lc=2A; g =valeurtellequelc=22AaVcg=1V).................. max
VBE(VCE=5V Ic=T10mA) (1) .. e typ
VBE(VCE =TV I =2 A) (1) o e max
VBEIVCE=TV Ic=3A) (1) o e e max
VCEsat(IC=2 A IB =02 A) . max
VCEsat(IC=3 A IB=0.83A) .. max
hFE(VCE=5V Ic=10mA) . e min
hEE(VCE =1V IC=500MA) ... i | min
I max
hpg (VCE=1V:Ic=2A) ........ e min
hEE(VCE= 1V IC =3 A) o min
fT(VCE=1V;Ic=250mA;f=1MHz) ... .. ... ... .. ... . . ... min
(1) VBE décroitde 2,3 mV pour une augmentation de température de 1 °C.
Rapport des gains des paires complémentaires
(IVcel =1V |ic| = 500 mA)
hrg1/h | BD433/434 etBD 435/436 <14
FEVIFE2 | 8D 437/438 <18
Courbes caractéristiques
Aire de fonctionnement avec le transistor polarisé en direct :
| — Région permise pour le fonctionnement en continu.
Il — Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.
10 - I T
CIcMmax 8-001 =
% \AAANE AN TFJT‘
Ic [ cmax juf AN \\ \ 0,1ms H
® Ptot max \\\\
\\ \ 02
‘\ \K
05
1 N
AN '1
AV \W Y
Y2
5
10
d.c
[
10?
Tmb<25°C
™ wn]
Ol o ™
3| 9| <
2] 8] 8
-2
107, 10 Vee (V) 102

BD 433 |BD 435 | BD 437
100 100 100
3 3 3
1 1 1
1 1 1
0,8 - -
580 580 580
1.1 1.1 —

- — 1.3
0,5 0,5 -

— — 0,7
40 40 30
85 85 85
475 475 375
50 50 40
- - 30
3 3 3

MHz
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Zth j-mb fé-tl% - H4H -1 F’f
oC /W ! — =1 [l
(e t—10.75 = T ?’P
—F0.50 T =
| =t 033417 T e - ‘;
i 0.20 4+ T 1 - —FE
Foao —":;;:éf"fr i = _:_f;
1 1 BN 4 | | S S B R B 6t
[ 0.02 =T I H
10°1 ﬁ—(l:ﬂ'l T f — = T +
S=EiniEREIES i ==
117 17” | - i
i + 4‘, - 4 — _ — S A
T i i
10°2 || RN - |
= l:}ﬁ =ase: —+ —
— ,f,i‘u‘ - g - H I
S G N1 ] — b
- HI bl
10-3 L T
1076 1075 1074 1073 10-2 107!ty (s) 1
Facteur multiplicateur du second claquage 4 I¢ max
MsB (1)
102
005 0=0,01
B 0,024
\*\N.‘ 14 \
10 0,10 e
e i
0,20 e~
L | me NN
0,33 N TR
O,Sb M — Y
i e
0,75 A —~
1 | T —
10-6 10-5 10-4 103 tp(s) 1072
M [ T TTTTII T T TTTTTIT I T T TTTI]
S8V Facteur multiplicateur du second claquage & VegQ max BD 433/BD 435
102 b— 2
0,05 00;\‘;{;‘ = 0,01 | ]
] TR
0 0,10 HH‘\ N
— 1 NN
= = SINC
020 AN\ N
L] = N
0,33 T N
1T N N
0,50 I —— N ||
L -q ’”_T |
0,75 -_‘r"——h.s..;
, T11 :
10-6 1070 10-4 10-3 tp(s) 10%
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Facteur multiplicateur du second claquage a VCEqux} BD 437
MsB(v)
102
005
d=. 0=0,01
| ] 0025
010 AN
10 1 \\
T SN
0,20 %
T = N
033 Y N
TTT Ny
050 TR
TTT
075 BEES
1 [IT ) I —
10-6 10-5 10-4 0-3  tps) 1072
1
? =RE W Staarn=cccssss
f=1MHz |1 1c M ¥C_E:_]0\': -
- - N j*ZD C {
fr Veg=1V [] (mA) 4
(MHz) Tj=25°C 4 ,
20 103 /i 1
=
11—
i
T
| ]
—‘, typ typ
] N
\ 2
10 N\ 10 4
] |
AN i
A\ I
\ I
\
N\
AN
0 - 10
1072 1071 1 1 (A) 10 0 0.5 1 1.5
VBE (V)
6
30 I ! T‘ { Valeur typiques
Tj = 25
h Veg =1V [T VcEsat
FE Tj=25 °C [] )
200 4
i typ
AN
AN
100 N\ 2
AN
—hAf2A 1) 3A Ic=4AHH
‘ =
N
0 ol
1072 1071 1 I (A) 10 0 50 IB(mA) 100
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Applications S T T
I L !
Montage de principe d’'un amplificateur audiofréquence T 1T (- 1Kilr
pour auto-radio, de 6 W. drot — T o o
B T l
18k LETR 25a T ; . T
F T i
o ;; _‘7_1000.; L j
4 7 | I il
— i ‘ Lr H :
EEl :
>BDL33 IIREEREE :
.7}:2“»: L P H
a I | ;
5 |1 ; :
bl | '
Ry / , ]'
IR i
'j’ bt R =20 / 5
| L i
+ N S { . A4 .
)Bm.:u. 1000F 1 A 4‘(.)// I i
Civa 1500 = 1 T T
33 stabistor 0 | ] l | i L
R (4O 20) 1071 1 P, (W) 10
° .
@® Puissance de sortie
Wior=10% R =4 1) Po > 6 W R A Y S TSR
. . 0 U S 0 0 0 A O {
@® Puissance de sortie 1] | L] BD43d
dior=10%:RL=20) Po 8 W el [T T R
® Senaibilité d'entrée (mA) _H_Ml_»g.+ RESE SN
Py =5W R =4 Vi 20 mv ‘ yjr,.b“_, SEREN
@® Sensibilité d'entrée 10 14 B ‘ T
(Po=5W R =20) v 15 mv e
1] 1]
® Impedance d'entrée Z; 20 k L1 1] +
@ Courant de repos du collecteur 1 137
des transistors de sortie Ica 10 mA Fte b e H 44
{ A —
@® Courant collecteur du BC 328 (1) I 39 mA ENEEREENN NN TE RN
@® Consommation totale du courant 20 i 1 I
pour P, =6W ltot 580 mA b 1 B
@® Réponse en fréquence (— 3db) 01412 kHz SN EEEEEEMEE
@ Résistance thermique totale pour e Ly '
chaque transistor de sortie Rth j-a 22 °C/W T N 4]
@® Le fonctionnement permanent est mm BN
garanti pour une température | } !
ambiante de 60 °C. [ —— - o " =
® L'amplificateur est garanti contre -25 0 25 Tamp (°C) 75

les surcharges et les courts-circuits
de la charge.

(1) La surface de cuivre sur la plaque imprimée autour de
la connexion du collecteur est d’environ 1 cm?.

COURBES CARACTERISTIQUES

5
o T ) T CHHH
| - 4 Py=0.5W
o 1 [ S N S [ e
Py — — 1]
(dB) | 1
. 1
] N —_
V4 I nan
/- \
TN T Cd
-5 ]
m
HH
RaRen
“10 1 I
10 102 103 104 ¢ (Hz) 105
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Montage de principe d’un amplificateur « High quality »,

de15W.
PRI 0.84
£—3—O Vs cchargei=36V
TopF + Vs veer 2623V
150nF
o—{[H
2200pF
R=80
o—
@ Puissance de sortie (diot= 1 %) Po < 15 W
@ Sensibilite d entrée pour Po=10W V; 360 mV
® Impédance d'entrée Z; 100 k@
@ Impedance de sortie Zo 0,15q
@® Courant de repos du collecteur
des transistors de sortie ||CQ| 10 mA
® Courant collecteur du BD 136 —Ic 72 mA
® Courant collecteur du BC 149 Ic 1,6 mA
@® Consommation totale du courant
pour Pg = 15 W Itot 710 mA

@® Réponse en fréquence (— 3 dB)

@ Résistance thermique totale pour
chaque transistor de sortie

@ Résistance thermique totale
du BD 136

@ Le fonctionnement permanent est
garanti pour une température
ambiante de 45 °C.

30Hza 30 kHz
Rthj-a max 18 °C/W

Rthj-a max 44 °C/W

BD 433/435/437 - Page 6/6

COURBES CARACTERISTIQUES

1

LITTHIE

deot
(%)

— f=1kHz
-==f=12,5kHz
——f=40Hz

e

[T

-

4+ l t—- ——

1

0,5

0,25

1072

25

1 10 P, (W) 102

o

W)

20

4

103 10 f (Hz) 10°

ITIT [ T ITIIIT

Pg = 6dB sous 15W

04 t(H2) 103
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transistors de puis§ance
au silicium BD 434

PNP BD 436
BD 438

Ces transistors de puissance PNP en boitier plastique
TO.126 sont principalement destinés aux applications en
audiofréquence.

Le BD434 et son complémentaire NPN le BD 433, sont
principalement destinés aux étages de sortie des auto-
radios.

Les paires complémentaires BD 435/BD 436, BD 437/
BD 438 sont utilisées dans les amplificateurs et les récep-
teurs de radio avec une puissance de sortie pouvant attein-
dre respectivement 10W et 15 W.

Caractéristiques principales BD434 | BD436 | BDA438
— VCES(=VBE=0) .o max 22 32 45 V
OV CED e+ vttt e max 22 32 45 \Y
Ll O P max 4 4 4 A
Ptot (Tmb < 25°%C) Lt max 36 36 36 W
L max 150 150 150 °C
hpe (=VCE=1V—=IC=2A) . i min 50 50 40
hpe (=VCE=1V:—Ic=3A) ... min — — 30
fr(—=Vce=1V.—Ic=250mA;af=1MHz) .......................... min 3 3 3 MHz
Brochage Valeurs a ne pas dépasser

(Limites absolues)

® Boitier TO.126 (dimensions en mm).

® Collecteur relié a la partie métallique de la surface du ~

boitier. BD434 | BD 436 | BDL 438

® Accessoires : 56333 pour montage isolé ; —vV 22 32 45 v
56326 pour montage non isolé. CBO----ovv- - max
(min 0,4mN) —VCES (— VBE:O) max 22 32 45 \"
(max 0.6mN){couPle de serrage) ~VCEO -+ rennn. max 22 32 a5 v
—VEBO +--ccvvnnn max 5 5 5, V
—Ic..... .. max 4 A
—IcM -t max 7 A
28 <728™ e max 1 A
i | °C) max 36 w
5 Ptot (Tmb < 25 °C) a
ot ] Sl Tstg e ovvvovnnn- —55a+ 150 °C
m'"*L 5 Tjoeieenn max 150 °C
C] =
:é ’ ' Résistance thermique
3 Nl | REhjoa v e e oeeeee e 100 °C/W
o~ } l Rthjomb - coveeeeeeeae e 3,6 °C/W
E Rth mb-h (avec accessoire 56 333) -« - - - - - - 6 °C/W
} ; @ Rth mb-h (avec accessoire 56 333

ell cibl] v et graisse au silicone) ................. 3 °C/W
H 05  088™ 229 Rth mb-h (avec accessoire 56 326) -+ .- ... 1 °C/W

(1) Dans cette région, la section transversale des connexions

n’est pas controlée.
85
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wA
mA
mA
mA

MHz

Caractéristiques (TJ = 25° Q) GRESP 0 439/436/438 - Page 2/4
(sauf spécifications contraires) BD 434 BD 436 BD 438
—IcBO(—VeB=—VCBO max- [E=0) e oo max 100 100 100
—IcBO (—VCcB=—VCBO max. lE=0:Tj=150°C) .............. max 3 3 3
——lCBo(—VCB=1OV,IE=O:Tj=150°C) ..................... max 1 1 1
—IEBO (—VEB =5V, Ic=0) ... max 1 1 1
—Vcgk (—lc=2A;ig=valeurtelleque—Ic=22Aa —Vcg=1V) max 0,8 - -
—VBE(=VCE=5V,;—Ic=10mA)(1) ... ... .. typ 580 580 580
—VBE(=VCE=1V:—Ic=2A) (1) ... . max 1.1 11 —
—VBE(=VCE=1V,—Ic=3A (1) ... i max - — 1,3
—VCEsat(—1c=3A;—1B=03A) ... .. ... max — - 0,7
—VCEsat(—IcC=2A;—1B=02A) ... .. max 0,5 0,5 -
hgg (—VCe=5V:.—Ic=10mA) . ... ... . i min 40 40 30
hEg (—=VCE=1V ., ;—Ic=500mA). .. ... .. .. min 85 85 85
max 475 475 375
hEE (—VCE=1V:—IC=2A) ... i min 50 50 40
hEE (—VCE=1V . —I1c=3A) ... e min — — 30
fr(—=Vcg=1V;—Ic=250mAaf=1MHz) ................... min 3 3 3
Rapport des gains des paires complémentaires :
('VCE': 1 V,llCl: 500 mA)
hre1/hEg2 BD 433/434 et BD 435/436 <14
BD 437/438 <18
(1) —VgE décroit de 2,3 mV pour une augmentation de 1°C.
Courbes caractéristiques
Aire de fonctionnement avec le transistor polarisé en
direct :
| - Région admise pour le fonctionnement en continu,
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impul-
sions.
10 T T
=lIcMmax 8-001 i
| RN B yeRset
—(IA% =1 max uf DN N 01ms H
Pf ot max \\\\ \
NNEE
\ N o5
1 N
N
[2
5
10
d.c.
I
107
Tmb <25 °C
< © [oe]
g I RV
ola]o
10-2 0] o] ®
1 10 Vg (V) 102
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10 s S o 21 S s R 81 Sl s R f
Zth j-mb o i HHHE
(°C/W) M":o 75 st =
—+0.504 s
1 —=0.33 T 1|
= 0. 20 s———FT1T1IT 1
=1 0.10 3111 2
0.05 LT LI
sl =51
ot G ‘—_::7,
107! =001 4
1072
LI
: tp 4—_.| tp
1073 T
1076 1075 1074 10-3 1072 107! th(s) 1
Facteur multiplicateur du second claquage d Ic max
MsB (1)
102
005 0=0,01
= 0,024
\'\i'ﬂi., \
10 peee0,10 “\*:
T - o~ ~
0,20 — ]
] NN
0,33 TN
. N
0,50 "‘"-—-..\ —_—
0,75 —
1 ] LIIT N —
10-6 10-5 10-4 10-3  tpls) 1072
M T T TTIIT T T T I [ T TTITI
SB(V .
v) Facteur multiplicateur du second claquage & VcEQ max BD 434 -BD 436
402
0,05 002 = 0,01
|$ T~ \\:‘
N N
10 0. ™
ns N
020 N
1 [] - N
0,33 T N
T
050 T
075 T ~
1 [ 11  ——
10-6 107> 10-4 10-3 tp(s) 102
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Facteur multiplicateur du second claquage & VCEOmale BD 438
Msg(v)
102
005
s 0=0,01
T T—~0021
10 010 THIN
tH e
0,20 —S
1] ~ NS
33 I N
050 LT
075 B
1 1  —
10-6 10-5 10-4 10-3  tp(s) 1072
=
C-Veg =1V
-1c [ )CE _ - ]
€ 2 1y=250C / Yeg 1V 1]
(mA) hpg Tj=25°C R
103
200 —= o —
1 g
I
’ N
|
N
typ \\
AN
102 100
T AN
|
1
10 0
0 0.5 1 1.5 10-2 1071 1 -Ic (A) 10
-Vgg (V)
6 30
1 “Voleurs typique -4
~VeEsat \ Tj=25¢ =iz [
\ fT ~Veg=1V|[T]
(MHz) T;=25 °c| ]
j
\ \Y
2
4 \ 0 = typ——F
r‘/
AN
1 AN
\ N\
\
2 10 \\
\ \
\
—1AH2A 3A s::AA-
N
0 0
0 50 -Ig(mA) 100 1072 1071 1 -Ic (A) 10

Gu>
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transistors darlington de puissance
au silicium

BD 645 BD 647
NPN BD 649 BD 651

Les transistors de puissance NPN au silicium BD 645, BD 647, BD 649, BD 651 sont des transistors DARLINGTON en

boitier TO 220.

Avec leurs complémentaires BD 646, BD 648, BD 650, BD 652 ces transistors de construction monolithique sont prin-

cipalement destinés aux étages de sortie d’amplificateurs a usage général et aux applications de commutation.

caracteristiques principales
BD 645 | 647 | 649 | 651
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........... VCBO max 80 ] 100 | 120 | 140 \Y,
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......... VCEO max 60| 8011001120 Vv
Courant collecteur créte . ..., Icm max 12 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a Typ = 25 °C) ...... Ptot max 62,5 W
Température de jonCtion . ... ..., Tj max 150 °Cc
Gain en courant continu :
Ic=05A; VCe=3V...... ... hFg typ 1500
Ic=3 A; VCE=3V .. hgg min 750
. . . - 103 o b5 .
données mecaniques mex mex
- 3,6 “4— ‘ 1,3+ t<—— V
Dimensions en mm WTB '4 oo
€} 4 1 | min |
; ] ] 4 158
1
I : "
hoitier T0-220 N 8 l
Collecteur relié s e AT
au boitier non étameé  max |
4 e
3ol | b1
‘ [
aGGESSOITES : bifclifel] l
56325 : mica el 0gmax olleos
56338 : canon isolant I -l a2
2,56 254
valeurs a ne pas depasser (limites ahsolues)
BD 645 | 647 | 649 | 651
tensions
Tension collecteur-base (émetteurouvert) . ............. VCBO max 80 | 100|120 | 140 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ............ VCEO max 60| 80| 100 | 120 \
Tension émetteur-base (collecteurouvert) .. ............ VEBO max 5 5 5 5 Vv
courants ;
Courant collecteur (continu) .. ....................... Ic max 8 A
Courant collecteur (Créte) . . . ... oot Icm max 12 A
Courant base (continu) . ... ..o ittt B max 150 mA
puissance dissipée
Puissance totale dissipée (jusqua Tmb= 25 °C) ........ Ptot max 62,5 \4%
températures
Température de stockage . . .. ... vi it Tstg —65a+ 150 °C
Température de jonction . ................. ... ..., Tj max 150 °C

89



90

résistance thermique

@645/BD 647/BD 649/BD 651 - Page 2/6

jonction —fond de boitier ............ ... ... .. .. ... Rth j-mb 2 °C/W
jonction —airambiant . ............................ Rthj-a 70 °C/wW
caracteristiques (1j = 25°¢ sauf indication contraire)
courant reésiduel collecteur-base
IE=0;VCB=VCBOMAX i ICBO max 0,2 mA
lg=0;Vcg=40V;Tj= 150°C;BD 645
[e=0;Vcg=50V;Tj= 150°C;BD 647
......... A
IE=0;Veg=60V;Tj= 150°C;BD 649 'cBO max 2 ™
lE=0;Vcg=70V;Tj= 150°C;BD651
courant résiduel collecteur-émetteur
IB=0;Vcg=30V; BD 645
Ig=0:VCcg=40V; BD 647
................... | 0,5 A
Ig=0;VCE=50V: BD 649 CEO max m
IB=0;VCg=60V; BD 651
courant résiduel émetteur-hase
IC=0:VEB=5V ... IEBO max 5 mA
gain en courant continu (1)
IcC=05A;VCE=3V .o hEE typ 1500
IC=3 A;VCE=3V i hrg min 750
IC=8 A;VCE=3V i hre typ 500
tension hase-émetteur (1) (2)
IC=3A;VCE=3V i VBE max 2,5 V
tension de saturation collecteur-émetteur (1)
IC=3A;IB=12mA ... . VCE sat max 2 \Y
frequence de coupure
IC=3A;VCE=3V i fhfe typ 50 kHz
tension directe de la diode
IE= 3 A VE typ 1.2 Vv
énergie de second claquage inverse avec charge inductive
—IBoff=0;|Con=4,5A;tp=1ms;T=1OOms ...... E(BR) min 50 mJ
capacité du collecteur a f = 1 MHz
VeB=10V Ig=1g=0 ... ... . i Ce typ 75 pF
temps de commutation
|Con=3A; IBon=— |Boff= 12 mA;VCC= 10V.......
temps d'établissement. . ... ... ... ... L. ton typ 0,5 us
tempsdecoupure. .. ... toff typ 2,5 us
rapport des gains en courant des transistors appariés PNP/NPN
IC=3A;VCE=3V o e HFEE1/HFE2 max 2,5
(1) Mesuré en impulsions avec th < 300uset ) <2%.
(2) VBE décroit d’environ 3,8 mV/°C quand la température augmente.
circuit Darlington circuit de mesure circuit de
y .
. ‘o de I'énergie de mesure des temps
yp : -
fp typ: 100 © second clagquage de commutation Ve
e Vim= 10V
[ 1 n ty =t = 15ns n
T [
: , V=12V t =10
- p= tYous
b ] RB=270Q » , T-500us —
i J i oscilloscope LA 410 N
+ \ UT.
- e M
ST iy sl b
l R1 ——{—R__Z‘}__‘ | e
L0k o
T OSCI‘”DSCODE ;
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courhes caracteristiques

aire de fonctionnement de sécurite

| Région admise pour le fonctionnement en continu.
Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.

102
BD 64 T < 25 °C BD 647/649 Tmb < 25 °C
I
wl 313
. 6=0,01 ala
Io CMmax @ |@
Y <
(A) 10 AN N
AN AN
1 AN AVEAN N
6=0.01 Cmax AN AN tp =
IeMmax . A AN 100 ps
1ok AN NN Jte = ANEHAY AN
 Tomox BN AN 100ps N\ \
\\ \\\ AN \K . I § hig \
2
)
N\ \ \ \ \
1 I 500 ps ! X \
\ k \ NS 500 ps
2) \ \
1 L WY
\\ 1msH \
\\ \ 1ms
\ \\ \\
10~ \
<\ 1"0ms 10ms
| d.c.
d.c.
10—1 A
1 10 Vee (V) 102 1 10 Veg (V) 102

(1) Courbes de Pyoy et Pgrate max

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température).

102
BD 651 Tmb <25 °C
T 17
Ic B
(A) ,‘
IcMmax 6=001
T N
N A
10E  !Cmax s —
AN AN —
N\ N tp_
AN N 100 us
AN \
A\
\
| \ I
1 \
\
2)\ \‘
\ 500}18
\
\ 1ms
10-!
A\
10 ms
d.c.
102
1 10 102 Vg (V)
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2
10 BD 645 lfacleur muitiplicateur du courant de
second claquage 8 VcEOmax
6=001N
Msg(v) N
0,02 \\
\\
0005
N
10 01
. .
P \
0,2 ™
- \
033 T \ik
]|
05 '.‘\Q\b
BN SSSY
0.75 TS
! 2
101 1 10 tp (ms) 10
10? —
IBD 647/64 Fa?teur multiplicateur du courant de
second claquage 8 VCEOmax
0,02 6
Msg(v) ;\ 0€1
0,05 NN
~ N
\\
10L_0 A\
T~y
N
0,2 )
N
0,33 NN
~.~~~L\
05 N
] N
075 T -
1 1 )
j0-1 9 10 tp (ms) 0
MSB(V) BD 651 Facteur multiplicateur du courant de

second claguage a VCEQmax

T
5=0,01
102 \‘

4

10 0,1

|
/
114/

107! ! 10 102 tp (ms) 103
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2
10 Facteur multiplicateur de la tension de
second claquage a Icmax
|
Msan)
10
+
—6=0,01-005
T
0,1
0,2
N
033 [~
05 T |
0,75 ~~~-N~
. l B ,
107! 1 10 t, (ms) 102
4
105 10
Val. typ. Ic=3A
- Veg =3V
VCE =3V hee H CE
h
FE SN
103
\J
104
% \ typ
2 .
// ’—'/ \ 10
0l d N \
) A}
ol \ ;
3 v 4 — \,
10 Z Z 1 r NG x N
Z { 00 'S \
4 oA I 10
V A i 3
// \‘
/ N
1 “
102 1 ;
107! Toea) 10 10° 0% 10° 108 107 0% (Hz) 10°

93
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6
¥§5_ ;5332 1 1c/1g=250
10 1= Tj =25°C
I VCEsot
c (v)
(A)
75 4
/
/
5 /4
/
/
typ/ 2
1
2,5 typ
pt
.
0 0
1 1,5 2 Vae (V) 25 Y 5 Ic (A) 10
3
100
Zth'"‘r’ "'tp"“ 0
Ptot max \\ (°C/W) «—T—» 5=-T
(°/o)
]
6=1 I
75 N 2 — W=
| bt = "
\ - =+ L
B =
N 07 ; =T e
1 AT
S0 \ 1 Lt _AA
N 05 a LA
5%
fot="1 V
1 —
\ e
25 g2
\ s
9 2 4
"1 '/f{/’
A
- ot
| \ —— 0,05
0 [ ! = 0,01 1i
0 50 100 150 10-5 10-4 103 10-2 10~ 1 gqs) 10
Tmb(°c) P
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transistors darlington de puissance
au silicium

BD 646 BD 648
BD 650 BD 652

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 646, BD 648, BD 650, BD 652 sont des transistors DARLINGTON en

boitier TO 220.

Avec leurs complémentaires BD 645, BD 647, BD 649, BD 651 ces transistors de construction monolithique sont prin -

cipalement destinés aux étages de sortie d’amplificateurs a usage général et aux applications de commutation.

caracteristiques principales

BD 646 |648 |650 [652

données mecanigues

Dimensions en mm

hoitier T0-220

T |
| \ |
., ! |
Collecteur relié [
au boitier ‘
35 max I}
non étameé 51
- max .
accessoires : MR
1,3+ ik " min
56325 : mica |
56338 : canon isolant by cl!| et v
o
| ]’[15< 0,9 max
el 4 e
2,54 254

valeurs a ne pas dépasser (limites ahsolues)

tensions

Tension collecteur-base (émetteurouvert) .............. —VCBO
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ............ —VCEO
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . ............. —VEBO
courants

Courant collecteur {continu) .. ....................... —Ic
Courant collecteur (créte) . . ....... ... ... . .. —Icm
Courant base (CONtiNU) . ... oottt —ig
puissance dissipée

Puissance totale dissipée (jusqua Tmjp = 25 °C) ........ Ptot
tempeératures

Température de stockage . ... ... ..o .. Tstg
Température de jonCtion ... ....ov it Tj

i

max
max
max

max
max
max

max

max

BD 646 |648 |650 |652
60 | 80 [100 [120
60 | 80 (100 | 120
5 5 5 5

\ -/
v

8
12
150

62,5

—65a+ 150
150

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........... —VcBo max 60| 80100 | 120 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......... —VCEO max 60| 80 |1001 120 \%
Courant collecteur Créte . ......c.ouvuineoon. —Icm max 12 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a Typ = 25 °C) ...... Ptot max 62,5 W
Température de jonction . ...........o ... Tj max 150 °C
Gain en courant continu :

—Ic=05A;—=VCE=3V ... hEe typ 1 500

—1Ic=3 A:—=VCg=3V ... hFg min 750

10,3

mA

°C
°C

95
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résistance thermique

jonction —fond de boitier. . ... ... Rth j-mb 2
jonction —airambiant . ........ ... i Rth j-a 70

caracteristiques (1j = 25°¢ sauf indication contraire)

courant résiduel collecteur-bhase

IE=0;—=VCB=VCBOMAX « vttt —IcBO max 0.2
[E=0;—Vcp=40V;Tj=150°C; BD 646
IE=0;—Vcp=50V ;Tj=150°C; BD 648
IE=0;—-Vcp=60V:Tj= 150°C; BD 650
I[E=0;—Vcp=70V;Tj= 150°C; BD 652
courant résiduel collecteur-émetteur
Is=0;—-Vcg=30V;BD 646
lg=0:—-Vcg=40V:BD®@48 ( . .. —ICEO max 0.5
IB=0;—VCg=50V;BD 650

IB=0;—VCcg=60V;BD652

courant residuel émetteur-hase

.......... —IcBO max 2

Ic=0;—VEB=5BV ..o —lEBO max 5
gain en courant continu (1)

—Ic=05A;—VCE=3V .. hFg typ 1500
—Ic=3 A;—VCg=3V ... hFg min 750
—Ic=8 A;—VCg=3V ... hEg typ 500
tension hase-émetteur (1) (2)

—Ic=3A;=VCE=3V ... — VBE max 2,5
tension de saturation collecteur-émetteur (1)

—Ic=3A;—IB=12mA ... ... .. — VCE sat max 2
fréquence de coupure

—Ic=3A;=VCE=3V oo fhie typ 100
tension directe de la diode

IE= 3 A VE typ 1.8
capacité du collecteur a f = 1 MHz

—VeB=10V Ig=1g=0 ..o Cc typ 75

temps de commutation

—lcon=3A; —1Bon=1Boff= 12 mA; Vec=—10V ...
temps d'établissement .. ... .. ... L. ton typ 0,2
temps deCoUupUre . . . .o oot toff typ 1,5

rapport des gains en courant des transistors appariés
(—1c=3A;—=VCg=3V) .o hFE1/hFE2 max 2,5

(1) Mesuré en impulsions avec tp< 300 ps et 0<2%.
(2) — VpE décroit d’environ 3,8 mV/°C quand la température augmente.

circuit Darlington circuit de mesure des temps
de commutation

ViM= 10V Voo
¢ tr=tf=16ns
tp= 10 us
® Rytyp. 4kQ T=500yus
R2 typ. 80Q \

°c/'w
°C/wW

mA

mA

nA

mA

kHz

pF

“s
us
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courhes caracteéristiques

aire de fonctionnement de sécurité

I Région admise pour le fonctionnement en continu.

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.

402
' BD 646 Top < 25 °C BD 648/650 Tmb < 25 °C
I
(A) 32
1 6=0.01 1 13l8
-Ic CMmax 1 [ssjiss)
(A) 10 N AN AN
3 N\
=T X\ \\\\ N, -
- P~
_ICMmux 6—0'01 N \ N 100 ps
10 e S T N = N \\ AN
Temax \\ S 100ps N\
AN ~ N ! \n
N L1
AN AN 2\ \
N\ \ \
1 A}
1 \ bid 500ps W - s00ms
\
2\ NS
\ % :
1 L W ;
\‘ imsry \ Yims
10-1
10ms
1(‘“75 dc.
d.c 4 2
-1 10 _ 10
7 10 “Veg (V) 102 ! Veg (V)
102 - 5
BD 652 |- Trmb < 25 °C
[ H H
~lc 1
(A) -
|
| “L -
—!CMmax 2 =0.00
li N \ N
10 ~!Cmax i -
AN —
AN N ‘p'
‘;\ By ™ 100 ps
Y
A\
I \\ I
1 \
\
\ \
2)\ \
\ Y 500 us
\ 1ms
107!
\
10 ms
1
d.c.
10-2
1 10 102 —Vce (V)

(1) Courbes de Pygt et Perate max

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température).

g7
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102 Facteur multiplicateur du courant de
BD 646 second claquage & 60 V
65=0,01h ’
M N
SB(V) 0,02 \
\‘\\ L
0,05
05| \\
N
\\
10 0,1
~
0.2 SUIN
— \
0,33 \~\§§
05 \>§E\
— \\ NN
P— §= N
0,75 T
1
10! 1 10 tp (ms) 102
10? Facteur multiplicateur du courant de
BD 648-BD 650 second claquage & VCEQ max
|
]
0,02 5=
Msg(v) \\\ 0{”
0,05 \\\
10401 NG
i
.
0,2 Y
~ N\
0,33 ™ \
-
05 ﬁk\
et Y
0,75 \‘\: L
1 -
10! 1 10 tp (ms) 102
MSB(V) BD 652 Facteur multiplicateur du courant de

second claquage @ 120 V

T
fo,m
102

N
[ 0,02[\
\
\
\
N

10 ’—0,1

0.2 |

— N
N~~

0,5 T N L QQ\
- \\:§EE 4
1 -
10! 1 10 102 tp(ms) 103
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102 - -
F Itiplice de la te d
BD 646/648/650 cecond claduiae A lgman 4
Mspi1)
10
5=001-005
N
0.1
0,2
q
\‘0. 33 ~\\:\==.
!
—§‘O,S ~— ::N-:%\
075 T ——
! o o S
1 | :
10~" 1 10 t, (ms) 102
102 Facteur multiplicateur de la tension de
BD 652 second claquage a lomax
Msg(n)
I
10
" 6-001-005 T
T -1 1T
N< —t - ~—t 4
',WXK\ N _ _ ]
N \\\
S N s L]
05— — n
ors | ] “:t::%§ |
1 B I —— 3
107! 1 10 t, (ms) 102
10° 104
Val. typ. %t —|C=3A
h hte l
FE i
103 N,
104 8
Pl
< a typ
! » 10? X
_000/ A \
el N
103 _%OCZ N
— 2L
27000/ 10 -
g
V
N
102 ! 2 3 a 5
10! 1 _ 1 10 10 10 104 10 10¢
Ic (A) 10 i0 ' (kH2) 0

99
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6
“Veg =3V —lc/=1g=250
T T=2% T;=25°C
10 r v
: ~ YCEsat
Ie e (v)
(AYf 1 | .
75 - 4
+ -
- R e [
- 1
LoD 1 4
5 ¢ / 4
typ f-—+
T F 11T
2
i 77T ] typ -
Y
25 * ' 11
| 1
| | =1
LA
S
>—~—-r+‘» 4 —+-
oL et - 0
1 1.5 2 -Vgg (V) 25 0 5 _IC (A) 10
3 T
th j-mb —{tple ‘ t
o ==L
Ptot max \\ (°C/W) — «— Tl b= T
(°/o) [
1 | | 4
=1 r ! T
75 \ 2 ° l e : =T
—t —
— "
e - LA T HH
\ 0,7 2 7 ',j ! 1
HH T Be%es’ 2l j
| M=
50 AN 05 e A ]
et % |
; mes i
A
N - 2
\ A
25 N I Az
=n 0.2
— /
e
N ] o !
T i
0 o= ] . N !
0 50 100 150 10-° 10-4 1073 1072 107! T ty(s) 10
Tmb(°C)
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transistors darlington de puissance
au silicium

BD 677 - BD 679
NPN BD 681 - BD 683

Les transistors de puissance NPN au silicium BD 677, BD 679, BD 681, BD 683 sont des transistors DARLINGTON en boitier

TO 126.

Avec leurs complémentaires BD 678, BD 680, BD 682, BD 684, ces transistors de construction monolithique sont principa-
lement destinés aux étages de sortie d’amplificateurs a usage général et aux applications de commutation.

caracteristiques principales

BD 677 | BD 679 ] BD681 | BD 683

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) . ........ VcBO max 80 100 120 140 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ....... VCEQ max 60 80 100 120 V
Courant collecteurcréte .. ... Icm max 6 A
Puissance dissipée totale (Tmlp < 25°C) .......... Ptot max 40 w
Température de jONCHiON . ... ovvvinnnnennn.. Tj max 150 °C
Gain en courant continu :
IC=05A;VCE=3V ... hFe  typ 1000
Ic=15A;VCE=3V ... hFpe  min 750
donnees mecaniques
2,8"‘0" zemax
- —
(dimensions en mm) Fj of 1
Y= Ty
o 5
hoitier T0 126 ; | =
Collecteur relié E ;
au boitier 2 12
G i
|
. . £
accessoires : ‘ 3
56326 : rondelle métallique ell cli b '
56333 : rondelle + mica + canon isolant H 05 088max ! 299
valeurs a ne pas depasser (limites absolues)
. BD 677 | BD 679 | BD 681 BD 683
tensions
" Tension collecteur-base (émetteurouvert) ........... VcBO max 80 100 120 140 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ......... VCEO max 60 80 100 120 \V]
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . .......... VEBO max 5 5 5 5 \
courants
vCourant collecteur (continu) .. ..... ... ... ic max 4 A
Courant collecteurcréte . .. ... .. Icm max 6 A
Courant base (continu) . ........... ... ... ... .... g max 100 mA
puissance dissipée
Puissance totale dissipée (Tmp < 25°C) .. .......... Ptot max 40 w
températures
Températurede stockage . .. ......... ... .. .. Tstg —65a+ 150 °C
Température de jonction ............. .. ... ...... Tj 150 °C

101
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resistance thermique
jonction —fond de boitier. .. ... ... . L Rthj-mb 3,12 °C/w
jonction —airambiant .. ... ... L. Rthj-a 100 °C/w
caracteristiques (1j = 25°¢ sauf spécification contraire)
courant résiduel collecteur-hase
JEZ0:VCB = VCBO Max « -« v vermemmmeie e e e e e IcBO max 02 mA
IE=0;VcBo=40V;Thp= 150°C BD 677
lE=0.VcBo=50V;Tmp=150°C BD679 | IcBO max 2 mA
IE=0:;VcBo=60V;Tmp=150°C BD 681
IE=0:VcBo =70V ;Tmpp=150°C BD 683
courant résiduel collecteur-émetteur
IB=0;Vcg=30V;BD677
IB=0;Vcg=40V;BD679
....................................... | max 0,5 A
Ig=0;VcE=50V: BD 681 CEO m
Ig=0;Vcg=60V;BD 683
courant résiduel émetteur-hase
IC=0; VEB= BV o e IEBO max 5 mA
gain en courant continu (1)
IC=05 A VCE= 3V L hrg typ 1000
IC= 1.5 A VCE =3V i hFg min 750
IC=4 A VCE= BV hre typ 500
tension base-émetteur (1) (2)
IC= 1.5 A VCES BV i VBE max 25 vV
tension de saturation collecteur-émetteur (1)
IC= 1,8 A IB= B mMA ., VCEsat max 2,5 \
fréequence de transition
IE = 1.5 A VCE= BV i, fr min 1 MHz
typ 7 MHz
fréequence de coupure
IC= 1.0 A VCET 3V ottt fhie typ 60  KHz
gain en courant petit signal
Ic=15AVecE=3V ;f=1MHz ... .. . hfe typ 50
rapport des gains en courant des transistors appariés
IC= 1.5 A VCE =8V hre1/hgge2 2,5
Circuit Darlington
| — e
b R
R1typ.3KQ ' '
R2 typ. 80 Q I —K |
l —{_ 4 |
' R1 R2 '
I B
e
(1) Mesuré en impulsions avec : tp= 300uset =2%.
(2) VgE décroit d'environ 3,8 mV/°C quand la température augmente.

102
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courhes caracteristiques

aire de fonctionnement de securité
transistors polarisés en direct

| - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
11 - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

T ~ o253 Tmoo 2
! 2 228
'CM max 5:1% -
AW T
lC"‘ﬂl \ \ —]
\ \\ "
. m \ \
A \\ \
\ \ NN
! AVAY 0TS
\\
\\
(2) \
100ps
AN
b\
\V\\\SOOFS
\\ ims
107" \ 10m$
conting____|
1072
1 10 Veg [V 100

(1) Courbe de Ptot max et Pcrate max

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température).
103
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102
Facteur multiplicateur de la tension de second claquage @ Icmax
MsB(1)
6§=0.01
10 0,02
710,05
0.1
]
——
N
B — ~
0.2 N
T
o p SR [~~~
0.5 ""\‘
1 |
10-5 10-4 10-3 tp (s) 10-2
102
Facteur multiplicateur du courant de second claquage 8 VCEQ max
Msp(v)
6=0.01
—

y@/

10 0,05 \‘\
01 N
- S
0,2 §
~
T~
0,5 ~
\
———
10-5 1074 10-3 tp (s) 102
4
Zen j-mb
(°c/w)
6=1
3 |1 ’::n
0,7 =T L]
A,
-1 g
2 0,5 Lttt /) %
ettt V7
L/ //
.
A //4 ]
444
1 0,2 11 // I | | l sl
Lttt s
01 ”Aﬂ”-.f/ tplq—J tp "‘L"’
A 00s 3 L—T i
ot L 1’0'011
0 l
-5 -4 -3 -2 -1
10 10 10 10 10 1 tp(s) 10
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3
6 TTTTT] EEEEE
LT TT [T T
100 VCE =3V _‘: lc/IB=250 ::
Io Tj=25°C [T] VCEsat Tj=25°C []
Pﬁot max N A (V)
(°/o) \ (A)
75 4 2
\ f
N\ I
50 i
I
2 1 ERISE=C
N typ’ et
25
N
0 0 0
50
0 50 100 Tmb(°C)1 0 1 Veg (V) 9 0 2 o) .
105 1 P T 11 104 TIT T T 1 11T
1 1 T TT 88 D G S G & & § H
iny HH
VCE =3V :: hfe ]C= 15A ";
valeurs typ. HH VCg=3V ]
hpp szzs oc H
103
4
10 N
typ
TN 102 \J_U
™ ) Q Ti=T1m1 ]
s
/// \ N 150 °C
103 A ol Ll \
0 =2 SNONH
sorH 10
102 1
1071 1 Ic (A) 10 1 10 102 103 104 105 f (kHz) 106

105



106

BD 677/BD 679/BD 681/BD 683 Page 6/6

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX., COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES ' CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470

Réf N 445 1-1 0/77 Composition Paris Photocomposition  Impression | M.E 25 Besancon



transistors darlington de puissance
au silicium

BD 678 - BD 680
BD 682 - BD 684

Les transistors de puissance PNP au silicium BD 678, BD 680, BD 682, BD 684 sont des transistors DARLINGTON en boitier
TO 126.

Avec leurs complémentaires BD 677, BD 679, BD 681, BD 683 ces transistors de construction monolithique sont principalement
destinés aux étages d’amplificateurs a usage général et aux applications de commutation.

caracteristiques principales
BD 678| BD 680| BD 682 | BD 684
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ...... ... —VcBOo max 60 80 100 120 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ....... —VCEQ max 60 80 100 120 Y,
Courant collecteurcréte . . ..................... —Icm max 6 A
Puissance dissipée totale (Tmp < 25 °C) ......... Ptot  max 40 wW
Température de jonction ............. Ceeeeee Tj max 150 °C
Gain en courant continu :
—Ic=05A;—VCcg=3V ... ... hre typ 1 000
—Ic=15A;—VCe=3V ........ ... hrg min 750
. L \
données meécaniques of
oy |
(dimensions en mm) 5 |
g
hoitier TO 126 '
Collecteur relié :
au boitier 1
accessoires : e
lt‘_ﬁ
56326 : rondelle métallique |
56333 : rondelle + mica + canon isolant ‘ ‘ _»LO_S ;1 |22

valeurs a ne pas déepasser (limites absolues)

BD 678 BDGSO| BD 682| BD 684

tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ......... —VcBO max 60 80 100 120 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ....... —VCEO max 60 80 100 120 \
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ......... —VEBO max 5 5 5 5 \Y
courants

Courant collecteur (continu) . ................... —lc max 4 A
Courant collecteurcréte .. .......oovvvien. . —Icm max 6 A
Courant base (continu) . .......... oL —1IB max 100 mA
puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tmp<25°C) .......... Ptot max 40 W
températures

Température de stockage . . . ... Tstg —65a+ 150 °Cc
Température de jonction ...................... Tj 150 °C
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résistance thermique

jonction —fond de boitier. . . ......oveineain.n. .. e Rth j-mb
Jonction —air ambiant . . ..o e e Rth j-a

caracteristiques (1j = 25°¢ sauf spécification contraire)

courant residuel collecteur-bhase

IE=0; —VCB = —VCBO MAX -+ttt ctetnametemate ittt —IcBO
IE=0;—-VcBo =40V ;Tmp=150°CBD 678
IE=0;—-VcBo =50V ;Tmp=150°C BD 680

Y S R —IcBO
IE=0;—VcBO =60V ;Tmp= 150°C BD 682
IE=0;—-VcBO =70V ;Tmp= 150 °C BD 684
courant résiduel collecteur-emetteur
IB=0;—-Vcge=30V;BD678
IB=0;—Vcg=40V:BD 680 —IcEO
IB=0. Vep =50V, BD 682 [ T
IB=0;—-VCg=60V;BD 684
courant réesiduel emetteur-hase
IC=0: = VEB =BV —IEBO
gain en courant continu (1)
—IC=06 A; —VCE= BV . hrg
—IC= 1.0 A —VCE=3V hFg
—IC= 4 A, —VCE=3V hFg
tension hase-emetteur (1) (2)
—IC= 1.0 A —VCE =8V —VBE
tension de saturation collecteur-emetteur (1)
—IC=1.0A; —IB=6MA . e — VCEsat max
—IC= 1B A —VCE=3V oo T
frequence de coupure
=15 A = VCE =3V ittt fhfe
—Ic=15A; =Vce=3V f=1TMHz ... . . hfe
rapport des gains en courant des transistors appariés
— I =15 A —VCE =3V it hre1/hEE2

Circuit Darlington

R1typ. 30k Q
R2 typ. 1560 Q

(1) Mesuré en impulsions avec : t; = 300 u s et 0=2%.

(2) — VpE décroit d’environ 3,8 mV/°C quand la température augmente.

max

max

max

max

typ
min
typ

max

max

min

typ

typ

typ

MAX

3.12°Cc/w
100 °c/w

0,2

0,5

1000
750
500

2,5

25

mA

mA

mA

mA

1 MHz
7 MHz

60

50

25

KHz
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courhes caractéristiques

aires de fonctionnement de sécurité

transistors polarises en direct

| - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

— T £ 283 Tm 2
“IeMm [ 5:1% 2 293
ANAV\WA
~!C max \ \
IIINRWEN
AN
[A] \ \
W N
. \ \ (p:
AWA Y D0 ps
N\
YN
12
\ \
\ 00y
W
\ \
\Q 50018
\\1ms
107 lQms
| | continy
0 10 “Veg VI 190

(1) Courbe de Piot max €t Feréte-max

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température).
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102
Facteur multiplicateur de la tension de second claquage & —lcmax
Msg(1)
6=0,01
10 — 0,02
0,05
0,1
—N
02 [ TTMH
1
|
“'—'—-___‘_‘ _——
0,5 — L
1
10-5 10-4 10-3 tp (s) 10-2
102
Facteur multiplicateur du courant de second claquage a —VCEO max
Msg(v)
6=0.01
71\
— 007N
10 ——=0.05 \b‘\‘
— N
I
T
0.2 N
N\~~\\
0,5 ™~
L\-‘,_
Tttt
 E—
] [
105 1074 1073 tp (s) 102
4
Zth j-mb
(°C/W)
6=1
3 |1 a1 /,;—'
0,7 11T 2atll %%
U
LA g
2 05 =anf p o
L /r 74
Py /l
1 1,17
// 7574
. 02 LTl AN l | I I L
BEEas -:7/
=i el v [T
S 6 = P H .{
AT 0,055 T OTT T
=" L '011 i
0 I l L[]
1075 1074 1073 1072 1071 1 t.(s) 10




100
Ptot max N
(°/o) N
75
50 \
N
25 \
\
N
I
N\
00 50 100 150
Tmp(°C)
105 T T 1 11
I 1T
Vcg=3V :E
hgg Valeur typ. I
104
/V"‘ .\ | 4
e N\ T =
3 7 N\ !
103 | SOINR50.C
100 4
YSingn
102
1071 1 1o (A) 10

~VCEsat
V)

104

hfe

103

102

10
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LTy It ry T TTTTT
T T
"IC/‘IB=250 :: —VCE=3V :'—1
T;=250C 1 -1 T:=250C []
j C j
(A)
4
typ /
» 2
~ typ
A
/
y
0
2 -Ig(A) 4 0 ~Vpg (V) 2
-lg=15A
-Veeg=3v Hi
Tj=25°C |
typ
f
\
X
1
10 102 103 104 105 £ (xHz) 106
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transistors Darlington de puissance

au silicium
PNP

BDX 62

>

- BDX 62 A
BDX 62 B - BDX 62 C

INTRODUCTION

Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 62, BDX 62 A, BDX 62 B, BDX 62 C, sont des transistors

DARLINGTON en boitier TO-3.

Avec leurs complémentaires BDX 63, BDX 63 A, BDX 63 B, BDX 63 C, ces transistors de construction monolithique

sontprincipalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs ausage général et aux applications de commutation.
P p 9

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BDXéﬂBDXézApDX6quDX62c

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .....ocevveeeeneniii. 'VCBO max 60 I 80 l 100 | 120 Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .....ccueveeen.... 'VCEO max 60 80 100 120 V
W
Courant collecteur créte ..ooooiveeeeeeeeeieieeeeeeeeeee 'ICM max 12 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a T, | =25°C) .......... Piot  max 90 w
Température de joncHon ...cccooeciieieeieiiiieeeciie e . max 200 °C
Gain en courant continu : J
-|C=3A,' -VCE=3V ............................................ hFE min 1 000
863max
DONNEES MECANIQUES 266 max 16
I »
(Dimensions en mm) N
_[TFaol
._‘.”V(._
Boitier TO-3
x o
g 7
Collecteur relié au boitier g '—'——i——i
m N
Accessoires fournis sur demande : ‘
56201 D semelle mica I T H 13 l
56201 G canon isolant 109 11

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .....oveeeeeeeenee... -Vcpo max
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .....cccceeevennnnnn. -VcEQ max
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .....oooevveenennnnn. 'VEBO max
Courants
Courant collecteur (CoOntinu) oeeeeeeiiiiiiiiee e -IC max
Courant collecteur (Créte) .o, 'ICM max
Courant base (COntinu) eeeeeeieeiiieeeiiiiiiee e -lB max
Puissance dissipée

. .. s _
Puissance totale dissipée (jusqu'a T |} =25°C) ... Pioy max
Températures
Température de stockage .....ccccoeviiiiiiiiiiiniiiiiiien e, Ts‘rg
Température de joNCHion ......cceeeiiiiiiiiiiiiiiiceeeee e, Tj max
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-fond de boitier ......cccociiniiniiinniiniiiiriie e, Rin j-mb max

BDX 62IBDX 62A|BDX 62 BIBDX 62C

60 80 100 120 \

60 80 100 120 \

5 5 5 5 \
T— T T ———

8 A

12 A

150 mA

90 w

- 65a+ 200 °C

200 °C

1,94 °C/W
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CARACTERISTIQUES (Tj =25°C sauf indication contraire)

Courant résiduel collecteur-base

e20 Yoo YN E,

E-"/"YcB ~ AT SV -l 0,2
Ig=0;-Vcp =100 V : BDX 62 B CBO mex ' mA
IE=O;-VCB= 40V:Tj=200°C:BDX62

IE=0;-Vcg = 60V:T;=200°C-BDX628 ( ~777 CBo

Courant résiduel collecteur-émetteur
IB=0;-VCE =30V :BDX62

lp =0; -V =40V : BDX 62 A
B P CE T Y DA e e -l 0,5
Ig=0;-VCg =50 V: BDX 62 B CEO mex A
IB:O;'VCE =60V :BDX62C
Courant résiduel émetteur-base
'ICZO; 'VEB:5V .................................................................... -lEBO max 5 mA
Gain en courant continu (1)
-lC:0,5A} -VCE :3\/ .............................................................. hFE ’ryp 1 500
-IC=3 A;-VCE=3V .............................................................. hFE min 1000
-|C =8 A; -VCE = B Ve hFE typ 750
Tension base-émetteur (1) *
e = B3A-VEE T3V -VBE max 2,5 \%
Tension de saturation collecteur-émetteur (1)
-Ic =3A;lg = 12 MA e -VCE sat max 2 \
Fréquence de coupure
-|C =3A H -VCE T 3V et e fhfe typ 100 kHz
Tension directe de la diode
IF I 1 OO S PR P PP VF typ 1,8 \'
Gain en courant alternatif a f = 1 MHz
-|C=3A; -VCE T Ve lhfel typ 100
Capacité du collecteur a f = 1 MHz
'VCB T 10 Vet e et e Cc typ 100 pF
Temps de commutation
-lC:3A}-lB 1 :|52=]2mA
temps d'établissement ............cccciiiiiiiinii ton typ 0,5 us
tempPs € COUPUIE ... ..ccuiiiiiieiiiieeeiireeeeineeeeniiaee e s saraner e e e s s toff typ 2,5 us
Rapport des gains en courant des transistors
appariés BDX 62/ BDX 63
-|C =3A ; -VCE 2 3 N e hFE]/hFE2 max 2,5

(1) Mesuré en impulsions avec to <300 ps et 52 %,

*-VgE décroit d'environ 3,6 mV/°C quand |la température augmente.

CIRCUIT DARLINGTON CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Rytyp = 6k Vi = 10V

Rytyp =80 Q t,=t§= 15ns
fp = 10 us
T = 500 us

+ i 7272642
2
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COURBES CARACTERISTIQUES

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

| Région admise pour le fonctionnement en continu
[l Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

100 BDX62 Tmp<25° - BDX62A/62B/62C Tmp%25°C
-1 c 5-0p1 | 1BDX62A
c A~ 'cMmax DX 628
| 0 - AN [T} BOX62C
| ~ICmax ‘\\l
AMNAN !
A ANICREN Oims
i O, N " N
1 ! 5=001 N
~!CMmax | P - ~ <
10 tema NN
max ~OSOXS }\ i \
RN “",% ( NN 1
[ | R O(\%k\\\' [Nfms “‘\ ;
BEE NN | |
BB | | 1ims
i ] | :
{ | \\ second claquage\
% (GD]
3 \
1 SH \‘ \
n \\\ Q1 ! loms
gL \
; 2\ “0',“9 o1s
; B\ ] \
[ 031|S \'
3 # ' continu
continu
1
& 10 -Vog Vv 60 100 %% 6 —Veg TREETCe

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température).
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

100 BDX62/62A/623/62C E .VEIJErOm:Lt’:plicateur du courant de second claquage
6=0,01
M SB(V)
0,02 \.\ \\
N
0,05 - NN
\~~~~
10 — N
0.1 ~ N\ -
&
S~ NI
T NS
0,2 NN \
I NsNN\\\\
L \:\:~.__
05 —~tel T
T
1
0,1 1 10 tp ms 100

BDX62/62A/62B/62C Falcteur multiplicateur de la tension de second claquage]
9 -1Cmax
10
<)
o8| N
~
02| ey
Nl
S N
>
T =]
\\t\:h‘h-
L\"\l\"‘:~~:\'
e
1 i —— ===
01 1 10 tp ms 100
Zth j-mb »{th« t, .
(°C/W) «—T ) =?p “
6:1
2
—1 i
07 1 - -
| L1 P
o) —
. >
1 L 0,2
L ot
A /
caiadl e iho 1
5 e 0,05
5oSsanl 0,01
"1 |
0 ]
R -4 -3 -2 -1
107° 10 10 10 10 Vs 1
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6
“Vee =3V ~Ic/-1g =250
T;=25° S =250
J T; =25°
Ptot max 10 v J
(%) - “VCEsat
° (if) V)
100 ‘ 75 4
, /
/
y,
] 5 /
NC y
NC tyP/
50 N )
gt
2,5 typ[
N -
A ——
- \\ /
0 0 0
0 100 1. (°c) 200 1 15 2 _yge (V) 25 0 5 ~Ic (A) 10
105 N 4
Valeurs typ. 10 -I¢=3A
-VCE =3V —VCE =3V
hfe
hee T
N
103
104
__ _ o,
T; =150 °C 02 N typ
‘K
< » A X
10° 7 {5 °c H N
\
\
10 X
N
102 1 > 5 9
10! T oA 10 10° 104 105 10 10 10°  f (Hz) 10
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transistors Darlington de puissance @
au silicium

NPN BDX63 -BDXG63A

BDX 63 B - BDX 63 C

INTRODUCTION

Les transistors de puissance NPN au silicium BDX 63, BDX 63 A, BDX 63 B, BDX 63 C, sont des transistors
DARLINGTON en boitier TO-3.

Avec leurs complémentaires BDX 62, BDX 62 A, BDX 62 B, BDX 62 C, ces transistors de construction monolithique

sont principalement destinés au étages de sortie d'amplificateurs dusage général et aux applications de commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BDX 63|BDX 63A{BDX 63B|BDX 63C
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .................... Vepo max 80 100 120 140 Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................. VCEO max 60 80 100 120 Vv

T T T —
Courant collecteur créte ........cccooeieevieiiieeeeeeeeeeein lcm max 12 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a T | =25°C)......... Piot max 90 W
Température de joNction ........cccevvieeeiieiieeecieeee e, Tj max 200 °C
Gain en courant continu :

IC=3A,‘VCE=3V ............................................ heg min 1 000
863max

DONNEES MECANIQUES

(Dimensions en mm)

Boitier TO-3

Collecteur relié au boitier

39 5max

Accessoires fournis sur demande :

56201 D semelle mica
56201 G canon isolant

U 13 ‘
“11‘ -

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
BDX 63|BDX 63A|BDX 63B|BDX 63C

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........................ Vepo max 80 100 120 140 Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .......cooevveeennnn.. VceEo max 60 80 100 120 V
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ....ocoovvvevvneeeii. VEBO max 5 5 5 5 V
Courants T . —
Courant collecteur (continu) .......ccccccceieiiiiiiieeieieiieeeeeeeen, IC max 8 A
Courant collecteur (Créte) ...ocoovvovuieeeeeeeee e |CM max 12 A
Courant base (CONtINU) .oiiiieiieieeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeaeeens |B max 150 mA
Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (jusqu'a T =25°C) .............. Piot max 90 w
Températures

Température de stockage ......cccovvvvvvieeeiiiiiiiiieiiiciieeee. TS]\g -65a+ 200 oC
Température de JONCHON ....cccviiieiiiiiiie e Tj max 200 °C
RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-fond de boitier .....ccccoociiiiiiiiiiiiii e, Rk j-mb max 1,94 °C/W

119



BDX 63/BDX 63A/BDX 63B/BDX 63C - Page 2/6
CARACTERISTIQUES (Tj =25°C sauf indication contraire)
‘Courant résiduel collecteur-base
IE=0;VCB= 60 V : BDX 63

|E=0,VCB=80VBDX63A I
|E — 0 ; VCB — .IOO V: BDX 63 B .................................... CBO max 0,2 mA
Ig=0; Vg =120V:BDX63C

lg=0;Veg= 40V, T;=200°C: BDX 63

)
le=0,;V = 50V; T, =200°C: BDX63 A
E + 'CB r 1y T A s DEARSA | 2
IE=0;Vcg= 60V, T} =200°C: BDX 638 CBO mex mA
= . = . . = o .
'E O'VCB 70V,T] 200 °C: BDX 63 C
Courant résiduel collecteur-émetteur
IB=0;VCE=40V;BDX63A | max 05 mA
IB:O;VCE=50v:BDX63B ...................................... CEO ’
Courant résiduel émetteur-base
|C:0,VEB=5V ...................................................................... IEBO max 5 mA
Gain en courant continu (1)
|C=0,5A,VCE=3V ................................................................ hFE typ 1 500
|C=3 A,VCE=3V ................................................................ hFE min 1000
|C=8 A,VCE=3V ................................................................ hFE typ 2 000
Tension base-émetteur (1)*
e =3 A VEE T3V i VBE max 2,5 \%
Tension de saturation collecteur-émetteur (1)
|C:3AIIB=]2mA .................................................................... VCE sat max 2 V
Fréquence de coupage
lC =3 A I\VCE N 2 U RTTTY fhfe fyp ]OO kHZ
Tension directe de la diode
IF T 3 A et VE typ 1,2 \
Gain en courant alternatif a f = 1 MHz
|C=3A,VCE=3V .................................................................... hfe typ 100
Capacité du collecteur af = 1 MHz
VEB T 10V s C. typ 100 pF
Energie de second claquage inverse avec charge inductive
'Boffzo;lcon:415A;tp=]ms.T:loo MS i E(BR) min 50 mJ
Temps de commutation
|C=3A,' lB] =-|B2: 12 mA
temps d'établissement ... ..., ton typ 0,5 us
1EMP'S € COUPUIE .eueiiiiiiiiiiiiieeeiaeeieee it iieette e e e e s e e eeteaeaeae e e toff typ 2,5 us
Rapport des gains en courant des transistors
appariés BDX 62/ BDX 63
|C=3A,' VCE=3V .................................................................... hFE]/hFEZ max 2,5

(1) Mesuré en impulsions avec tp <300 uset5<2%.

*Vgg décroit d'environ 3,6 mV/°C quand la température augmente.

CIRCUIT DARLINGTON CIRCUIT DE MESURE DE CIRCUIT DE MESURE DES
Rytyp= 8ke L'ENERGIE DE SECOND CLAQUAGE TEMPS DE COMMUTATION
Rytyp =100 @ Vi=12 V Vi = 10V v
tr =tf = 15as Vec
Rp =270 th = 10ps
T =500 us 1n

vert.
oscilloscope

0,10

+
Va ;_

TUT.

hor.
oscilloscope
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COURBES CARACTERISTIQUES

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

| Région admise pour le fonctionnement en continu

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

EOX z —225°C BDX63A/638/63C ‘ mh<25°C|
IC I'c ‘ d=001 |/BDX63A
All 638
CMmax Z 2 a63¢C
A i ! AN AN
! 10/!C maxF NN
i f—— NC
i N\ AN Ol ms
‘ AN N N,
o
5=001 2N U
lcM mas —— BN
101 Ic max — - NN
1 AN N ; \\\
| o P | A\
,01%:\ 1ms sséunn{](}:ﬁq-uja?“
\\ 10ms
N \ o \0,13
m -
| second claquageu\ows‘ | conting
1 L o continu
T 0O,
|
1
1 0 Vgg VvV 60 100 1 10 Vcg v 100

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température).
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Facteur multiplicateur de Ta tension de second claquage
[EDxes/e3As6aBreaC] T
MsB
o)
0,01
0, 1=
D q\
1 r
H 1
1
0, 1 10 tp ms 100

BDX63163A163BI630 favcteur multiplicateur du courant de second claquage
9 VCEQ max
Msg(V)
t
10 5
0,01
0,1 L\\\
0,2
TN '
' \\\J i
0,5 pez= e
l U ‘ §-~j~...--1
1 U -
0,1 1 10- ty ms 100
3 Td
il N
zth-mb JRE —v{ Ple— l tp
(°C/W) 5 ; «—T —» 6:?
] 0
+ it i
i 6=t ! | I il
2 - 1 - } - L
%1 1 i. 1 — ool I
H . T i
Sul A=, R
0 I
e T | T
e n i RO
- !
! e 0,2 ! 1
1 T V 1
HH 1 t
- gt i * T
* — 7 SHH IR
. H ”; o1 . I' ;
A+ 0,05 i + et .
o A | +} IS SRS IS S
os%: f%l it 0'03 L BATH NN 15 SE OV Tﬁvw
= ot RN | SN i ] 1_44-,” e ]
0 LI [0 D L ; . i
1075 1074 1073 1072 107" Tos)

122



@ BDX 63/BDX 63A/BDX 63B/BDX 63C - Page 5/6

. 6
1
Vee =3V T
] ce Ic/1g =250
NEERES 0 T,=25°C N c' %5 %
P(ot max t T t 1 v
%) $ I Bl CEsat
o (AC‘ V) | |
! INRERNE
A’,\_ g
100 A= 75 4
N B 1
|
I W,
/
, A 5 T
R / ‘
] fo-
50 - i 11 typ/ 2 ,
— 2,5
! \ B
; ;
{ L 7
0 i i l 0
0 00 T (ec) 200 1 15 2 vge (V) 25
105 104
Valeurs typ. i/cziit;é‘v
4 I i
heg J \\
T. =150°C 10°
5= 150 CLATIN \
104
,l
]
N typ
25 °cf/ 102 .
v X
4 a
// \
103 / \
-7 A)
\
4 10 .
/
: ~
%
102 1
107 1 IA) 10 103 104 105 108 107 0% £ (Hz) 10°



BDX 63/BDX 63A/BDX 63B/BDX 63C - Page 6/6

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470

Réf. 4526-1 1/77 Composition Paris-Photocomposition  Impression |.M.E. 25-Beszncon
124



transistors Darlington de puissance

au silicium
PNP

BDX 64
BDX 64 B - BDX 64 C

T C

- BDX 64 A

INTRODUCTION

Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 64, BDX 64 A, BDX 64 B, BDX 64 C, sont des transistors

DARLINGTON en boitier TO-3.

Avec leurs complémentaires BDX 65, BDX 65 A, BDX 65 B, BDX 65 C, ces transistors de construction monolithique

sont principalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs ausage général et aux applications de commutation.

BDX 64 IBDX 64A|BDX 64 B|BDX 64C

60
60

R
80

100 | 120
100 120

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ...coccevenennne. -Vcgo max
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................ -VcEQ max
Courant collecteur créte ..ooovvvvivivivieiiiiiiiiiiiieeieeeeeeenes -lcM max
Puissance totale dissipée (jusqu'a T | =25°C) ........ Piot max
Température de jonction .....ccccecvveviieeeereeseecieniiinereaeen Ti max
Gain en courant continu :

d~=1 A,-VcE—3V ........................................ hFE fy.p

-|C—-5A, -VCE —-3V ........................................ hFE min

16
117
200

1 500
1 000

N=r <<

DONNEES MECANIQUES

(Dimensions en mm)

Boitier TO-3

Collecteur relié au boitier

39 5max

Accessoires fournis sur demande :

56201 D semelle mica
56201 G canon isolant

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)

BDX 64 |BDX 64A|BDX 64 BlBDX 64C

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .......cccceveeeeee... 'VCBO max 60 80 100 120 \Y

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................... 'VCEO max 60 80 100 120 \"

Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ....covveeveennennn. 'VEBO max 5 5 5 5 \Y
\/\/\—/

Courants

Courant collecteur (Continu) .ooeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaennee e max 12 A

Courant collecteur (Créte) .oooovvimmmiiiiieieeieeiieeeeeeeeee e lem max 16 A

Courant base (CONHINU) cevivviiiiiiiiiieiieiiieeee e eeeeeeeeeeaees -Ig max 200 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (jusqu'a Tmb=25°C) ............ Piot max 117 w

Températures

Température de stockage ......ccoceerimiieniiieiiiieiniieenieeneenns Tstg —-65a + 200 oC

Température de [ONCHON ...ceivuiriiiiiiiiiiiiiiiecee e, Tj max 200 °C

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-fond de boitier .....cccocvivrieiiiniiiniiin e Rthj-mb max 1,5 °C/W
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CARACTERISTIQUES (T] =25°C sauf indication contraire

Courant résiduel collecteur-base

'E =0;-VCB= 60 V : BDX 64

lge=0; -V = 80 V:BDX64A

E CB Y A O A e 'ICBO

lg=0,;-Veg = 60V, T;=200°C: BDX 64 B ’ """"""""" CBO
IE=0;-VCB= 80 V; Tj =200°C; BDX 64 C

Courant résiduel collecteur-émetteur
'B:O;'VCE =30 V : BDX 64
|B=0;-VCE=40V; BDX 64 A
IB=0;-VCE=50V: BDX 64 B
|B=0;-VCE:60V2 BDX 64 C
Courant résiduel émetteur-base
|C:O;~VEB=5V ........................................................................ -IEBO
Gain en courant continu (1)

-IC_:_ ]A-VCE_——:?)V .................................................................. hFE
-'C— 5A,-VC —3V .................................................................. hFE

Tension base-émetteur (1) *
-|C=5A;-VCE=3V .................................................................... -VBE

Tension de saturation collecteur-émetteur (1)

-lC=5A;-|B=20mA .................................................................. -VCE sat

Fréquence de coupure
-|C=5A,'-VCE:3V .................................................................... fhfe

Tension directe de la diode
IF D A e VF

Gain en courant alternatif a f = 1 MHz
-|C=5A,‘-VCE=3V .................................................................... lhfe'

Capacité du collecteur a f = 1 MHz
-VCB T 0 Ve e Cc

Temps de commutation
-|C=5A;-|B] =IB2=20mA

temps d'établissement ...........ccccoiiiiiiiieee e ton
teMPS € COUPUIE ...oiiveiiiiiiiie et e e toft

Rapport des gains en courant des transistors
appariés BDX 64/ BDX 65

-|C:5A;-VCE=3V .......... e hFE]/hFE2 max

(1) Mesuré en impulsions avec ty < 300 us et 5< 2 %.

*-VpEg décroit d'environ 3,6 mV/°C quand la température augmente.

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
VIM =
e =1
tp
.

CIRCUIT DARLINGTON
Rytyp = 5kQ
R2 typ =80 Q

A S
ol |

| L v |

Li_z_{___l

max

max

max

max

typ

min

typ

max

max

typ

typ

typ

typ

typ
typ

0,4

1 500
1000
750

2,5

80

1,8

200

2,5

[T

mA

mA

mA

mA

kHz

pF

us
us




QR 80X 64/BDX 64A/BDX 648/BDA 6A%L - Fage 5/©
COURBES CARACTERISTIQUES

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

| Région admise pour le fonctionnement en continu

I Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

1
X6 Tmb%<25°C BDX64A/64B/64C | o001 Tmp=25°C
" ~!CMmay ' A -~
c ~ICmax INN N
A 10 v \\ l NS PNOims
40\ N
% N\ N\ I
-|C ONANANLY
510,01 : ®¢>\ \ \
[dcMmax (S i A E | N
[ BB \ - t .
o lemax—— - \\\ \\ L WA
t P . Y AN "l i
LN I N{T H ‘ \\l\
- | A
) N( “{i 1 ! { ! \ \! |
‘ + ? - [P Y8 B
T — 2\
: . 2\
1; l[ lr %‘\‘1 ‘ 1ms
1 .‘ 1 %\\1\ \
T @l H %\
| 3 | A
3 1 J 1Y
1 o | I "\\
A ‘
%\ o1 i 10ms
3 i
~{\{7oms| Y ors
mi'in |
\ msl i
\ \continu
01 continu
1 1C "VCE Vv 100 Q,01
1 10 Vg v 100

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température).

127



COURBES CARACTERISTIQUES (suite)
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X64/64A164B/64C

cteur multiplicateur de la tension de second claquage

(b

ooo
! yi

[/

4

yFivA

0 Nv-oo
/

¢
[

Il

100

10 ms
X64/64A/64B/64C Facteur multiplicateur du courant de second claquage
NN
.
—
\
NN
NN
e N
Ny S
u N
Py =N -
h_,_::
—
10 1

\\

1l

1\

10-1

tp (s)




Ptot max
(%)

100

50
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transistors Darlington de puissance @

au silicium

BDX 65 - BDX 65 A
NPN BDX 65 B - BDX 65 C

INTRODUCTION

Les transistors de puissance NPN au silicium BDX 65, BDX 65 A, BDX 65 B, BDX 65 C, sont des transistors

DARLINGTON en boitier TO-3

Avec leurs complémentaires BDX 64, BDX 64 A, BDX 64 B, BDX 64C, ces transistors de construction monolithique

sontprincipalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs dusage général et aux applications de commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BDX 65| BDX 65A|BDX 65B|BDX 65C
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ... . Vcpo max 80 ] 100 l 120 ' 140 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ... Vcgo max 60 80 100 120 \"
Courant collecteur-créte ..............cocoeevvvieieeeeeeeeen. lcm  max 16 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a Tmb:25°C) ________ Pioy max 117 W
Température de jonction ..........ccooeveveveeeieeeeeeeeennn, i max 200 °C
Gain en courant continu :
'Cf]A;VCEf:W .......................................... hpg P 1 500
Ic=5AIVeE=3V e, hpg  min 1000
DONNEES MECANIQUES .I—~T<853'“"“
Q 26,6 Max 1.6
(Dimensions en mm)
‘ _l—cnf_al‘
..__vv —_—
Boitier TO-3
1E 1 °
Collecteur relié au boitier k=) . N ) S — _i
3" |
Accessoires fournis sur demande : i ’
56201 D semelle mica 1 ; \
56201 G canon isolant S ’ 0 13 ‘
1 11
VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
BDX 65| BDX 65A|BDX 65 BIBDX 65C
Tensions
Tension collecteur-base (émetteurouvert) . Vceo max 80 100 120 140 Vv
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . Vceo max 60 80 100 120 vV
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) . VEpo max 5 5 5 5 vV
Courants TN T, —
Courant collecteur (confinu) e mox 12 A
Courant collecteur (crdte) iy max 16 A
Courant base (continu) ... g max 200 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (jusqu'a Thap=25°0) ... Piot max 117 w
Températures
Température de stockage ...............ccooooivininiiieeea Tt -65a+ 200 °C
Température de jonction ...........ocovvviiiiiieei i Tj g max 200 °C
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-fond de boitier ..., Rih j-mb max 1,5 °C/W
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CARACTERISTIQUES (Tj =25°C sauf indication contraire)

Courant résiduel collecteur-base

lg=0;V = 80 V:BDX65A
E O CB T A e
lg =0; VCp =100 V : BDX 65 B 'cBo max 0,4 mA
IE=0;VCB= 40V;T’~=200°C: BDX 65
IE=0;VCB= 50V:Tj=200°C:BDX65A | max 3 A
|E:0,VCB=60V,T]=200°CBDX6SB .................... CBO m
IE=0;VCB= 80V;Tj=200°C: BDX 65 C
Courant résiduel collecteur-émetteur
lp=0;V =30 V: BDX 65
B CE
IBZO,VCE=40VBDX65A I max 1 A
|B=O;VCE:50V:BDX6SB .......................................... CEO m
|B=0;VCE=60V: BDX 65 C
Courant résiduel émetteur-base
|C:0,VEB=5V ........................................................................ lEBO max 5 mA
Gain en courant continu (1)
IC= ]A,VCE:3V .................................................................. hFE typ 1 500
IC: SA'VCE=3V .................................................................. hFE min 1 000
|C=]2A, VCE = 3 Ve e hFE typ 600
Tension base-émetteur (1) *
|C:5A,' VCE RS T 2T VBE max 2,5 \%
Tension de saturation collecteur-émetteur (1)
|C=5A;|B=20mA .................................................................... VCEsat max 2 \Y,
Fréquence de coupure
|C =5A ; VCE S T V2RO fhfe typ 50 kHz
Tension directe de la diode
IF Y TR VF typ ],2 \"
Energie de second claquage inverse avec charge inductive
|B°H=0;|con=6,3A;tp=]ms:T=100 MS ereeeererreeeveneenns E(BR) min 100 mJ
Gain en courant alternatif a f = 1 MHz
IC =5A; VCE = 3 Ve ar e e e raes lhfel typ 30
Capacité du collecteur @ f = 1 MHz
VCB R 1 0 Y 2 U U P CC typ 200 pF
Temps de commutation
temps d'établissement ... ton typ 1 us
temps de coupure ...........ccceeeeeeennn et re e e e et e s e s enres toff typ 2,5 us

Rapport des gains en courant des transistors
appariés BDX 64/ BDX 65
|C:5A;VCE = 3 Vet hFE]/hFEQ max 2,5

(1) Mesuré en impulsions avec t <300 ps et 5<2%.

* Vg décroit d'environ 3,6 mV/°C quand la température augmente,

CIRCUIT DARLINGTON CIRCUIT DE MESURE DE CIRCUIT DE MESURE DES

R] typ= 5kQ L'ENERGIEDE SECOND CLAQUAGE TEMPS DE COMMUTATION

R2 fyp:80 Q VI =12V V‘M: 15V Vee
J RB:27OQ frztf=]5ns

.r- 0 j. c t =10 us

vert.
b I oscillos¢ope

'

+
I L——I l 00 Vza
| L= | | i ‘

|
R1 R2

L. | TUT.
— |+ v
hor.
T oscilloscope
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COURBES CARACTERISTIQUES
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

| Région admise pour le fonctionnement en continu
|| Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

BDX 65 Tmb £25°C | |BDX65A/65B/65C 520,01 |Tmp%<25°C
'c C | Ll rV g BDX65A
CMmax N B
A 10 1C max TG \‘\‘ L] Q:Snic
A \\ ;\\ "
’620’01 AN\ QN
20— IcMmax - ah % AN
ICmax | | | \\ +\\ ms
10 : \\ \\i[ ‘\‘\u N ™
AN NAN N LU
i 'b"f\l AN T] 1 second claquage Sms
ANANR\VEEE m
\l\ ?Oms 10Oms
\ msj
i I J \ O,1s
second claquage \I | contint
(8D} inu
! |
o
0,1
1 10 VCE v 60 100 1 0 Vo v 06

(1) Limites de second claquage (indépendants de la température).
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BDX65 [65A,658,65 Ecll:::i:‘t;r multiplicateur de la tension de second claquage]
Msg (!
2]
)01
D, 13
051
1
0,1 1 10 tp ms 100
X65/65A1/65B/65C Etvt(f:eEu(; r:‘:l;iplicateur de courant de second claquage
Msg(V)
10 <)
0,01
AN
02{ N
T \\‘
RS S|
‘ [ — :v— ——
1 T
o/ 1 10 1, ms 100
3
]
Zth j-mb . Tt
p
(OC/W) iT—P‘ 6:71_—
2
§=1
- =
0,7 = = Zan
—T10,5 H 44 —4 ‘ﬁ‘;‘ﬁ
l — i, T
0,21 1A
e e T
= —0,1
g e > \joy 05
02l 0, 01
0 [
1075 1074 1073 1072 1071 1 %) 10




Ptol max
(%)

100

50
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— —T— 6
FT= ] B S g S
. S b —+—q R e el S U R S
10 }— Veg =3V e T v LT e/ =250 T
1. 1 Ty=259C — : CEsat [ RS Tj=250C .
C % i ‘ﬁ ) 1 e
@ [ i s
- | I ! . ; | :
- v I N N R S S R
| 14 .
7.5 T 4 1 —
BN ] / . T
. . - / II ] 1
I ( "
T J ! ! ;
N EENE / 1 L1 [ Tt :
N\ ] ) 5 typ - LT T
\ HHH J P |
N T | ; B % _4:1 T -
; 5 T
] N ] / ‘L H R IENEEERE
2.5 Y L " H L-'H‘f“s e
R e
1 ’ o et 1 [ ]
N\ Ry L | IR ISR ,4‘ . —{ 1_Lﬂ
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o LA T o CEEET H
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BE
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7~ p ~U g0 e
// ™
// \\
// 25 °C
10° A
d
102 - 2
10~ 1 10 IC (A) 10
04
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N
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transistors Darlington de puissance
au silicium @
PNP BDX 66 - BDX 66 A
BDX 66 B - BDX 66 C

INTRODUCTION

Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 66, BDX 66 A, BDX 66 B, BDX 66 C, sont des transistors
DARLINGTON en boitier TO-3.

Avec leurs complémentaires BDX 67, BDX 67 A, BDX 67 B, BDX 67 C, ces transistors de construction monolithique

sontprincipalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs dusage général et aux applications de commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BDX 66 |BDX 66 A|BDX 66 B|BDX 66C
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ....cceevvenennnn. 'VCBO max 60 ‘ 80 ‘ 100 l 120 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...ccceennen.... 'VCEO max 60 80 100 120 \Y;
\—/_\/—\—/
Courant collecteur créte «.oooouveeeiiieiuiieiieiieeeeeeiieeee, 'ICM max 20 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a T | =25°C) ........ Pioy max 150 W
Température de jonction ....cccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Ti max 200 oC
Gain en courant continu :
'IC_:-' 1 A; -VCEfBV ........................................ hFE fy'p 2 000
-|C =10 A; -VCE S 3V e hFE min 1 000
DONNEES MECANIQUES .?fET,Lm
\ .
(Dimensions en mm) | ‘
- _Pras
e
" '}
Boitier TO-3 x |
x © | o
| 1S
Collecteur relié au boitier § S % :T‘I
Accessoires fournis sur demande : ! , !
5¢201 D semelle mica L” b \
56201 G canon isolant r ‘ }3 l
L
VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
, BDX 66 |BDX 66 A|BDX 66 B|BDX 66C
Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ......cceevevevvnnnnnnn. -Vcpo max 60 80 100 120 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .c.cceeervevrennnnnnns -VCEQ max 60 80 100 120 \Y,
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .ccooeeeeieernieninnnn. -VEgo max 5 5 5 5 \
Courants
Courant collecteur (continu) «oeeveeeeeeeriiiiiiiiiiiiiienee e eeeeeeene. -IC max 16 A
Couran'{ co”ecfeur (créfe) .................................................. -ICM max 20 A
Courant base (CONtINU) cererrriuiuiiiiiiiieriee e eeeee e -Ig max 250 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (jusqu'a T, | =25°C) «ocoveeee. Piot max 150 W
Températures
Température de stockage ...cooeeiiinciiiiiiiiiiiiiiii Tsfg - 55a + 200 oC
Température de jonction «eeeeeieieeiiiiiiiiiiiiiieeee T] max 200 °C
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-fond de boftier . ccccvmiiiiiiiiiiiiieiieiiieee e, Rih j-mb max 1,17 °C/W
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CARACTERISTIQUES (Tj = 259C sauf indication contraire)

Courant résiduel collecteur-base

g = 0; -Veg = 'VCBO MUAX eererrrnnneeeeeeeereeeeeeeeeeaeseaasesassasaenasesanaeaens 'ICBO max 1 mA
lg =0, -Vcg =40 V; T;=200°C: BDX 66

|E=0;-VCB=5OV;Tj=200°C:BDX66A .................. -| max 5 mA
IE =0 -VCg =60 V; T; =200°C: BDX 66 B CBO

IE=0;-Vcg=70V; T;=200°C: BDX 66 C

Courant résiduel collecteur-émetteur
IB=O;-VCE =30 C: BDX 66

ln =0; -V =40V :BDX 66 A
B rTVCE T AV - PHEABRD A e -| 3
lg=0;-Vcg =50 V: BDX 66 B ’ CEO e mA
|B=0;-VCE=6OV: BDX 66 C
Courant résiduel émetteur-base
IC:O,-VEB=5V ...................................................................... -'EBO max 5 mA
Gain en courant continu (1)
-IC: 1 A, -VCEi3V ................................................................ hFE fyp 2 000
-‘C:]OA,"VCE—3V ................................................................ I’IFE min 1000
-IC= 16A;-VCE=3V ................................................................. hFE typ 1000
Tension base-émetteur (1) *
-|C =10 A; -VCE R T V2P -VBE max 2,5 \Y,
Tension de saturation collecteur-émetteur (1)
-|C=]OA;-IB=4O INA ceneetie et e et e e e rree e e ettt e eranaaeeeataeaeranaaes 'VCESCIT max 2 \Y
Fréquence de coupure
-|C =5A ; ~VCE R T V2P PPN fhfe typ 60 kHz
Tension directe de la diode
IF R O I NN VF typ 2 V
Gain en courant alternatif a f = 1 MHz
-IC =5A ; -VCE I Y 2P PPN lhfel typ 50
Capacité du collecteur a f = 1 MHz
-VCB = ]0 N ettt ettt ettt eeeteeeertreeeateeesataaeratstratteaeaaraeereaas CC fyp 200 pF
Temps de commutation
temps d'établissement ... ton typ 1 us
teMPS € COUPUFE «rrrvrenreieniteniniteiitt ettt toff typ 3,5 us
Rapport des gains en courant des transistors
appariés BDX 66/ BDX 67
-|C =10 A ; -VCE = 3 Y et e e e e hFE]/hFE2 max 2,5
(1) Mesuré en impulsions avec t_ < 300 us et 5§ < 2 %.
* -VRE décro’t de 3.6 mV/°C quand |a température augmente.
CIRCUIT DARLINGTON CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS bE COMMUTATION
v = 18V
R1typ. 3 kQ trnftf: 15 ns
Rp typ. 80 Q tp = 10 ps
T = 500 ps Vee
I_'——'"—'_'—'——'ﬁ
] | C
|
I | ] [
—K Vim
R1 R2 !
R
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AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

COURBES CARACTERISTIQUES

| Région admise pour le fonctionnement en continu
| Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

BDX 66 Tmb<25°C BDX66A/66B/66C mb<25°C
-lc -ig
A A
i P
20 CMma?( L i v v = 50,01
R = \\ T ———
C max x 05ms . BN B
10 mall A . L ¥ t 20 CMmax | K | | F B
) n 16 ‘ INEEEY ) | p
O “ICmax | ] ‘A\ i \| | . Nojims
{ ! [ i
Y\ Y 10 ; ‘o"')?\ X B
. - i DN\ N\
\VAVER A N
= ! Ll AN\ 'r“ \
| \ RS N VA UL
1ms NEEE \ !
second { HiEE ;
1 Claqula)ge\ | | s'eco¢§ \ \
I
' , A W
.\ T X ]
AVE
5 WA ' LY
e | K\i\‘\ 1 ms
A WA
| AN
nitnu !
011 04 \ Sms
1 10 _VCE Vv 60 100 ’1 10 -VCE v 100

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température).

139



@ BDX 66/BDX 66A/BDX 66B/BDX 66C - Page 4/6

COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

2
10 Facteur multiplicateur de la tension de second claquage a -I¢c max
Msan
10
Sy S 5 =0,01
N 0,05
= = R 0,1
\D
0,2 NRRR
» N
P——, o ‘%\
05 [ | T T ——
|
3
107° 1074 1073 t, (s) 1072
2
10 Facteur multiplicateur du courant de second claquage a -VCEQ max
5=0,01
N._0,02 \\
Msa(v) \ N
N
Tl 0,05 \ \
10 0
— AN
I N\,
0,2 AN
— s URNN\N
\\~~ \E\i\
05 §\ Q
N Y ~ NN
\ - \~::
1
107° 1074 1073 t, (s) 1072
3
— I_.
Zth j-mb - t }__—J &
0 P
(°C/W) Tl 8=
2
|
!
6=1
" e
ot — -5t
0,7 ettt s =
| 82
i 0,5 = -
1 L - / -~ %
i 0,2 —=+1%
= T
L ~0,1
il = ‘P’ 05
T | | 0, 01
0 | Ll
1075 1074 1073 102 10~1 1 %6 10
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6 6
LTI T] TITTTTTT
LTI LI TTTT
-1 1 - 4§
Plot —£ =250 | S -9250 [
;)o/:;“ ~VcEsat -Ig T -Veesat Ig L1
(v) Tumb=25°c :: (V) Tgmb=25°C :j
100 N 4 4
N
N REERREN
AN
\\
50 2 2 typ
ot
AYP| et ]
N L j
N\
AN
N
=
0 200 0 0
0 100 1., (°C) 0 10 20 0 10 20
-Ic (A) -1 (A)
104, I
1 11
Valeurs typ. |+
; “Veg=3V BEE
T;=150°C
~
h —/ NN
FE Pz N
Pre 25°C N
// A
/1
/ /
103 \
A}
/.
//
102 )
107! 1 10 I, (A) 10
104 177
S
-le=5A [T
Nee ~ Ve =3V [TT]]
\
103 \\
\
\
102 typ
\
10 3
A
‘\
1
3 N 5 6
1 10 102 10 10 0% ¢ hgy 10
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transistors Darlington de puissance @
au silicium

NPN BDX 67 -BDXG67A

BDX 67 B - BDX 67 C

INTRODUCTION

Les transistors de puissance NPN au silicium BDX 67, BDX 67 A, BDX 67 B, BDX 67 C, sont des transistors
DARLINGTON en boitier TO-3.

Avec leurs complémentaires BDX 66, BDX 66 A, BDX 66 B, BDX 66 C, ces transistors de construction monolithique

sont principalement destinés aux étages de sortie d'amplificateurs dusage général et aux applications de commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BDX 67 |BDX 67 A|BDX 67 B|BDX 67 C
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .................. VCBO max 80 | 100 l 120 l 140 Y,
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................ Vceg max 60 80 100 120 \%
T —_——
Courant collecteur créte .........ccooovieeiieceecieceeen. lem max 20 A
Puissance totale dissipée (jusqu'a Tmb:25°C) ........ Piot max 150 w
Température de jonction ..........cccuvieeieiviiieeieeiee e, Tj max 200 °C
Gain en courant continu :
|Ci ]A,VCEi3V .......................................... hFE f)./p 1 350
lC— ]OA,VCE—3V .......................................... hFE min ]000
DONNEES MECANIQUES
(Dimensions en mm)
\
Boitier TO-3
Collecteur relié au boitier é -
0| Q
b
Accessoires fournis sur demande :
56201 D semelle mica
56201 G canonisolant
VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
BDX 67 lBDX 67 AlBDX 67 B|BDX 67 C
Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .......oovvveeniiiiil. VCBO max. 80 100 120 140 \
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ............ovvnnn.... VCEO max 60 80 100 120 \
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ...........ooooee. VEBO max 5 5 5 5 \Y
Courants
Courant collecteur (continu) .......ccccceoueviviiiiieiiieceieeeeenn. IC max 16 A
Courant collecteur (Créte)......ocoovivieeeeeeeeeeeeeee e, lcm max 20 A
Courant base (Continu) .ooo.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e lB max 250 mA
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée (jusqu'a T, | =25°C) ... Piot  max 150 W
Températures
Température de stockage ........cccooeieeviiiiccciiiiiei e, Tstg -55a+ 200 °C
Température de (ONCHON .......uuviiiiiiiiiiiee e T]- max 200 °C
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-fond de boitier ...........oooveeiiiiiieiiiiiieeec, Rih j-mb Max 1,17 °C/W
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CARACTERISTIQUES (T.=25°C sauf indication contraire)

)
Courant résiduel collecteur-base
|E:0,'VCB=VCBO (111 e b SR PP ICBO
IE=0;VCB=40V;Tj=200°C:BDX67
le=0;V =50V,; T.=200°C: BDX 67 A
E CB ] .................. lCBO
|E=0;VCB=6OV;Tj=2OO°C:BDX67B
IE=0;VCB=7OV;Ti=200°C:BDX67C

Courant résiduel collecteur-émetteur

I =0;V =30 V: BDX 67

B CE

I =0;V =40 V: BDX 67 A

B CE — 7Y ¥V - PUA DI A s |CEO
IBZO;VCE=50V: BDX 67 B

Courant résiduel émetteur-base

|C:0,VEB:5V ...................................................................... IEBO
Gain en courant continu (1)

|Ci]A,VCEi3V ................................................................... hFE
|C:]0A,VCE:3V .................................................................. hFE
IC—16A,VCE~3V .................................................................. hFE
Tension base-émetteur (1) *

IC:]OA’VCE:3V ........................................................ Neeeenanan VBE
Tension de saturation collecteur-émetteur (1)

|C=10A;IB:4OmA ................................................................ VCEso’r
Fréquence de coupure

|C=5A;VCE:3V .................................................................... ‘(hfe
Tension directe de la diode

|F I 00 A e ettt e e e e et e st ea e aaaeas VF
Gain en courant alternatif a f = 1 MHz

ICZSA;VCE:3V .................................................................... lhfel
Capacité du collecteur a f = 1 MHz

VCB I (O 2 PPNt Cc
Energie de second claquage inverse avec charge inductive
|B°H:0;‘CM:7,8A} fp: 1 ms; T = 100 MS teveeeeeeeeeeeeeeeaes E(BR)

Temps de commutation (1)

T
temps d'établissement ..o ton
temps de COUPUFE ...oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e e toff

Rapport des gains en courant des transistors
appariés BDX 66/ BDX 67
|C:]0A,VCE:3V .................................................................. hFE‘l/hFEz

(1) Mesuré en impulsions avec to < 300 ps et 5 <2 %.

*VBE décrof't d'environ 3,6 mV/°C quand la température augmente.

CIRCUIT DARLINGTON CIRCUIT DE MESURE DE
L'ENERGIE DE SECOND CLAQUAGE
R typ. 3 kD ;L
R, typ. 80 Q Vi=12v
} Rp =270 ©
. S mH
!-_ ' —! ¢ vert.
]' l oscilloscope
i | 0,10 v %L'Z
I. R1 R2 j ] — TUT.
S S
e Vi T ) oscilloscope

max 1
max 5
max 3
max 5
typ 1350
min 1000
typ 850
max 2,5
max 2
typ 50
typ 2,5
typ 20
typ 300
min 150
typ 1
typ 3,5
max 2,5

CIRCUIT DE MESURE DES
TEMPS DE COMMUTATION

ViM = l? AY
tp =tg= 15ns
tPp = 10 ps Vee
T = 500 ps

mA

mA

mA

mA

kHz

pF

mJ

ps
us
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AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

COURBES CARACTERISTIQUES

| Région admise pour le fonctionnement en continu
Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

7A/678B/ <259
|
C
A ) A
10,01 +
20 ICMmax Je : = 001
\ r < :n:‘i
5IEe —
ICc max \ \I g \O,Sms |CMmiax §§§
10 .o’\\ \5 1ms 20 'Ir- <
0, NN T N
O\ - - Cmax \\ AN
NN 10 S
Q\m SN Yoz
) mg 0,
N\ 2
second\\ .. .4 * a "
claquageﬂ 0,1s N \
( ‘ continu i
! \
1 second claquagd \
1 \ (1) 10ms
- \
100ms
ntinu
1
B 10 Vcg V 0o 6 Vor V95

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température).
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

BDX67 /67A167B/67 ETEY:‘L:‘ multiplicateur de la tension de second claquage
Msgl(!)
o]
),01
0,1
o ?:\\
05
1
0, 1 10 tp ms 100
BDX67 167A167B/67C Etv:(t:eEua n;t;l):iplicafeur ‘de courant de second claquage
mgglV)
10 5
0,01
0,1\ .\
0,2 \\
\\
=
0,5 —\—T‘ i ——
o ]
|
; il =
0,1 1 10 th ms 100
18 I I I
Zenj-mb ’ L] 1 I | | i
(°C/W) } J‘ ‘Li “"tp|"' 6-_t_p
125 — - e T T
e
— /
1 I }" —"’ /, -
0.7t ~ 7
el 1
" o e
075 05 — =
S P P A Pl 1
I 0.4 P LA pd |
l‘ IS ; P > 7 / I
05 = 0.3 T >z
. e
0.2 A 7
0.25 — 1 01 i~
— s ) /4
I S 4,&:1: 0.01 I
=g | 1
0 POITe | ! il I L
10°° 107 1073 1072 107" 1ot 10
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I (A)

20

Ic (A)

4

VCEsut
(V)

200

Tme (°C)

100

Ptot max
(%)

100

50

~
=)
T T R =
f — ]
Vo R -
S I
a
L B I
z [T
I H —
b <
=] t —
H— o I (&)
20 —
| o O (@]
> > o
| -
i T TR w ~f
[ °
Py _
I | o T =
i ] I 8 0 e
] | o iisa
R R /. - M < &
I V4 Il\!.. t w
e e / L _._4v w
H (3]
il — — >
4 w
R — e o
i | esg -—
s |
IEE H
IR ) |
Pl _
RN S S W SR S | SN -
P i K]
bl 2
L i\
[ |
=t -
" B
. ]
e \ R 5
0 O S U, W A »
bt N o
- \ o
! | -
Vi | N \, _ a
t / >
| ) | e
Tll,fl»L -
b
nE SRS
T “
[ =)
|
Pl 0
I 1 o
E) 5 ~
= o [=} =
- = - =
2 o
T _ TI7° ®
< <lf . L &
=4 wf o >
n o - 1 -
(8} w >
— o [} o
3 n 48
RG] - -
— K] o L) ~ o
Ji / > > o s =} =) - -
\ - c - -
/ o
\ wn
T
o
o s - e
> Z

f (kHz)
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transistors de puissance
au silicium

NPN

BDX 77

Les BDX 77 sont des transistors de puissance NPN, a

base épitaxiale en boitier plastique TO.220.

Avec leur compiémentaire, BDX 78, ces transistors sont
destinés aux applications générales d’amplification linéaire

et de commutation.

Ptot (Tmb =25°C)
hpg(lc=2A;Vce=2V)
VcEsat{lc=3A;I1g=03A)
fhfe Ic=0,3 A;VCg=3 V)

Caractéristiques principales

80 V
80 V
8 A
60 W
min 30
1V
25 kHz

Brochage (Dimensions en mm).
Boitier TO.220.
45

*t max |
13-+ |-
i \J
- [
59

. min
] 4 158
: max
| [
J

35 'o = I

5 max
non etame ”?(‘;‘
‘ ) AR
| ¥ o127
13+ | |- min
bl c|'| efl
! | -
l +!|'« 09max +»|le 06
| - - 2.4

D‘\ -
254 254

T

Valeurs a ne pas dépasser

(Limites absolues)

VCBO - - v vceemmiieeeeiean max
Aol =10 N max
VEBO + v vveiimmee e max
o max
ICM - max
ICS « i max
Piot (Tmb<25°C) ............ max
Tstg ........................

T max

80
80

5

8
12
25
60

Srrr<<c<

—65°Ca+ 150 °C

150 °C

RESISTANCE THERMIQUE

Rthjomb « - ovooeei e 2,08 °C/W
Rthjo@eve oo 65 °C/W
Caractéristiques
(Tj= 25 °C sauf spécifications contraires)
ICEO (VceE=30V:Ig=0) ....... max 1 mA
IcBO (VCB=4OV;|E=O;Tj=150°C)max 1 mA
IEBO (Vee= 5V:Iic=0) ....... max 5 mA
VBR)CEO (lc =0.2A;1g=0) ..... (1) min 80 \Y
hEE (1) (Ic = 2A;VCcg=2V) .... min 30
VCEsat(ll ¢ =3 A;Ig=0,3A) .... max 1 \Y
Vcek (1) (ic =3 A;
IB valeur pour laquelle

Ic =33AetVcg=2V) .. typ 1 \Y
VBe(1) (lc =3 A;Vcg=2V) .... max 15 V
fhie (Ic =03A;Vcg=3V) .... . 25  kHz
fr (lE =03A;Vcg=3V;

f=1MHz) ............... min 3 MHz

(1) Mesuré sous les conditions d'impulsions avec tp = 300ps

et = 2%.

Courbes caractéristiques

102
‘e
(a)
cm §=001 100us| <20ys)
N
e 2} NIk
%o, T\ \¢ NTI
N NS T
N2, IR
\Lol
5 \2
1 &\
1 Nwmeay
\
A
A\
Tamb £25'C
LR
§=facteurde
forme l
10" L
1 10 -VCEg (V) 102

AIRE DE FONCTIONNEMENT

1. Région admise pour le fonctionnement en continu.

2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.
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-

Ptot

(W)
40
20

ty

P
P~

T
1
1

T
1
}Factou
du

Ic max
——

tiques (suite)
rmulilpuicateu

va/im

eris

”

NN

]

T — N~
T~ \~:\

(Q

CA
=0.2

d=0,5

Courbes caract

102
10 |9y

tp (o)

10-3

10-4

10-5

150 Tmb(C)

100

50

L NS ERC) NEL) mui) mul ]t ) auny
iR SR ua aay aal) s
\ !
T | !
\ ]
\ \
\
N N AN
N N N
S e e e O B N
(=]
COEE T -
. ®
50 &
QO
iy
I 7
.mdx
31 /]
289 /
838 o
// 2 3
” o .
1
A 4 K
\\\ ANY | §
x\\\\
1/ \ / .
7 17 o
y 4 I -
VA
) | w S8 .“- &
[=] [=] | N ) = e = .
< I = 0 % H \
9 S b -} I En M;_rﬂ_ L
~ o IRENE | ] |
o " o & o~ ' -

(M/2o) 24101SUDJ} anbiwiay) aduDbysisay

102

t(secondes)

104 103 102 0!

102

T4 4N a P! <
RENERANC) 5 :
5 iGA, ® x <
NS\ } © o
e L L
\
1 \
N
\
N
N \
\
\ ]
NN N
Ny
1
o9 o < ~
T T
T HH
T T
o HHH
@ L
P
-
"
i
|
I
T
! 1
T
H
it 1
1
T
o1
T
1
1
T
T
+
[ -
T
i 1 m u
hmx ] ) o

Vee(V)

Ig (&)
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Courbes caractéristiques (suite) GRESP 50x77-Page3/4

5 |
(A)]
1
H |
gl
‘ /|
il
1
1
H
P’ vee =2V [ 1]
Tj: 25°C
oty 10 100 g (mA)
Veg V)
100 T | T
_____ 1 it T
] e
| B 4 o
Il 150
80| 1 B |
1c-02a [ LI
Tj-25°C [T TT1M] T
100
60| Co [ T
= ] T L
I 50 - et
| T AT
L NS 1T
mEEE L] RN Ig: 2A
- j e 1] EENEEE . ’
] T HHHE 1
0l i 1 H TTT T 1 1
10* 102 10% 104 10° 10°® Rgg() ~100 -50 [ +50 +100 +150 Tj¢C)
h2te
Ve sat TITF T T T
W T T BESEEEEREEESNE!
15 4
- - 4 g
I
10¢ f
Vg - 2V 1 .
Tj: 25°C [ HEEE
1
[ 1 -+
50 al T
's 111
+HHHTi-25C
05
11
}
| ]
+
[ TITITT
001 01 1 I @) 0 2 4 6 8 1)
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e [ ni
()| 5 A -]
T 3 a8 . HHH
T
i i
T T T
ShRannEnsaunE: A 4
A . A
PO S0 (1
— B
¥ Tj:25°C! 1
! H Vee: 2V
=2
T 2 i) H
-
!
0 05 5 Vegsativ) o 05 15 Be)
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transistors de puissance

au silicium

PNP BDX 78

Les BDX 78 sont des transistors de puissance PNP, a base
épitaxiale en boitier plastique TO.220.

Avec leur complémentaire, BDX 77, ces transistors sont
destinés aux applications générales d’amplification linéaire
et de commutation.

Caractéristiques principales

VCBO - vt emee e e e max 80 V
A o] =l N max 80 V
IC e max 8 A
Ptot (Tmb <25°C) ... max 60 W
hpg(IC=2A;VCE=2V) ........... min 30

VCEsat{lc=3A;1Ig=03A) ........ max 1 V
fhfe Ic=0,3 A;VCg=3V) 25 kHz

BrOChage (Dimensions en mm).
Boitier T0.220.
t—'*b.—';A—A‘-D - 4.5 -
max max

35 max h
non atame 5.1
max
‘ U
sy 127
13 =0 |- miin
|
biif cif e, '
| [ T
[ -‘i < 09max > le 06
i
>" + e - - 24
2,54 254

T

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

101 =10 N max 80 \%
A 7o} {0 N max 80 \%
VEBO v vvvvevmiiiiann.. max 5 \Y
IC o max 8 A
ICM - oo max 12 A
ICS v max 25 A
Piot MTmp < 25°C) ... ....... max 60 W
Totg cvvrveeen —65a+ 150 °C
T max 150 °C
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RESISTANCE THERMIQUE
RENJ-MD +« v e eeee e 2,08°C/W
Rthjra  vrvrerreme e 65 °C/W
Caractéristiques
(Tj=25 °C sauf spécifications contraires)
ICEO (Vce=30V;lg=0) ....... 1 mA
ICBO (VCB=4OV;IE=O;Tj=150°C)max 1 mA
IEBO (Ve= 5V;lc=0) ....... max 5 mA
V(BR)CEO (Ic =0.2A;ig=0) . min 80 \
hEE (1) (Ic = 2A;Vgg=2V) .... min 30
VCEsat(Nllc =3 A;Ig=03A) .... max 1 \
Veek (1) (ic =3 A;
Ig : valeur pour laguelle
Ic =33AetVcg=2V) .. typ 1 \

VBe(1) (lc =3 A;Vcg=2V) .... max 16 V
fhfe (ic =03A;Vcg=3V) .... min 25 kHz
fr lg =03A;Vcg=3V;

f=1MHz) ............... min 3 MHz

(1) Mesuré sous les conditions d'impulsions avec tp = 300 us
et 3 = 2%.

Courbes caractéristiques
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AIRE DE FONCTIONNEMENT

1. Région admise pour le fonctionnement en continu.
2. Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.

153



y = - .
Courbes caractéristiques (suite) GREDD 50x 78 - Page 2/4
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Courbes caractéristiques (suite)
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Courbes caractéristiques (suite)

05

R.T.C.LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F — R.C. PARIS B 672 042 470

Réf. 3440—07-1 973. Composition Paris-Photocomposition Impression |. M.E. 25-Besancon
156




transistors de puissance
au silicium

NPN

BDX 91
BDX 93

BDX 95

INTRODUCTION

Les transistors de puissance NPN au silicium BDX 91, BDX 93 et BDX 95, sont des transistors a base épitaxiale

en boitier TO-3,

Avec leurs complémentaires les BDX 92, BDX94 et BDX96, ces transistors sont principalement destinés aux étages
de sortie d'amplificateurs a usage général et aux applications de commutation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BDX 91| BDX 93| BDX 95

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .........cccoovvvvnvuiiiicinnn. Vepo mox 60 80 100 Vv
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ........ccccocvvvvvviiinieiinn, EBO Max 5 5 5 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..........cccooevvvvvevveeeen.... CEOQ Mmax 60 80 100 V
e __—
Courant collecteur (CONtinU) ......c.ooveueeeiiiiieeeeeeeeee e lc max 8 A
Puissance totale dissipée jusqu'a Tmb=25°C ............................ Piot max 90 w
Température de JONCHON . ......cocouiiiieiiiiiiiiee e e cerree e e Ti max 200 °C
Gain en courant continu
|C=3A,‘VCE=2V .............................................................. hFE min 20
DONNEES MECANIQUES 863max
266 Mmax | "16
e R »r-“—‘ }

(Dimensions en mm)

Boitier TO-3

Collecteur relié au boitier

Accessoires fournis sur demande :
56201 D semelle de mica
56201 G canon isolant

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert)
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)
Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

Courants
Courant collecteur (continu)
Courant collecteur (créte)

Puissance dissipée
Puissance totale dissipée jusqu'a T p =25°C

Températures
Température de stockage
Température de jonction

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - fond de boftier

39 5max

301

BDX 91| BDX 93 | BDX 95

CEQ max 60 80 100 \Y

VEBO max 5 5 5 \Y
e —

lC max 8 A
ICM max 12 A
Pfo'r max 90 w
Ts'rg -65a+ 200 °C
Ti max 200 °C
Rin j-mb 1,94 °C/W

157



158

CARACTERISTIQUES (Tj = 25°C sauf indication contraire)

Tension de claquage collecteur-émetteur (1)

@ BDX 91/93/95 - Page 2/6

BDX 91] BDX 93

'C 100 MA e e e e s V(BR)CEO min
Courant résiduel collecteur-base
le =0; V~r = VCBO max I max
E CB CBO
|E=O,VCB:3OV,T]:200°CBDX9]
|E=0;VCB=4OV;T]'=200°C:BDX93 .................... ICBO max
le=0;V,Ap =50V ; T.=200°C: BDX 95
E CcB ]
Courant résiduel collecteur-émetteur
|B=0,‘VCE= 60 V : BDX 91
IBiOIVCEi 80 V: BDX 3 e lCEO max
IB—O,‘VCE— 100 V : BDX 95
Courant résiduel émetteur-base
|C=0;VEB=5V ...................................................................... lEBO max
Gain en courant continu (1)
ICi3A'VCEi2V .................................................................. hFE min
IC—SA;VCE—2V .................................................................. hFE min
Tension base-émetteur (1)
IC:3A'VCE=2V .................................................................. VBE max
Tension de saturation base-émetteur (1)
lc=3A; |B=0,3A .................................................................. VBEsat max
IC=5A;IB:] A e VBESQ? max
Tension de saturation collecteur-émetteur (1)
IC':"3A, |Bio,3A .................................................................. VCESGf max
|C—5A,'|B— 1 A e VCESOf max
Fréquence de transition
IC:]A'VCE:]OV’f:]MHZ ............................................ fT min
Gain en courant alternatif a f = 1 kHz
Ilc = 0,5A; Vcg = 10 Ve Ih¢e! min
Temps de commutation
|C=3A; IB] =-|82=0,3A,VCC:3OV ..............................
temps d'établissement ..........ccooiiiiiiiii e, ton max
tempPs de COUPUTE ....iiiiiiiiieieiiiiieeeeireeeeieiee e et ee e aee e enavaee s tofs max

(1) Mesuré en impulsions avec ty < 300 us et 5 <2 %.

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

VIM =55V
tl' = [f =15 ns
tp = 10 ps

T =500 ps

BDX 95

60

80

100

— e, —

Tor =74 90%
Ig
10%

0,1

2

—

90% \
10%)  t

le-t o>

te-tort

mA

mA

mA

mA

MHz

us
us
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COURBES CARACTERISTIQUES

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

| Région admise pour le fonctionnement en continu
Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

102
T < 25 °C
IC
(A)
— ™ |wn
D+OtD
K=
I 65=0,01 R
CMmax
10 N NN
~ AN AN t =
\\ ANEIR p
—ICmux \1\ \\ \\‘ 100 ps
AN N
\ N
: \E
\ 500 us
1 AVAY
A}
\
\
ims
\
\
\
\\1oms
10~1 ‘;‘c
(1) Courbe de F)'ro'r max €t Pcrii-i'e max

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température)
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

102
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T 103
Vce =2V
T;=25°%
Ptot max
(%)
hee
100 frtmg i}
typ
102 e
] SN
AN N
N 7] -
50 L
N
N
\ N
‘\
N
0 10
-2 -1 1 10
0 100 1 ooc) 200 10 10 Ic (A)
T T TT1T T T TT]TT T T T 71
Ic=05A+H1A—1—2A—T3ATL4LA 5A BA 7A BA Valeurs typ.
Iy 1 1 i — 0,
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N NN
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transistors de puissance
au silicium ?92

PNP BDX 94
BDX 96

INTRODUCTION
Les transistors de puissance PNP au silicium BDX 92, BDX 94 et BDX 96, sont des transistors a base épitaxiale
en boitier TO-3.

Avec leurs complémentaires les BDX91, BDX93 et BDX 95, ces transistors sont principalement destinés aux étages
de sortie d'amplificateurs a usage général et aux applications de commutation,

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BDX 92| BDX 94| BDX 96
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ..........ccoeeevvienieennnn.e. -Vepo max 60 80 100 \%
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ........ccocvevveiecnnennnn, -VERQ max 5 5 5 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..........ccccceeveeennnnn.. -VcgoQ max 60 80 100 \"

—™ N T,
Courant collecteur (Continu) woo.uieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2l max 8 A
Puissance totale dissipée jusqu'a Tmb=25 OC i, Piot max 90 w
Température de joNCHON .....cccceeieeiiiiieeciie e, T]- max 200 °C
Gain en courant continu

-|C=3A,'VCE=2V ........................................................ hFE min 20
DONNEES MECANIQUES 863max
16

(Dimensions en mm)

| _Ebgﬁ{—
.r_ _
Boitier TO-3 o
e o
!
Collecteur relié au boitier 0| Q N=
A
Accessoires fournis sur demande : l
5¢201 D semelle mica o :
5¢201 G canon isnlant ' 1 13 ‘
LI
VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
BDX 92| BDX 94| BDX 96
Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .........coeoeeeeeeeeeeeeeeeee, -Vcpo max 60 80 100 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .........cccoceeeeeeeeeeeeeeeeninnn, 'VCEO max 60 80 100 Y,
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ..........cccovviiiiiiiieeeiin... -VEBO Mmax 5 5 5 \
Courants —_— e —
Courant collecteur (continu) ........cccooooiviiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e, -Ic max 8 A
Courant collecteur (Créte) . .......coooiiiviiieieiieecee e -l max 12 A
Puissance dissipée
Puissance totale dissipée jusqu'a Tmb=25°C) ................................ Piot max 90 W
Températures
Température de StoCkage .....cocooeoeeeeeeeeeeeeee e Ts'rg —65a+ 200 °oC
Température de jonCHOoN .......cccooiiuiiiiiiiiieie e e Tj max 200 °C
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction - fond de boitier............cooiiiiiiiiice e th j-mb ],94 OC/W
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CARACTERISTIQUES (Tj = 25 °C sauf indication contraire)
BDX 92| BDX 94 | BDX 96

Tension de claquage collecteur-émetteur (1) |

‘e = T00 MA L oo 'V(BR)CEO min 60 80 l 100 \"
Courant résiduel collecteur-base T T T—

IE =0; “VEB = =VCBO MAX oottt 'ICBO max 0,1 mA
IE=0;-VCB=30V;Tj =200°C: BDX 92

|E=0;-VCB=40V;Tj=200°C:BDX94 .................... 'ICBO max 2 mA
IE=0;-VCB=50V;TJ-=200°C:BDX96

Courant résiduel collecteur-émetteur

|B=0;-VCE= 60 V : BDX 92
g = 0; 'VCE = 80V :iBDX 9 2 e 'ICEO max 1 mA
Courant résiduel émetteur-base
IC:'O,‘-VEB=5V .................................................................. -IEBO max 1 mA
Gain en courant continu (1)
-IC:3A;-VCE:2V .............................................................. hFE min 20
-ICZSA,'-VCE S 2 Y e e hFE min 10
Tension base-émetteur (1)
-|C =3 A ; -VCE =2 N e e -VBE max ],4 \"
Tension de saturation base-émetteur (1)
e i 3A;-Ig i 0,3 A e -VBEsat max 1,5 \Y;
-lC =5A M -IB =] A e -VBESOf max 2 \Y}
Tension de saturation collecteur-émetteur (1)
-ICiBAI -IBiO’BA .............................................................. -VCESGf max 0,8 \"}
-|C'—5A,"|B— 1 A e -VCESCIf max 1 \"
Frequence de transition
-IC=1A;-VCE=10V;f=]MHz ........................................ fT min 4 MHz
Gain en courant alternatif a f = 1 kHz
-|C =O,5 A H -VCE =10 Ve e e |hfe[ : min 40
Temps de commutation
-|C=3A,’~|B] =|B2=0,3A,‘ VCC=-30V
temps d'établissement .....cccccoiiiiiiniiiiiiiii e, ton max 1 us
tEMPS A& COUPUIE .eeviiimiiiiieieieiieteeeeettee e se e e e e toff max 2 us

(1) Mesuré en impulsions avec fp <300 us et 52 %.

TEMPS DE COMMUTATION

B 30%
VIM = 55V -Ig
t-=tf= 15ns 0 10% t
tp = 10 pus
T = 500 ps
0 ‘ 132 ——————————— -
Vim
¥ -1 / 90% \
0 10% t
le—t o0 4—!0"~J
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COURBES CARACTERISTIQUES

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

| Région admise pour le fonctionnement en continu
Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

102
Ty < 25 °C
_]c
(A)
o~ | F|©
me (<2}
51813
. 6=001 2|2
CMmax
10 - =
~ SN t,=
O A\ \\\\ 180—
—IC Hs
max ¥ \ AN
N
\ A
\ \
I 2 T
A
\\ \ Y500 us
, \\
A\
\
\
'\
1ms
A\
N
\\ 10 ms
- c;.c.
. 10 ~Veg (V) 10
(1) Courbe de Py ax ©t Perate max

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température)
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

102
Facteur multiplicateur de la tension de second claquage @ -I¢c ngx
MSB(”
6=0.01
10 0.02 ——
0,05 —
L N —
0,1 mau ‘\
| 0.2 B — “\\
e — \\b\
RN
|05 ™ ]
] N~
\
P— —
L = 8
1075 1074 1073 tp(s) 10-2
102 T
T Facteurmulﬁplicote?r du courant
6:0,01\ de second claquogeq-VCEO max
T~ 002
Msaiv) ~~\ \
~ N
T ~~.~_~_% \\
01 ™~
i \
——
N
0.z
e ———
N \
05 N
]
\>t=~_____
1 1
10-° 104 103 tpls) 102
3
Zth j-mb |
(°c/W) _"t”'« | 5-te
le—T— T
111 |
2 6=1 L1 I
ot musit
A
0,7 A — =
i T AT
I = P
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H 2 L7
<
1 Sai 0.2, 77
I s,
A
=" A 0,1
E— o 0,05
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— e
gt
0 I
10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 e 10
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transistors de puissance

au silicium

NPN

GR>

BDY 90
BDY 91
BDY 92

Transistors NPN au silicium, en boitier métallique,
utilisés dans les systémes de commutation rapide,
et notamment dans les convertisseurs de tension.

APPLICATIONS

: USAGE INDUSTRIEL
TELECOMMUNICATIONS

Caractéristiques principales

BDY 90 | BDY 91 | BDY 92
VRO - vt max 120 100 80 \%
Vg - o et max | 100 80 60 v
Lamt « @ o o e e max 15 15 15 A
Peoe (AT 0 = 75°C). it max 40 40 40 W
Ve ar (e = 10A I, = TA) oo max 15 15 1 v
t (e =5A 1= =13y =05A; V. =30V) ............... max 0,2 0,2 0,2 us
fr(fF=B6MHZ 1. =05A Ve, =5V).. ..o, typ 70 70 70 MHz
Brochage Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)
%mdl 15
o |BDY90|BDY91IBDY92|
%S Vigo oo max| 120 | 100 80 |V
Vg (Veg =1,5V) max| 120 | 100 80 |V
8 Viego - vverooe e max 100 80 60 \%
30 2 Vego - vrvooe e max 6 6 6 V
& e o max 10 A
ICM ........................ max 15 A
Y by e max 2 A
. [' L« oo max 3 A
[ 13 — e max 11 A
n g max 15 A
Boitier JEDEC TO.3 Piot Tep =78°C) .o max 40 W
Accessoire 56201D Tstg ........................ —65a+175°C
56201G T max 175 °C
Collecteur relié au boitier R Cmb srorrre e 2,5 °C/W
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Caractéristiques (T, = 25 °C)

GRS 0¥ 0/91/92 - Page 2/6

leex (Veg =15 ViVee = Vegy nai Too = 150°C) oo max 3 mA
Veesar e =8 A g =05A) oo max 0,5 V
Veesar e =5 A g =05 A) ... max 1,2 V
l BDY 90| BDY 91 | BDY 92,
Veesar e = 10A Ig = TA) .o max | 1,5 ’ 15 ‘ 1 ‘ v
Veesae Uc =T0A g =TA) .. max 1,5 1,5 1.5 v
hee (e = TAI Ve =2V) oo min 35
(min 30
hee (e =B A Ve =BV) o {max120
hee (e =T10A Ve =5V) Lo min 20
fr(F=8MHz I, =05 A Ve =5V) ..o typ 70 MHz
ton Ie =8 A g =—1gu=05A V. =30V) ... max 0,35 ps
LU =B A g =—lgu =05A V. =30V) ... max 1,3 ps
b U =8 Al =—lgy=08A Ve =30V) ... max 0,2 ps
Montage de mesure Impulsion d’entrée
Is F——1
] t
I
“IgMp——+—-———
I
I

Vep=-6V

t,< 50 ns
t, < 50 ns

Impulsion de sortie

I |
—lton :<— —1 toff le—
l |
—'Itditr;*- "":tsftfl‘—

|

————Fr

durée de I'impulsion tp = 20 ps

rapport cyclique 6 = 0,02
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T 102 ¢ — T
T L 1 1
Courbes caractéristiques k T 75°C Toover ]
g = S
Tnp:75°C 480YS0 I
(A) rapport cyclique ;5-0.1
Ic I I~
max r
(A) rapport cyclique ;s:0,1 I Ll tp=0,01ms
»x——— A 10 - 1 - “’02
CM max '\ -ICmax Ny AAVAVAWY 8’05
- NN AN = 1
vy S E e 00y ANRV WIS = )
F Lcmax SO - 5 0,05 \Q ﬁ - ?:5
N \ \ - g"z 1H—2
MW ERNINTIN 255 N\
NWINRN NS 1 T
== T
R AL R
1 A V'Y X
_J:;_/zo \‘\ \\\ \\\)
I A \\Y
1 \ \AN
AN \“ AV \ \\
\\N
AN \ \ N
x@\ Ic \
N (mA) 1
4
Ic \ 107
(mA)
ot ! \ 2
-1 m
10
2 m OAO 60 80
VCE(V)
%86 700 120
Vee (V)
107
1 10 102 Veelv)
102 _ . Aire de fonctionnement
V) P ., .
! 0 10 Vee! (régions | et Il polarisées en direct)
2 . . .
wi T -‘o T J1" T I - région de fonctionnement en courant continu
T.°75C 180Y91 Il - région de fonctionnement en impulsions récurrentes
Il - région de fonctionnement en impulsions récurrentes
L avec —V . > 15V
2
(A) rapport cyclique ;s-0.1 0% A y 4 —
'Im‘r p LA ﬁl L {1 1T
\ < Ve =Veexmanx
|o | []1U+t,-001ms ]
0 o= 008 Teex [ ~Vee=15V /
O d (HA)
SNV O\ 02 /
ARRAY ST o - /
A\ S (1
) r
— \ A2 typ
= 10
.~/1° y 4
20
1 1
1 — /
WAL LI A
NV
\ /
\
Ic N /
(mA) I \ 1
107 Lr \
/
2 o /
%6 80 100
Vee (V)
10"
102 . .
' 10 102 Vee(¥) 0 100 T;j(°C) 200
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10%g THr— T3
Zth j-mb HH
(°ciw) a T
’li"_-?*! 5t i
10 T
6=
0,75 =
0,5 i —
1 p— pt=r 0,33=—
0,22
£0,1
s%;
===t
<001
” |
1010'2 107 1 10 102 103 tp(ms) 10°
100
+ T
hee T =25°C[ ]
75 T ™
\
typ N
50
\\
25
0 - 2
o1 1 10 Ic (A) 10
3
K i e e 150
valeurs typiques
Veg=5V f; Veg=5V
Ts (MHz) f=5MHz
o
(mA) T,=25"C
I.=10A
2 100
- N
/7
~
_—
10 1A 50 //
prmm——
0,5A
1 0
0 100 T; (°C) 200 0’1 1 Ic (A) 10
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075 0,6
oy ’
Tj=25°C |Ivaleurs typiques|
VcEsat -I£=10 ] Ve sar .I_E =10 7
(v) = (V) Ig
] d
P
’
L~
5A
>~
0,25 0,2
1A —
el
a,.J!f " 0.5A
0 i‘- 0 HEN!
o
10- ) Ic (A) 10 O 100 T, (°C) 200
15 '\
TP v va;eurs typiques
VBEsat k =10 |17 ot = =10
(V) Is W a
EREI
Tt~ — IC=10A
/ 1
1 A
- —
ey S5A
typ_t— 3 -
/"”*’ . N
Py
05 = 5
05 0.5A
0
0 0 100 T; (°C) 200

107! 1 Ic (A) 10
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transistors de puissance
haute tension - au silicium

NPN

BDY 93
BDY 94

Transistors de puissance, haute tension NPN, au silicium, *
en boitier TO.3. Ces transistors sont principalement utilisés
dans les convertisseurs, les onduleurs, les régulateurs par

commutation et les commandes de moteur.

Caractéristiques principales
BDY 93 94
Vcesm (VBE=O0).. ... max 750 750
VCEOQ -+ vveeeeen.. max 350 300
ICM - o max 6 6
PIOI (Tmb é 50 OC) . max 30 30
VCEsatllc=25A;
Ig=0,5A)... max 1.5 1.5
tf (Vcec=1.25V;
Ic=25A,
Ig1=-1g2=05A) typ 0.4 0,5
Bl’OChage (Dimensions en mm)
9.5max
266 ™ 315
st
L
0 bl =]
& & i:ri
L
(1 1 [
« N

Collecteur relié au boitier
Accessoire : 56339
56352

boitier TO.3

Valeurs a ne pas dépasser

(Limites absolues)

BDY 93 | 94

Vcesm (VBE=0) ........... max 750 | 750 V
VCEXM (-VBE=15V) . ....... max 750 | 750 V
VCEQ v vvrrrmeeeeeen max 350 | 300 V
I max 4 A
ICM - e max 7 A
IBe e max 2 A
IBM oo max 2 A
AB(AV) v -« oo max 100 mA
—ABM - max 3 A
Piot (Tmp<50°C)y .......... max 30 W
TGtg e o v e —65a+ 125 °C
L max 125 oC

RESISTANCES THERMIQUES

Rthjombe e v
Rth mb-h (avec rondelles

de micaetdeplomb). . ... ... ... ... ...
Rth mb-h (avec rondelle
de plomb)

2,5 °C/W
0,75 °C/W
0,5 °C/wW

Caractéristiques (TJ- = 25° Q)

BDY 93 94
IcCES (VCESM =600V;Vgg=0) max 0,5 mA
ICES (VCESM=750V;VBg=0) max0,5 mA
Ices (VCESM =600 V; Vgg = 0;

Tj=125°C)  ............ max 2 mA
ICeES (VCESM=750V:Vgg=0;

Tj=125°C) ... ... ... ... max 2 mA
IEBO(VEB=6V;Ic=0)....... max 5 | 5 mA
hee (VCE=5Vilc=1A)..... J I

60 |80
hFe (VCE=5V:Ic=3A) .min 5 5
VCEsat(lc=1A;Ig=0.1A). ... max 1 1 Y,
VCEsat{lc=25A;1Ig=05A). . max 1,5/ 156 V
VBEsat{lc=25A;Ig=05A).. max 15| 1.5 V
VCEOsust
(Ic=100mA,Ig=0,L=25mH) min 350 250 V

Mesure de VCEQ sust @ l'oscilloscope
+50V

Circuit de mesure de VCEQ sust

~

30-60Hz Y T [30:0:“ n
;,

Ce(VeB=10V;Ig=1lg=0:af=1MHz). ..
Ce(VER=2V:lc=1=0;af=1MHz). ..
fT(Vce=10V;Ic=02A;af=1MHz). ...

hor.

100-2000

oscilloscope

vert.

typ 85 pF
typ 1,4 nF
typ 8 MHz
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Temps de commutation
(Vcc=125Vic=25A;
Ig1=-1g2 =0,5A)

BDY 93 BDY 94
typ 0,25 0,25
max 0,5 0,5
typ 2 2
max 3 3,5
typ 0,4 0,5
max 0,6 1,0
max 1,2 2,0

103
Ie Tmb < 50 °C
(A)
2 BDY93
10 SE%EEE
T HH—
1 Ill! HH{

=SS

10 {1 LLLY L ‘p=EEEE$
CM max 3 Z4psf
+—+ T
I max - 0-94ms
AN B
\ 0.05
1 @:: =
0T X 8 08 o —
easnis O
| E—— \MVAY f
NS 0.1
[+ second 3 !
10"} ===claquage 13.:1 - :
== SESHLN 05
T NI

1 '

T

1
REN !
H
|

1073

4
|

v

1 10

- Région admise pour le fonctionnement en continu,

- Extension permise pour le fonctionnement en

impulsions.

- Aire de fonctionnement permise avec tp < 0,6 us,

etRBe< 100 Q,

- Aire de fonctionnement en impulsions récurrentes avec

VBES Oettp < 2ms.

102

(régions | et Il polarisées en direct)

103 Vcg (V) 104

103 =
T b < 50 °C
Ic
(A) JIl|
|
1Cmax N Fr
I\ =005
1 % S5 3|
H— =
T X 0T
Nt 1 AV
HH— AR SS8RjL
0.2
second N\ | Ill
10-1 claquage HH 0.
= i
A
2
il
1 N
10°2 ===z
1
11
i
11
10°3 ”
1 10 102 103 Veg (V) 104

- Région admise pour le fonctionnement en continu,

Courbes caractéristiques

Aires de fonctionnement
(régions |, Il et Ill polarisées en direct)

- Extension permise pour le fonctionnement en

impulsions

VBe< Oettp <2 ms.

Il - Aire de fonctionnement en impulsions récurrentes avec

GRESP 50 93/94-Page2/4

0 to +6V
Q

Vee =125V

son

oscilloscope
Vo

Trasistor
en mesure
LT ‘
T=1ms
tp=20ps
Ig
Igi- .
Impulsion
d’entrée
[
Temps
e[~
Vo
125v
Impulsion
de sortie
Temps
Facteur multiplicateur du second claquage a VCEQmax BDY93

Msp(v)

102

11

. —~——
i S
_0'21 NN
<
0.33 iy
0.5 Sii
075
1 T
1072 107! 1 10 tp(ms) 102

Facteur multiplicateur du second claquage a VCEQmax

BDY9%4

Msp(v)

10 tp (ms) 102
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10

Facteur multiplicateur du second claquage a lcmax | |
Mg VCEsat \ | valeurs |
B(T) ™ \ maximales | |\ |
Tj=25°C || k[c=5AA
7.5 l Y
== \ i
P \ \ \\ - ‘
H
_«L | \AA \
| <
| \
\ \
3A
T A\
—1 H 2.5 3
’ | _ N\
2A
f | ] N N T
! 1A] ] ~ -
v ™ + 1 1
10-2 10-1 1 10 tp (ms) 102 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 Ig(A) 1.5
102 10
AR
Zth(j-mb) v LT |
(°c/w) CEsat [ | Valears typiques
% P—_J h %) B -1V -1
T b= i SREEEERN Ty=25°C -
10 =1+ — 7.5
S8E ! \ \ I
- S 804 e 0 8 8 EmER N HRE
=1.0. } ] \ _4_\ lc=5A ]
575 — \ ]
1 0.5+ i+t —c B \
BRSNS i B Y
— e 1
— H 1 T [ \ \
H 4A
] i | \ \
g | HH— —4— {4 . - — 4
10-1 B e S 25 A [ ]
7 8 H —1 — - r4 A
— { .4 H . S w\
B { -1 T 2A N 4—— 4 — P 4
Smahinm AN ety =
10° LU 0 =t ==
10-2 10-1 1 10 102 103 ¢ (ms) 104 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1g(A) 1.5
15 T T 11 0a T T TTT T T — ]
%%ul 1 JFI ! 11 S =5ATC
) 'L ___,J'_ I s Vg - tov i —ﬁ
T T, =25 °C - 1 :
(MHz) L‘***fi :_j’]_’r - ] . 2A | 3A
= ’f ) S o - VBEsat
10 t . - ’
RS E S b4 [ S S V)
— i =
) RN N g — )
I S N = . et ) . + 0.73[
— T _
——F TN -+
— T TS T 1
- BN E ‘ BEE
EE - e 0.5
‘l — 1 [ —— T -
1 i 1 T11
|
0 L 1 1 1 ] 1
1072 1071 1 Ic (A) 10 - I f
0.25 R
- valeurs typiques
-t 4 T,=25°C
|
T
0 |
0 0.5 1 Ig(A) L5

177
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102 T 1 T T T T 1
E BDY93;Vcg =750V
Icgs  BDY94; VCg =750V
A) 7] BDY95; Vo =600V
©A) VpE =0V
10 /
y 4
7 typ
/|
/!
1 ,/
1071
0 50 100 Tj(°C) 150
100 I [ T I Jseoves
valeurs typiques
bFE
75
—— VCE=5‘V:Tj=125°C
—— B
50 N
VCE=1V:Tj=125 K
\\
— — N
25 [VCg=5V:Tj=25°C - N R
S
Veg=1V;T;=259C
| |
0 LTI
10-1 1 lc® 10
100 [ ] [ Jepvyos
1T [ [ |8pvss
hFE valeurs typiques
75 — VCE=5V:Tj=125°C 1 1T]
Vg =1V:Tj=125 °C \L
50 } =y \
m——a B \\\
-5V T:=250
VCE SV,T] 25 °C 2 \\
2 RN
ANSRN
Veg=1V:iTj=25 °C—>
a1 I D
JEEE [
10-1 1

Ic (A) 10

>

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE/TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
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COGECO
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transistors de puissance GRg=P

haute tension - au silicium
NPN BDY 96
BDY 97

INTRODUCTION

Transistors de puissance NPN haute tension, en boitier TO-3, utilisés dans les convertisseurs, les onduleurs, les
commandes de moteurs et les alimentations a découpage fonctionnant sur le secteur 220 volts.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BDY 96 | BDY 97
Tension collecteur-émetteur (VgE = 0) ..o VCESM max 750 750 VvV
Tension collecteur-émetteur (R = 100 Q) e \ max 450 400 \Y
BE CER
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ........coouvueeeeeieiiiiniieeieeaeaannn. VCEO max 350 300 \Y
Courant collecteur (CONtINUY oot eeeeaeaeas C max 10 10 A
Courant collecteur (Crete) . .oooiuuurueeiieeieiieeiee e lem max 15 15 A
Puissance totale dissipée jusqu'a Tmb =0009C i Ptof max 40 40 w
Tension de saturation collecteur-émetteur )
|C=5A;|B=1A .......................................................................... VCE501< 1,5 1,5 V
Temps de décroissance
|C=5A;IB]=1A;-|82=2A .................................................... te typ 0,3 0,4 us
asmuK
DONNEES MECANIQUES - " 15
(Dimensions en mm )
AN | o5
Boitier TO-3 < |o l x i
NS .
a° D@ ] ;
| ‘ f
, € $ b =
Collecteur relié au boitier ’ - 5
109 . N
Accessoires : 56339 - 56352
VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues) DY 96 | BOY 97
Tensions
Tension collecteur-émetteur crete (VBE = 0) e VCESM max 750 750 \
Tension collecteur-émetteur (RBE = 100 Q) el VCER max 450 400 \Y
Tension collecteur-émetteur((base ouverte) .....cooeeeviiiiieiiiiiiiiiiiiieiiieee. VCEO max 350 300 \%
Courants —
Courant collecteur (CONtINU)  ovrei i IC max 10 A
Courant collecteur (créte ; tp\< T S et e as ICM max 15 A
Courant base (CONTINU) coviiiiiiiii e g max 4 A
Courant base (crete ; < LI 1 -3 PSSP I'am max 6 A
Courant base inverse (continu ou moyen sur une période de 20 ms) ............ -l B(AY) max 100 mA
Courant base inverse (créte) au blocage ...ccoeeeieiiiiiiiiiiiiiiiie e, -lBM max 6 A
Puissance dissipee
Puissance totale dissipée jusqu'a T ) =90 °C oo Piot max 40 W
Températures .
Température de Stockage ..ooooiiiiiiiiiiiiiiiiii e Ts'fg -65a+ 150 °C
Température de JONCHION «ovvieiei ittt e e e e ee e Tj max 150 °C
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RESISTANCE THERMIQUE

Jonction - fond de boitier .............ocoooiiiiiiceeeeee e Rin jmb = 1,5 °C/W
CARACTERISTIQUES
Courant résiduel collecteur-émetteur (1)
VCE f750 ‘" VBE :—: 0. R ICES max 0,5 mA
VCE =750 V,‘ VBE =0 H T] S 1250C e ICES max 2 mA
Gain en courant continu
|C:2A,VCE=5V .................................................................................. hFE typ 30
BDY 96 | BDY 97
Tension de claquage émetteur-base
IC =0;|E:5mA ...................................................................................... V(BR)EBOmm 6 6 v
Tensions de saturation
|C:5A;|B:] A et aaa e aaaaas VCEso'r max 1,5 ],5 \
BE sat Max 1,4 1,4 \'%
|C=8A;|B=2,5A .................................................................................. VCE sqt Max 3 3 \
BE sat Max 2 2 \
Tensions de maintien collecteur-emetteur
lc= 100 mA ; IBZO, L= 25mH .ot VCEOsust MiN 350 300 \'%
lc = 100 mA ; Rgg = 100 Q; L =5mH oo VCERsustminASO 400 \%
Fréquence de transition a f = 1 MHz
lC = 0,2 A; VCE T 00 Ve e e e aeaaaas fT typ 10 10 MHz
Temps de commutation
ICZSA, IB] :]A,-|B2:2A,VCC=25OV
Temps d'établissement .......ccooeciiiiiiiiiiiiiiiiiiec e ton typ 0,35 0,35 us
max 0,5 0,5 us
Retard 4 1a déCroi SSAMCE .uuvnieriiriiriieeeeeeeeeiieittteeeeeeeeessrerteeeeeeseeneneaeeeas tg typ 2,5 3,0 us
max 3,0 3,5 us
Temps de dECroiSSANCE .......ccccieiiiiiiiieiiieiiee et s ee e t typ 0,3 0,4 us
Temps de décroissance (T | = 95 0 C) e te max 1,0 1,3  us

(1) Mesuré avec une tension sinusoidale redressée (traceur de courbe) ; base en court-circuit par rapport a |I'émetteur
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oscillogramme des tensions de maintien

min  min Ve (V)
Veeosust VeERsust

circuit de mesure de VCEQ sust circuit de mesure de VCER sust

5oV +50V
100-2000 100-2000
L
hor.

hor.

1000

. oscilloscope
oscilloscope P

[& l—&! 2000 ————— vert.
———— vert.
+
~

3000 10 30-60Hz T 0

+25V

80226 ﬂ
120 E:aeo
ol T WF 50Q
+E_L_..mo Vee
‘ r—T_’] 470 ot uF 250V
vm— . UT.
«JUL 7
tp
V.

e |
: 39| | *Leso

=N
won
3%
N O
=
ER
(o]
(=]
N
N
~
=]
——
T
:

Iy tr<30ns
90 ':‘_xi‘ p————————— Y
ig (%) N
10 p===

Ia2
100
90

ic
(%)
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COURBES CARACTERISTIQUES

@ BDX 96/97 - Page 4/6

AIRES DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE avec le transistor polarisé en direct (régions | et II)

[ Région admise pour le fonctionnement en continu

I

Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

III Aire de fonctionnement permise pendant |'établissement avec ty < 0,3 us et Rgg < 100 @

IV Aire de fonctionnement en impulsions répétitives avec Vgp <0 et < 2ms
10— r T 10° T :
+ —1 BDY96 T BDY97
1 T T T T
IC i1 i | 1
(A) Tmp <90 °C (A?) Tmp < 90 °C
2
10 = 10 L
— —
'_ICMmux 6:9’01 L '_ICMqu 6:9,01 T
10 bt NN u 10 |t NN .
:IC"'"JX NS, N tp= ;lCr:'\uxl ‘\ ‘\ N \\Y N tp_
——+ AN Y o 20ps T - NN 20ps
— Ptot ]rnox A\VAN AN T WA\ \
\ ‘ _Ptot max AY \ S0
\ 50 \\ \ P
II
1 \‘i oy i — 8 ! s 1 \‘\ N w—LY ‘\17I \ o
00 2 i HE 200
[ \L\ R e 200 courant 1 \Y\ ! —}—
] courant - \ | continu \ = 500
continu \ [T500 N Htims
- N 1ms N
107! AN £ 2 107 ~\“‘\ ‘E:g
\‘\ AN :I" Ut 5 \‘\ \\ :,_4: 10
NIEIT 30 A\Y [rcc
T e ‘
. H
102 1072 !
— pug I
o
10-3 3 — 3 “ 1073 AIIE
1 10 10 10 10 1 10 102 103 104
Ve (V) Vee (V)
r 10? TETAR 7
e LT TT g -
r- ——
100 Zyn j-mb
(°Crw) -_ — |l
Piot max —} o tp e ; 5:32 N
(O/o) ‘ 10 - T > T
75 \ }
6:1 = "H’L
\ 0.75
1 1 —H 0.5 = =i
50 0.33 i i
SRR i Eesil
0.1 T 4+
\ 1 - 0.05 “____/4/
10 T i
25 0.02 334 H
l . _»f;
Ll L4
\ == “,r/50.01 FT T
i
| gl
% ) 00 150 107 =
-3 —2 -1 2 3
T (°C) 10 10 10 1 10 10° tp(ms) 10

(1) Limites de second claquage (indépendantes de la température)
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Facteur muluplicateur de la tension de second claquage 8 Ic max ! T
Mgg(1)
102 e L [6=001__| | L
= T —
0,02 +H
— N
\.,N \
0,05 il NN\
Il N
10 0,1 \\ N
T i - — 1 B —
T S ——
02— S
N NR- 11
0,33 atihhN
=R
T~
Tt N SN
0,75 \:::EE§
1 [ ——
1076 1075 10-4 10-3 tp (s) 1072
Facteur multiplicateur du courant de second claquage 3 Vg max BDY96
Mgg(v)
102 — .
5 =0,01]<, ] IS 10 0 0 N S
—+ 4444
P H
0,02 P— er
T ]
0,05 \\N ||
. ..1_.‘_\\ \=\
0,1 B
10 i - N — T H
S S T — N S R 1]
0.2 FTH 1 RS - 4
T N 1
0,33 I ““:\a
0.5 —~ L T~
B — M -
1 .
0.75 R =l
—
. T =
1076 1075 1074 1073 () 1072
Facteur multiplicateur du courant de second claquage a Vg max "-" — BDY97
T
Mgp(v) !
1] ] L4
! [
| | ‘;
[
102 + . e oY
—<£ 1 176=0,00 117171 — I — s
—4 i —r—-,.—-»—
T : B
| [
0,02 Tt Pt
’ NN Vo
0,05 Ry S O I
1\ | i [
’\1'*4-4*\‘ [ ! : | !
0,) L Ly
10 ——— o e T T
S N AR 5 54 S— !
0,2—t ~— i
T T
T 11033 RN R AR R
0.5 — I |
L1 \\Q\ T"{_—H'
‘ 0.75 '\\;%'
. ;
1070 1075 1674 1073ty (s) 1072
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COURBES CARACTERISTIQUES (svuite)
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1
0 | “ 15
\
A
T,=25 % Y
ji= BEsat I.=8A ==
\ \ = max. v) =4
Veesat 1 \ — typ. = A
v [N ) A
1\ \ 1
Ic=8A 1y
5 5A \ X
\
\ \
; X
i os
\ \ ’
A
N
\‘ \
\| >
\ Y " 1 valeurs typiques
\ N, *» 1 T1y=250C
N N S ]
S TTTTITTT
0 - 0 LITTTTTT .
0 2 4 Ig (A) 6 0 2 Ig (A)
102 T 17
| I I |
\% E = SOV (1]
™ Valeurs typiques T] =25°C ’_T“
hFE ——r/
10 |
i
|
|
1
1072 10! 1 Ic (A) 10
SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS
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transistors de puissance GRg=P

au silicium BF 457

NPN BF 458
BF 459

INTRODUCTION

Les transistors NPN au silicium BF 457 a 459 en boitier plastique TO-126 sont destinés aux étages de sortie vidéo
des récepteurs de télévision noir et blanc et couleur.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BF 457 | BF 458 | BF 459
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) .......oooviieiiiiiiiiai, VCBO max 160 I 250 | 300 \Y
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .. ....ooovvveeeevveeeiiiiiiniiin, VCEO max 160 250 300 \
~— e —~————
Courant collecteur créte .........ocoooovieeeiieeeeeeeeeeee e, lcm mox 300 mA
Puissance totale dissipée (jusqu'a Tmb=90°C) ........................ Piot max 6 w
Température de JONCHON ........ocociiiiiiei et Tj max 150 °C
Gain en courant continu a T = 25°C;
|C = 30 mA M VCE = ]0 N e hFE min 26
Fréquence de transition
|C =15mA ; VCE S A0V e fT typ 90 MHz
Capacité de réaction a f = 1 MHz
|E=0,‘VCB=30V .............................................................. Ce < 3,5 pF
DONNEES MECANIQUES - g
(Dimensions en mm) ot
N L o .
Boitier TO-126 | =
3 lle MO
Collecteur relié au boitier o~ ‘ ;
|| I
Accessoires : i g
56333 pour montage isolé . el clibll ¢
o5 osem=r|, |, 1220

56326 pour montage non isolé

VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues)
BF 457 | BF 458 | BF 459

Tensions

Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ........cccceeveeeeeeieeeeveeeeeneeeeenen. VCBO max 160 250 300 \"
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ......ccoovveveeeeeeeeeeieeeeeeeenennns VcEo max 160 250 300 \%
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) .......ccooovvviiiiiieeieeeeaeeenn. VEBO max 5 5 5 VvV
Courants e ——
Courant collecteur (Continu) ......cooovueiiiiiiiiiieceeeee e |C max 100 mA
Courant collecteur (Crete) ....iooeeeeeeeeieeeee et e e s e e lcM  max 300 mA
Courant base (CONTINU) ....uieiiiiiiiiiiieieiiiee e e et eeerareee e g max 50 mA
Puissance

Puissance totale dissipée (jusqu'a T ) =90 °C) oot Piot max 6 w
Temperatures

Température de Stockage .......ccoeeeviiiiiiiiiiiniiiiiiiiieiee et Tsig -554+150 °C
Température de JONCHON ........cciiiiiiiiiiiiiieiee ittt e Tj max 150 °C
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RESISTANCES THERMIQUES

Jonction = air ambiant e e Rih i-a 104 °C/W
Jonction - fond de boitier .. .....coocuiiiiiiee e s Rih j-mb 10 °C/W

CARACTERISTIQUES (Tj = 25°C sauf indication contraire)

Courant résiduel collecteur-base

lg =0, Vcg = 100 V : BF 457

lg=0; Vcg =200V : BF 458 } .............................................................. lceo max 50 nA
lg =0;Vcg =250V : BF 459

Courant résiduel émetteur-base

Lo =0 VER T 3V e lEBO max 50 nA
Tension de saturation collecteur-émetteur

IC=30 mA ; |B=6mA .................................................................................. VCEscf max 1 Y,
Gain en courant continu

lc=30mA; VEE T 10V e hEE min 26

Fréquence de transition a f = 100 MHz

le=15mA S VeE S 10V e fr typ 90 MHz
Tension de coude collecteur-émetteur

haute fréquence @ T; = 150 ®C ...oooviviiiiiiiiiiieiceecceeeeece e, Vcek typ 15 \%

)

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension collecteur-émetteur pourlaquelle le gain en petits
signaux est égal a 0,8 fois le gain a Vg = 50 V.,
Une réduction plus importante de la tension collecteur-émetteur entrafne un accroissement rapide de la distorsion du

signal,

Capacite de réaction a f = 1 MHz

TE =05 VEB T 30V ettt e Cre max 3,5 pF
Capacite de sortie a f = 1 MHz
TE =05 VER T30V e Coe max 4,5 pF

COURBES CARACTERISTIQUES

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

T T T T85=001 T T]] FTTTT
BN AL o B
I T f < %P 1 Tmb < 90 °C
(mA) eniTp- Isions ré é-ixives\T S psHt— -1
< ) 10
102 Icmax (1) LIEF \‘ 20
[ | — 1 T X »
T - N3 30 B S 5
L qfonciion—+ A } ]
nement en 50 1 7
régime continu A !
N 100
2) |
r— Y200
N 500
10 ettt +icC ——1 -
p— S — . o
T AT M T
SA R W A 1
- N -+
[£9) <9 <
o o o
) ;
1 10 10° 100 v, ) 10t
CE
(1) Courbe de Ptof max ¢ Pcrate max

(2) Limites de second claquage (indépendantes de la temparntire)
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2
10 =
Facteurmultiplicateurde latension de second claquage a | ~ max
IEREN
Msg(1)
- - 444
§ =0,01
oI
X T0,
SXFo. 1
N
0,2 \:\ AL
0,33 RN
: N
—— TN
0,5 ST
0,75 T
Lo T ——
10 102 10° tp@s) 10#
102
Facteur multiplicateur du courant de second claquagea Vceo Mmax
+ = —r—*‘-
Mgg (v)
§ = 0,01 |
- 0,02 |
70,05 |
0,1
10
=SS ARN mEeuss
NN
0,2 N
™~ N
0,33 1
R TR
L_05 B
1]
0,75 §$§
1 =
1 1,0 =
10 10° 10° tpbs) 10*
I . |
Zthj-mb [~ 17 _'1‘”“
(°C/W) ’ll“-_-] T
T b
10 . 10} S I _
o EH = SeEEl
L+ 11
mu ] ~
AT
L
B8y
l —+ -4 H S S— = — -ea
-~ 0,05 S — FHH
0,02
0,01
S {) {44
-1 Pl
10
1 10 102 103 [p(ps) 104
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

104 1 )| i 1 1 1 1 )| 1 1 1
1T T 1 1 { 1 1 T T 1
'—J

L H BF457 BF458 BF459 100

CBO [1Vcp=100V 200V 250V [/
(@A) I =0 // Ptot max \

/
/ (%) \
103 ,/ 75 \
\
y4
y
7
/,/max \
/, 50
\
102 /
V4
25 \
\
10 0
0 50 100 T; °C 150 0 50 100 Tmb °C 150

G>

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470

Réf. 4539-11/77
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transistor de puissance
au silicium
NPN

>

BF 469

INTRODUCTION

Transistor NPN en boitier plastique TO-126, utilisé en classe B dans les étages vidéo de sortie des récepteurs de
télévision couleur.

Le complémentaire PNP est le BF 470.

56333 pour montage isolé

Température de JONCHON .oceuiiiiiieiiiee et e

(1) Transistor monté sur circuit imprimé avec :

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tension collecteur-base ............ccoiiiiiiiiiiiiiiee e Vego  max 250 \%
Tension collecteur-émetteur ..............coooiiiiiiiiiiiiee e Vceo max 250 \
Courant collecteur .......oooiiiiiiie e lcm max 100 mA
Puissance totale dissipée (T} jusqu'a 114°C) ..o, Piot max 1,8 w
Température de JONCHON ... ....cciiiiiiiiii e e e Tj max 150 °C
Gain en courant (Tj =25°C; 1c=25mA; Vep=20V) L hEE min 50
Fréquence de transition (-Ig = 10 mA ; Veg =10 V) . fr min 60 MHz
Capacité réactive a f = 0,5 MHz (|E =0; Ve = 30V) Cre max 1,8 pF
DONNEES MECANIQUES
(Dimensions en mm)
|
ot
iy
Boitier TO-126 g
L
Collecteur relié a la partie métallique
de la surface du boitier .
E
Accessoires : )
56326 pour montage non isolé I |
229

VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)

Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert) ...........ccccooeiiiimicicciiiiiceiennes Vceo
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ...........cccccooviiiceciiciicninnnans CEO
Tension émetteur-base (collecteur ouvert) ..., EBO
Courants
Courant collecteur (CONtINU) ......coiiiuiiiee ettt lc
Courant collecteur (valeur créte) ... .....ocoviiiiieciiiiiie e lcM
Puissance

. o _ 0
Puissance totale dissipée (T | = 114 °C) (1) .ot Piot
Tempeératures
Température de stockage ......cccouiiiiiiiiiiiiiiiiii Tsi‘g

max 250
max 250
max 5
max 30
max 100

max 1,8
-65a+ 150
150

longueur maximale des conducteurs : 4 mm

surface de cuivre min 10 X 10 mm pour le collecteur

<<<

mA
mA

°C
°C
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BF 469 - Page 2/2
RESISTANCES THERMIQUES

Jonction - fond de boTHer .........ccciiiieiiiiiiiiceeeee e Rih j-mb 20 °C/W
Jonction - air ambiant (1) ..o Rih i-a 100 °C/W
CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur-base

IE =0 ; VCE = 200 N ettt ettt aeeretaeaetaeeeeaaananas ICBO max ]0 nA
Courant residuel collecteur-emetteur

RBE =10 kQ ; -VCE =200V; T] =150 OC e |CER max 10 pA
Courant résiduel émetteur-base

|C:0}VEB=5V .......................................................................................... lEBO max 10 pA
Gain en courant continu

IC:25 mA; VcE 20 Ve e e e hFE min 50

Tension de coude haute frequence (Tj =150°C)

IC D M A e e ———aaaaeaaea e e aaraaaeaneennaas VCEK typ 20 \

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension collecteur-émetteur pour laquelle le gain mesuré
en circuit pratique tombe a 80 % du gain a Vg = 50 V.

Pour une tension collecteur-émetteur plus faible, il en résultera un accroissement rapide de la distorsion du signal.

Fréquence de transition

'IE: ]O ITIA,' VCB= ]OV ................................................................................ fT min 60 MHZ
Capacité de réaction (f = 0,5 MHz)

TE T 05 VER T30V Cre max 1,8 pF
Constante de temps de réaction ( f = 10,7 MHz)

AETI0MA ;I Vep T 20V s b Cpr e max 90 ps(2)

(1) Transistor monté sur circuit imprimé avec : surface de cuivre min 10 X 10 mm pour le collecteur
longueur maximale des conducteurs : 4 mm

thypl

w

(2) s Cprc =

>

R.T.C.LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000 000 DE F -~ R.C. PARIS B 672 042 470
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transistor de puissance @

au silicium
PNP BF 470

INTRODUCTION

Transistor PNP en boitier plastique TO 126 utilisé en classe B dans les étages vidéo de sortie des récepteurs de

télévision couleur.

Le complémentaire NPN est le BF 469.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-base .......coooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 'VCBO max 250 \"
Tension collecteur-metteur . ... .uu.iiiiiiiiiiiii e 'VCEO max 250 \Y
Courant Coll@CtOUI i e et 'ICM max 100 mA
Puissance totale dissipée (Tmb jusqu'a 114 °C) i, Piot max 1,8 w
Température de JONCHON .iviriiieieriiiieeeereieeeee e eeaeeeeeeireeeerae e e e e aaee e e eeneas } max 150 °C
Gain en courant (Ti =25°C ; -|C=25 mA; Veg = 20V) e, hFE min 50

Fréquence de transition (Ig = 10 mA ; -Veg = TOV) oo, fT min 60 MHz
Capacité réactive a f=0, 5MHz (IE =0 ; —VCB=30 V) s C,e max 1,8 pF

DONNEES MECANIQUES

‘<—> \‘4'7—4*’\
Dimensions en mm ! [ ‘ TQTT
“[oF,
mm!,ai,,, 2._
Boitier TO-126 | '-:‘
s v
g }
oot e |
Collecteur relié a la partie métallique < . 1
de la surface du boitier £
g
Accessoires : T ' llos 0ss™| | | ;2;7
56326 pour montage non isolé <58, —-Hes oeha len B2
56333 pour montage isolé
VALEURS A NE PAS DEPASSER (Limites absolues)
Tensions
Tension collecteur-base (émetteur ouvert)............cocoiviniiiiiieeeeeeee -Vepo  max 250 \%
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) .................cccccocoiveiviveiiiiinnn, -VcEo max 250 \
Tension émetteur-base (collecteur ouvert). ..o -Vegg max 5 v
Courants
Courant collecteur (CONHNL) _..._...........occoooooorereroeeeeees oo e max 30 mA
Courant collecteur (valeur €r31e) ..o AGy  max 100 mA
Puissance
Puissance fotale dissipée (T, =114°C) (). P, mox 8w
Tempeératures
Température de St0Ckage .. ........ocooiiiiieiee oo Tsfg -65a+ 150 °C
Température de jonction T: 150 °C

(1) Transistor monté sur circuit imprimé avec : surface de cuivre min. 10 X 10 mm pour le collecteur
longueur maximale des conducteurs : 4 mm
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BF 470 - Page 2/2
RESISTANCES THERMIQUES

Jonction - fond de boitier .......cooeieeiieiiieceee e Rih j-mb 20 °C/W
Jonction = @it AMbiant (1) oot e e ee e e e e e ee e e e Rih i-a 100 °C/W
CARACTERISTIQUES

Courant résiduel collecteur-base

|E =0; Ve = 200 Ve ettt a e aaaaas -IcRO max 10 mA
Courant résiduel collecteur-emetteur

Rgg = 10 kQ ; -VCE = 200 V; Tj =150 OC i -IcER max 10 uA
Courant résiduel émetteur-base

IC=O;-VEB=5V ........................................................................................ -legg  max 10 uA
Gain en courant continu

-|C=25 mA ; 'VCE = 20 Ve e e e et e et e e aaaaaas hFE min 50

Tension de coude haute fréquence (Tj = 150 °C)

AC T DIMA -Vcek P 20 \%

La tension de coude haute fréquence d'un transistor est la tension collecteur-émetteur pour laquelle le gain mesuré
en circuit pratique tombe a 80 % du gain a -Vcgp = 50 V.

Pour une tension collecteur-émetteur plus faible, il en résultera un accroissement rapide de la distorsion du signal.

Fréquence de transition

IE =10 mA ; -VCB = 10 Vet e e e f-l- min 60 MHz
Capacité de réaction (f = 0,5 MHz)

g = 0; -Veg = 0 PP Cre max 1,8 pF
Constante de temps de réaction (f = 10,7 MHz)

IE T 10mMA; -VER T 20V b Cpr e max 90 ps(2)

(1) transistor monté sur circuit imprimé avec : surface de cuivre min. 10 X 10 mm pour le collecteur
longueur maximale des conducteurs : 4 mm

hypl

w

(2) l’bb,cb, c =

>

R.T.C.LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSICNNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE -F - R.C. PARIS B 672 042 470

Réf. 4541-11/77



transistor de puissance
haute tension - au silicium

NPN BU 126

Le BU 126 est un transistor de puissance NPN, haute ten- RESISTANCES THERMIQUES
sion destiné principalement a I'alimentation par commuta- Rth D < -« e e e e 25 °CAW

tion des récepteurs de télévision en couleur de 90° et 110°. .
Rth mb-h (avec rondelles de mica et de

plomb 56201).................... 0,75 °C/W
- . . . Rth mb-h{avec rondellie de plomb) . . . ... 0,5 °C/wW
Caractéristiques principales
VCESM (VBE=O0) ...... ... ... ..... max 750V
ICM - - e max 6 A L. . o
Prot (Tmb < B50°C) ..o, max 30W Caractéristiques (Tj = 25°C)
le = : =0,205A) .......
VCEsat(Ic=25A:1g=025A) max 10V (sauf spécifications contraires)
ttlcMm=25A;1B(end) =0.25A) ...... typ 0,15us
IcCes (VCEM =750V ;VBg=0) ....... max 0,5 mA
. _ Ices (VCEM =750V ;VBg=0;
Brochage (imensions en mm) Tj=125°C) oo max 2 mA
IEBO(VEB=6V;Ic=0) ............ max 5 mA
395 max hFE (VCE:5v'|C: 1A ..o . 15a 60
T VCEsat IC=25A:Ig=025A) ...... max 10V
® | VCesat{lc=4A:IB=1A) .......... max 5 V
i VBEsatllc=4A;Ig=1A) .......... max 15 V
4 l VCEO sust {lc=100mA ;Ig=0;
! ~ -~ .
g@__._.____® 3 L=25mH)...... ... ... ... . ..., min 300V
! . | ' -
D
| Circuit de mesure du VCEQ sust
o
0
+50V
< 203™ 100-2000
L
0
A 8
u 1 H hor.
i 2-2 g oscilloscope

R
£l

]
15

Boitier TO-3.

Collecteur relié au boitier. ~ 6V 3000 1n
Accessoire : 56339 30-60te ICD*E;;
56352 7
Valeurs a ne pas dépasser 250 1
' . 200
(Limites absolues) x
(mA)
VCeEsSM (VBE=O0) ..................... max 750V 100 e
VCEXM (—VBE=1,5V) ..., max 750 V min Veeo sust |
VCEQ v v evvoee e e max 300V ;
0
o max 3A Veeo (V)
ICM e max 6 A
—ICM - max 3A
VCE=10V;Ic=02A;f=1MHz) . t 8 MH
B o max 2A fr(vce ° c 2) P z
IBM - oo max 2A
SAB(AV) -« e v max 100 mA Cc(VecB=10V Ig=1g=0;f=1MHz). typ 85 pF
—lBM M max 1,5A Ce(VEB=2V:Ic=1c=0;f=1kHz) .. typ 1,4 nF
Piot (Tmb<B0°C)................... max 30W Temps de coupure (Icpm = 2,5 A; 1B(end) = 0.25 A)
TGt - - v e e e —65a+ 125°C g et e typ 1,2 us
T max 125 °C L typ  0,15us

(1) Courantinverse a la coupure.
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Circuit de coupure

+270V 0O

] 33k

vi

: ¢
tp=V2=32ps ;
13 [ . ”

N

Courbes caractéristiques

103

B+
1 Tmb =50 °C an
c
(A)
102
en impulsions ;6 =0.01
" L LU tp=
1M max e =P
I~ AWEY NN 0.01ms
[ C max N ANENY 1 0
N 0.02
11N N \ FT0.05
1 w1 A
N\ "
\\ 1 .
N AWAY ‘.Jf-l
NN
10-1 =05
D B =" = i'
\ 9
&
N
I 111
10-2
v
1073 “
1 10 102 103 Vg (V) 104

AIRE DE FONCTIONNEMENT
(Zones |, 11, l11, établies en caractéristiques directes).
| - Région admise pour le fonctionnement en continu.

1l - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions.

11l - Utilisation possible pour le fonctionnement en commu-
tation avec tp < 0,6 us, et RBE< 100 Q.

Il - Utilisation possible en impulsions avec Vgg < O et
tp< 2 ms.

@ BU 126 - Page 2/4

100
90

(%)

10

| i
ety et

*—— t,:0.5ps

VCE(t,) (valeur maximale admissible aprés t, = 0,5 us et
quand t, > 0,7 us) max 500 V
T, :noyau El 25 n, : 350 spires, 100 mH
n,: 32 spires
inductance de fuite au secondaire : 3 uH

102 T 2 =
Zth(j-mb) § - -~ A I | I I
(°C/W) 1 . T
H P _J 5 __p
T -
10 =t = s=gEs -
— B =S
T 17 10T
1.0 SR .
0.7 ===ty +
0.5
. 0.3 2 1T
0. 207 :
e
=g ~
L 0.0
1071 o o.oél
0.01
1072
10-2 10-1 1 10 102 103 ¢, (ms) 10%
Facteur multiplicateur du second claquage & I¢c max
Msp(1)

102 - o]
5=0.01 T 1111 HH—F—1- - A
I~ . 1111 1 8
= s r =i 4 % T

|
— TN T i
4
10 0'} N = =
! — NN 1 —1—1 T
—) t ~ o H
* t——— N 1 RER 1B
0.33 ! ™~
)1 —— ~ T ) T 1
0.5 | 4
T —— — 1
0.75 I | J'Jr 4\s —

1 L L TTT [

1072 107! : 1 10 tp (ms) 102
[ Facteur multiplicateur du second claquage 8 Vg pmax
Mgp(v)
102
5 =0.01
l
N
0.02 NN
E——10.05 y
. \\f“~~1-__
10 0.1 -
- S0 N
1 AN
T \\
0.2
aual \\
0.33 ~LITN
0.5 N LLAELL L
0.75 I

1 I

1072 1071 1 10 tp (ms) 107
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transistor de puissance

haute tension - au silicium

NPN BU 132

Le transistor de puissance, au silicium, NPN, en boitier
métallique TO-3 est principalement destiné aux étages de
sortie de balayage vertical des récepteurs de télévision en
noir et blanc et en couleur.

Caractéristiques principales

VCESM.---(VBE=O0) ............. max 800 V
VCERM- - .- (RBE=220Q) ......... max 700 V
IC max 1 A
Piot- .- - (Tmb<97°C) ............. max 15 W
Ty max 135 °C
hEg. ... (VCE=10V;Ic= 250 mA) mn ég

BrOChage (dimensions en mm)
gsmau
- 266™ 315
@ c No
~
|
| | .
Ew =i | £ Q
g |- — e —] )
g° D@ S| o
| ,
J e @ b -
! (1 1
109 11
Boitier TO-3

Collecteur relié au fond du boitier
Accessoire : 56339
56352

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

VCESM----(VBE=O0) ....... ... ... max 800V
A7 ! =0 T max 600V
VCERM- - - -(RBE=220Q) ........ max 700V
VEBO +:cveeiiiimiiiiiiiiiiiea max 5V
IC e max 1A
B i max 250 mA
Piot- - - (MTmpb<97°C) ... ....... max 15 W
TStg  cve —65a+ 135°C
T 135°C
Résistance thermique

2,5 °C/wW

Rthjomb  rrrrreeree e

Caractéristiques (Tj = 25° Q)

Sauf spécifications contraires

ICES....(VCE=800V:VBg=0) ......
ICES- .. -(VcE=800V;VBg=0;

max 250 uA

Tj=125°C) ... max 2 mA
VCE sat- - - -{lc=250mA; Ig =25 mA) max 5 \Y
VBE sat- - - - {Ic=250 mA; Ig = 25 mA) max 1,2 V
VCEO sust- - - -{IB=0,Ic=100 mA;

=100mH) ........... min 600 Y
VCER sust Ic=150mA; L= 100 mH;
RBE=220Q) ........ ... ........ min 700 Y

Circuit de mesure de VCEOQ sust

+50V
100-2000

hor.

oscilloscope

———— vert.

Mesure de VCEQ sust
a l'oscilloscope 250

(mA)

100

Veeo (V) 600
On admet VCEQ sust quand Vcg > 600V alc= 100 mA
Circuit de mesure de VCER sust

+50v
100-2000

hor.

oscilloscope

vert.

6V

30-60Hz

197
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Mesure de VCER sust On admet VCER sust quand Vcg > 700V alc= 150 mA
a l'oscilloscope
hEe (VCE= 10V ;Ic=250mA) ... .... min 25
. 250 max 80
C
(mA) fT(VCce=10V;Ic=100mA;af=1MHz) typ 8MHz
150
0 t Facteur multiplicateur du second claquage Hﬁ -
Veer (V) 700 P quag
Msgv) 4 VCEO max »ﬁ.:‘; . 6:2,—°
Courbes caractéristiques -
= 6:0.0 R 2
— 0.0z N i i
I¢ max enimpulsions  ¢_qq, ™~ N 1
\ o N
1 - ':‘;b:hm £97°C 0.05 \\
o 10us '_‘—~.___ \\
Ic 3 Zgl 0.1 ™ \
NP 10 :
(4 N 100 b —i sey
200, NN .
N (500 0.2 N
104 b\ v 033 [ 11111 T T ]
N n 0.5 ~HTN
t U - N -
\\ > 075 l-'-\"\::EEM«.
N1 . | ] B
: NT 1072 107! 1 10 tp (ms) 102
10—
10° R
C H
es zthj-mb I | I | "F
-3 ° M
10 (°c/W) T, . t
- T =
10
UL v
6:=1
075 aatt
o 05
! 10 102 Vee (V) 10° 1 033 20—
0.2
01—
AIRE DE FONCTIONNEMENT 0.05 ———‘_./
me= i
. R , . N ot -
(Dans les régions | et Il le transistor est branché en direct) ! 202
= 0.01
| - Aire de fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement
n impulsions. 102
e P .SO s ) . L 1073 1072 107" 1 10 102 tp (ms) 10°
Il - Le fonctionnement en impulsions est autorisé pendant
le temps de retour dans les circuits de balayage ver-
tical.
iV - Le fonctionnement en impulsions est permis avec
VBE<OV. Valeurs typiques : Vcg=10V
‘ ]
Facteur multiplicateur du second claquage a IC max l l I |
— Ic
Msgi gl t (A) |
m [ TAJ 6»?" I
102 . N § i I 0.75
—6:-00 i’ e T H
~1_ — - 1 ofo
=002 N -t i Qs
| N \ 0.5 "
005 N 1] =
TN I
10 01 ] = = 1
02| 1] — I 4 it 025
033 T EHHN
05 N 1
- ~
0.75 EE N Al
1 - - 0
102 107 1 10 tp (ms) 102 0 05 1 Vge (V) 15
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° [TIITTTT
Valeurs typiques :
Veesat Tj =25°C
v) \
Hiams.snEA
s \
\ \ o
Z,
Q.
\%,
%
\ ©
>
28 \- 3 y
=\ o% N
o
Hs\2 h4 N
»\> \\ M
0
0 50 100 150 200 250 Ig(mA) 300
0.9 — T T
I Valeurs typiques | ]
VeEsat T,:25°C ’
V) 4
08 1.=1000mA I
— 500mA
A AT [ 250ma
// L1
7/~ L——100mA
0.7 -
06
0.5
0 50 100 150 200 250 Ig(mA) 300
2
10 I LT T1T
1 Vcg =10V
T,=125°C
'T N
hee - 8
25°C -+ N
/a—"'# N
/ \
10 )
3
1 10 102 Ic (ma) 10°
° 1]
£ Vee=10V] [}
f=1MHz
(MHz) 1,:25°C'H
75 el typ
/ \
5 V4
_— \
\
A
25 va
P
P d
0
1 10 102

Ic (mA) 10°
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transistors de puissance
haute tension - au silicium

NPN

BU 133

Le BU 133 est un transistor de puissance NPN, haute ten-
sion, a usage général.

Caractéristiques principales
VCESM (VBE=0) ... ... ... ... max 750V
oY, max 6 A
Piot (Tmb <B50°C) .o v oo max 30W
VCEsat IC=25A;Ig=025A) ....... max 10V
tflcmM=25A;1g1=—1g2=05A;
Vee=125V) ..o typ 0,5us
BrOChage (Dimensions en mm)
395 max
301
169
o l

1 4 | N
O ———— D) B
e :
(2]
L 2Q3M°l
[ G
, 3
L J =
4.2 w
=5 ig o
y Boitier TO-3.
10 Collecteur relié au boitier.
Accessoire : 56339

56352

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

VCESM (VBE=0) ....... .. ... i.. max 750V
VCEXM (—VBE=15V) ..., max 750V
Y01 =0 T max 250V
o max 3A
Icm - - P max 6 A
—ICM - max 3A
B e max 2A
IBM: e oo max 2A
—IB(AV) <+t max 100 mA
—IBM M) e max 1,5A
PtOt (Tmb < 50 OC) ................... max 30 w
TGt e v v veeer oo —65a+125°C
T max 125 °C

(1) Courantinverse a la coupure.

RESISTANCES THERMIQUES

Rthj-mb « v vvveeee 2,5 °C/\w
Rth mb-h (avec rondelles de mica et de

plomb 56201).................... 0,75 °C/\W
Rth mb-h{avec rondelle de plomb) . . . . .. 0,5 °C/W

Caractéristiques (Tj = 25° Q)

(sauf spécifications contraires)

ICES(VCEM =750V ;VBg=0) ....... max 0,5 mA
ICES (VCEM =750V ;VBg =0;

Tj=125°C) ... max 2 mA
IEBO(VEB=6V;Ic=0) ............ max 5 mA
hpe(VCE=5V Ic=1A)............ 15a80
VCcesat{lc=25A;I1B=025A) ...... max 10 V
VBEsatllc=4A;IB=1A) .......... max 1,5 V
VCEO sust (lc=100mA;ig=0;

L=25mH)...................... min 250 V

Circuit de mesure du VCEQ sust

oscilloscope

vert.

fTrVce=10V;Ic=02A;f=1MHz) . typ 8 MHz

Cc(Vep=10V Ig=1lg=0:f=1MHz). typ 85 pF

Ce(VEB=2V;Ic=1lc=0;f=1kHz) .. typ 1,4 nF

Temps de commutation
(lIcmM=25A;Ig1=—1Ig2=05A;Vcc=125V)

BG et typ 2 us

e e e e e typ 0,5 us

H(Tmb=95°) . ... max 2 us
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Circuit de mesure In
0 to +6V Vec=125v Tesf- — gnde‘ .
entree
1100pF 0 7 T
inF ;
e 500 I — b ——————
8D132 —»! ton
) = T
oscilloscope Vo
Vo ' —tr
125v
f}?) 0 + o 90%
% onde
de sortie
0 1pF
I I BD131 - ——— 100
[]200‘1 d T
T=1ms

tp=20ps
s0n

100pF l
' g
4 2

1) Transistor BU 133 en mesure

N

V' 4 - - 102 — — — —
Courbes caractéristiques  ETHE T
th(j-mb) [— a T
(°C/wW) Y t
el P
10 = : :
i 1.0
103 T T » G- — - e
7 o I I
Tmb = 50 OCHH 1 0.33=E
Ic Fer 0. 25
(A) |
107t 0 8:g§|
102 0.01
_LF._
P o8 = -2
en impuisigns ;& _0'?1 0 10-1 1 10 102 103t (ms) 104
10 Ll | e
:ICM max 4 :8,_1_: Facteur multiplicateur du second claquage & ¢ max.
— e F-0.01ms M
1C max 0.02 SB(D)
0.05
1\ ,
\ ‘ l l 10 [ g ~ 3 . 7 | R SE S 1 S—
1 =1 % 9‘11] 5200111 - i R ——
N\ NG H
ANEEAY ﬂ} i \\ ENS | _
. \\\ Oﬁ | 00NN el |
. ™
\ ll 5 \"5‘“-« \
N\ \ (1).5 10 0.1 “\x _ ] |
101 Sz 31 T H gaiit
=i En SN\ EE=ERE === Efi i
= 2 : —533 —— ] —\‘:Egh. — 1 1]
11 “[ 1 T
0“", ! b I S V—le-"'L N1
I 0.75 | I B Y
[ 1 ! —
- 1
10-2 : 1072 1071 1 10 tp (ms) 102
Facteur multiplicateur du second claquage a Veepmax
Msg(v)
11 l N
10-3 g L .0,
1 10 102 103 Vcg (V) 104 102 =078
¥>0~UIS N
0.1 \\\:
N~ N
ot | TR
10
AIRE DE FONCTIONNEMENT =0, 33 i
(Zones |, Il établies en caractéristiques directes) =0 i
I - Région admise pour le fonctionnement en continu. o )s nas =N
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions. e R IS |
Il - Utilisation possible en impulsions avec VBg < O et "‘\255:: 3
. S
tp < 2 ms. 1072 1071 1 10t (ms) 102

202




100

[ ]
valeurs typiques |
hpg
75
[
™~ 0,
VCEzsv;Tj=125 C
VCE = 1V; Tj=125 °C
50 v ol \
VCE =5V: Tj=25
o AN
N
~ N N\
» N AN
VCE =1V;Tj=25 °c \\\\
N
I~
0
1071 ! fc®
102 T — T T 17
T 1 I T 1
VcE =750V ]
loEs VBE =0V —
(HA)
10 /
y4
"4
/r
typ
4
/
/V
1 ’/
7
1071
50 100 Tj(°C) 150
Tq=5A1 1
rlc
; ' —=—F1A
1 == 3AT1]
L —r12A
VBEsat |- ’ =
1A
(V) n
0.75 |
|
0.5
|
0.25 valeurs typiques .|
i
Tj =25°C 1T
RN
0 IHREEE
0 0.5 1 Ig(A) 15

10
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15 T 111
T
VeE =10V
fr Tj=25 °C [
(Miz) T
]
10 i
T typ — ]
5 N
0
1072 1071 1 Ic (A) 10
10 -
[ ] [ - ; l ; : L]
B Y T O
VCESM \ valeurs typiques i
™ \ ™ - . 1]
- TJ:ZD oC :L,-‘,f
7.5 , r 1
| EEERSES
AN \ RS
Ic=5A l e
b A\ I ;
5 \ \ HEENEEE
,__\ \ N\ T S R
Vv NEEmE
\CEN ] N
2 \ | \ ) \ ‘
\ A \\ - g —
L\ NH
et \ 2a \ N NG ;
A 1A - '_\'i’“’_”_ - . e
0 : s I
0.25 0.5 0.75 1.25 Ig(A) LS
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transistors de puissance
haute tension - au silicium

NP BU 204 - BU 205
N BU 206

Ces transistors de puissance NPN, au silicium en boitier
métallique TO-3 sont destinés aux circuits de déviation hori-
zontale des récepteurs de télévision.

Caractéristiques principales

BU 204 | 205 | 206
Vcesm (VBE=O0) ....... max 1 3001 500(1 700V
o max 2,5 2,5 25 A
Piot MTmb<90°C) ...... max 10 10 10 W
hpg (VCE=5V:Ic=2A). min 2 2 1,8
tf(lc=2A;Ig=1A) .... typ 0,75| 0,75| 0,75 us
BrOChage (dimensions en mm)
g.smux
. 266M 1 315
4
o\
| _| ¢
|
<] |o@ x
g|_|e \ €
Laife] -1 — - — ™ (=
(g';m _ +_ ‘ ,‘& 8 )
| - f
N\
3 [} 13
L, 109 e
Boitier TO-3.

Collecteur relié au boitier.
Accessoire : 56339
56352

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

BU 204 | 205 | 206

Vcesm (VBE=O0) .. ... ... max 1300|1500}1 700V
Vcerm (RBEK 100 Q). .. .. max 1300(1500(1 700V
VCEQ « - vvvmvmmenennns max 600| 700| 800V
o max 2,5 2,5 2,5A
ICM - - max 3 3 3 A
IBM - ccveeeemmeeee max 2,5| 25| 25A
—Ig(AvV) (courant continu ou - .

courant moyen pour une pé-

riode supérieure 3 20 ms) .. max 100 mA
—IBM - max 1,5A
Piot (Tmb < 90°C) ........ max 10 W
Totg oo —65a+ 115 °C
T max 115 °C
Résistance thermique
Rthj-mb -« ooeenns max 2,5 °C/W

Caractéristiques (Tj = 25° Q)

sauf spécifications contraires
Ices (VBE=5V;

VCce=VCesm max) - ... .. 1 mA
BU 204 | 205 | 206
hgg(VCe=5V;ic =2A) .. min 2 2 1.8
VEgo (Ic=0;lg=10mA).. min 5 5 5 V
VEBO (Ic=0;1g=100mA). typ 7 7 7 vV
VCEsatlc=2A;Ig=1A). max 5 5 -V
VCcesat lIc=2A;1Ig=11A) max — - 5 VvV
VBEsat{lc=2A:;Ig=1A). max 15 1,5 -V
VBEsat (lc=2A;Ig= 1,1 A) max 1.5V
VCEO sust(lB=0:
Ic=100mA ;L=25mH). min 600 | 700 | 800 V

Circuit de mesure du VCgQ sust (tension de maintien)

+6V

hor.

oscilloscope

—— vert.

~

30-60Hz 4V T %en _&};
250
200
Ic
(mA)
100 f-—————————————
min Vego sust |
0
Veeo (V)
fr(Vce=5V;Ic=01A;
af=5MHz) ............ typ 7,5 MHz
CelVeB=10V lg=1lg=0
af=1MHz) ............ typ 65 pF
tfllc=2A;Ig=1A;
Lg=25puH)............ typ 0,75 us
tglic=2A;Ig=1A;
LB=25pH) ......... ... typ 10 us

205



206

. Ic —
ic TN —90%
|
|
i
| — 10%
| temps
oL
i |
B 1
1+
' 1
\ — T~ ~ " ‘Blend)
|
|
|
| temps
|

Courbes caractéristiques

BU204 SRR T
T Tmh < 90 °C
T T T T
t ™ T
I |
Pt
i i
EEasr
- BeEH -
I
1CMmax 5=0,01
— 1 tp=
ICmax lps
h N 2
3 HTHE= ST
: = 10
> SN TR 20
A\ L-50
1 LE-100
N ] \\ 200
N 500
1 me
N 3
AN\N NS -5
"10
: d.c
I Il
+
T T
1 I
f T
1l [
R I 1 o 1l
S i
10 102 103 Ve (V) 10*

AIRE DE FONCTIONNEMENT

I - Région admise pour le fonctionnement en continu

Msp()

102

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

Il - Extension permise en impulsions avec Rgg < 100Q ;

tpé 20us :5< 0,25

Ic
(A)

102

107!
-2

10

1073

BU205 =i 3ji
:
1

I
i R T

>
i
e

a

=}

o
A 270

vai? ads
=
1
=

|
T

1 10 102

103 Vg (V) 104

AIRE DE FONCTIONNEMENT

I - Région admise pour le fonctionnement en continu

10

102
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BU206

o TeEs 1'1 s

Tmh_s 90 ¢

et

]CMma,,

T
ICmax

/]
g2y

239"

il

1%
=1

T

ot

11

10 102

AIRE DE FONCTIONNEMENT
| - Région admise pour le fonctionnement en continu.

103 Vg (V) 104

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

tp< 20 us 5 < 0,25

Il - Extension permise en impulsions avec Rgg < 100

Facteur multiplicateur du second claquage Ic max.

=

v

|

N}

—
oo ol L |

HJototreo—ie
w
@

e
w
(=}

o
~
o _J

—_

10

102

p (ps)

104

Facteur multiplicateur du second claquage a Vcgp max.

Mgp(v)

102

10

N

/4

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions

Il - Extension permise en impulsions avec Rgg < 1004} ;

t <20us:6<0,25

10

102

103

tp (us)

104
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10— 750 :
Zthj-mb ?} i: { I{[H' b
©c/wy [£6=1.0 - T;=25°C %
=—=0.75 - ] VCEsat 1 !
1 +0.5" = \4 <.

0.3 (mV) 5 T
—0.204H I--H
—710.10 PRI
—fo.05H4 g 500

1071 10,02 za
[0.01 i
1072 /
I l ' | 250 tya/
t t,
Aol P /
10°3 b’
1 10 102 103 104 105 tp (us) 100 A
//
0
107! 1 Ic(A) 10
1250 T
L L
VBEsat Tj =25°C
102 — (mV) I_C= ,
1T 171 Ip
Vcg=5V [1]
T;=25 °c[[]
hpE ! 1000 /
Y
typ 4
/1
L—T op TN
10 =1 N
AN
N P
N 750 |
N\
—
1
500
-2 -1
10 10 1 Ic (A) 10 101 1 Ic () 10

207
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transistors de puissance
haute tension - au silicium QBFW
NPN

BU 208
BU 209
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transistors de puissance

haute tension - au silicium
‘ NPN BU 207 A

BU 208 A

Transistors de puissance, NPN, haute tension, 8 commutation rapide, en boitier TO3, destinés aux circuits de déviation hori-
zontale des récepteurs de télévision couleur.

Caractéristiques principales

BU 207 A BU 208 A
Tension collecteur-émetteur (VBE = 0) .. ... ... ... VCESM max 1500 1500 V
Tension collecteur-émetteur (RBg = 100Q) . ................. VCERM max 1500 1500 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ................... VCEO max 600 700 V
Courant collecteur (continu) . ........ .. ... . ciiueeennn.. Ic max 5 5 A
Courant collecteur (créte) ... ... ... .. . . . .. Icm max 7.5 7.5 A
Puissance totale dissipée (Tmp< 95°C) ..................... Piot max 12,5 12,5 W
Tension de saturation collecteur-émetteur (Ic=4,5A;Ig=2A) . VCEsat < 5 1V
Temps de décroissance (icm=45A;Ig1=18A) ... ....... tf typ 0,9 0.7u s

Données mécaniques

Dimensions en mm

—1 95 max <

Boitier TO-3

collecteur relié au boitier 395 304 203 ‘
max ~ max z:*to
Accessoires : 56.339
56.352 l L
! -
<128,

1.2

Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

BU 207 A BU 208 A
Tensions
Tension collecteur-émetteurcréte (VBg=0) .................... VCESM max 1500 1500 V
Tension collecteur-émetteur (R < 100Q) . ... ... ... ... ... VCERM max 1500 1500 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ..................... VCEO max 600 700 V
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Courants

Courant collecteur (CONtINU) .. ...t it Ic

Courant colleCteur Créte . . ... ... it i Icm

Courant base Créte . . ... ... IBMm

Courant base inverse (continu ou moyen sur une période de20ms) ........... —1B(AV)

Courant base inverse durantla coupure (créte) . ............ ... ... ... ..... —IiBm

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tmb < 95 °C) .. oottt Ptot

Températures

Température de stockage . . . ... ... Tstg

Température de JONCHION . . . .. oottt e Tj

Résistance thermique

De lajonction au fonddeboitier . .. ........ ... ... . L o il Rth j-mb =
y - - . o

Caractéristiques (Tj = 25°C)

Courant résiduel collecteur-émetteur

VCE=VCESM max:; VBE=0 . ... ICES

Gain en courant continu

IC=4. 5 A VCE= 5V hEE

Tension émetteur-base

Ic= 0 lE= 10 mMA e VEBO

Ic=0;1F=100mA . VEBO

Tension de saturation

IC=4. 5 A IB = 2 A e VCE sat

VBE sat

Tension de maintien collecteur-émetteur

Ic=100mA;IB=0;L=25mH ... .. ... . VCEO sust

Temps de commutation

Lg=10H;Icm=45A;Ig1=18A

Temps.de desCente . .. ... ...ttt e tf

Temps de Stockage . .. ...ttt e ts

Fréquence de transition a f=5 MHz

Ic=0,1 A, VCE= OV T

Capacité du collecteura f=1 MHz

IE=le=D;VCEB=10V) . e Cc

Oscillogramme pour VCEQ sust.
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues) (suite)

+6V

hor.

oscilloscope

——— vert.

Circuit d’essai pour VCEQ sust.

max 5 A
max 7.5 A
max 4 A
max 100 mA
max 3,5 A
max 12,5 w

—60a+ 115 °C

max 115 °C
1,6 °c/W
max 1 mA
BU 207 A BU 208 A
min 2,25 2,5
max 5 5 \%
typ 7 7 \Y
max 5 1 \
max 1,5 1.5 V
min 600 700 Y
typ 0,9 0,7us
typ 10 10 us
typ 7 MHz
typ 125 pF

i Iem_
c ""H ——90%

—10%

temps

|

|

|

|

|

| 1
it |-

temps de commutation
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Courbes caractéristiques

Aires de fonctionnement de sécurité

Transistors polarisés en direct

| Aire permise pour le fonctionnement en continu

Il Extension permise pour le fonctionnement en impulsions
répétitives

Il Aire de fonctionnement en impulsions répétitives avec

RBg< 100 Q

ty < 20us

6 <« 025

1) Indépendant de la température.

103 ] 726273 103 1262738
BU207A H———+ BU208A H—
Io mb = 95 °CHH Ic Tmb < 95 °C{HH
(A) (A)
102 102
Icm
10 IFMm% 5=0,01 o 10 b ma.x._ 5§=0,01 - U
EE : 't7"77 RN N p ég%\ ~ N v >.lp
. N N N AN lus ‘\ \\\ N - \\ 2|.xs
1Y A NOSOSONAH 211 N N 5
N ] T N N YK YNNI
ICmax Q NN i N b \\ s(ll FlCcmax N \\ NK \\\\\\ H .5,
N IRDL NN N RALL NN B
— Prot max PR a—— 20 Ot MaX ISR — 20
N - 20 - VA 50
AVMAVA! AAN 100 AN \\
SN SN 200 NHNCRNCR 100
4 \\ N . : \\ \" ﬁ(l)O
R 500 % NN
107! &"00\ N 1] 1071 B, N & \\ 500
o NSNS | ms 00/ o '1I¥
Z N S ms
L 9%\ AV 121 9%\\ AN 1
by % fi s 2
i /,/\\\& 5 ///\\\ i
-2 1 \\ 10 10_2 1 l \\\ ?O
10 d.c. doc.
111
10'3 AI|I|I| 10_3 1l
1 10 102 103 Vg (V) 104 1 10 102 103 Vg (V) 104
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Courbes caractéristiques (suite)

750 l 10? ERmsss=m—:
i_c =2 Zth j-mb
Vee sat B _ o (°crw) - .
(mvl 7j=25°C ~tole | 5.t
-« T T
10
500
51
0,75
1 05
033
/ 0.2 gesis—
250 / 0,1 1 L+
008 LLLF—17
107" ] ///
typ, 0,02 31
| ] /II‘
ghs> ¥ <001
1
0 1072
01 1 Ic(A) 10 107 107 107! 1 10 10?7 tpims)  10°
1250
MsB(1) Facteur multiplicateur du courant et de la tension de second
I, M claguage & 1C max €t VCEO max.
VoE sa 1 SB(V) | . )
o e ]
102 L6 =[0‘,‘01
L -
1000 tH S T 1
/ 0,027 T7” N 1= LA
/ AR S VR N 0 0 10 9 5 s o L BEES S
0,05 R QS\ T 1]
& Il BREN N\
L typ
0,10 TN\
P 10 | el -
750 P i 3
4/ 0,20’ _‘ NN\
gf T ] NN
.().'.33 "‘"\\
1T L[ N
0,50 SR
LSS i e A\,
0,75 \\\\Ebﬁ
500 ™ - 1 [ mEs
0,1 1 Ic(a _ _ N
¢ 1073 1072 107! 1ty (ms) 10
2
10 ) I
. 11T
Veg =5V [T
Tj=25°C ||
hpg
BB ey typ -“\
/”
_____.—u——/
10
.
\,
T x
f
|
i
|
i
1 |
1072 107! 1 I (A) 10
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Circuit de déviation horizontale avec BU 208 A

Sous peine de dépasser les valeurs absolues maximales, I'étude et la réalisation d'un circuit de déviation horizontale doivent
étre I'objet de soins particuliers. Une analyse détaillée montre qu’en ce qui concerne le courant collecteur créte et la tension
collecteur-émetteur du transistor de sortie, il est inutile de se fixer des marges de sécurité de plus de 25 %. Les conditions
recommandées ci-apreés, relatives a la commande de base et a la dissipation, tiennent compte de cette remarque.

Pour simplifier la présentation, les courbes ci-dessous, se réferent aux conditions nominales. Dans le cas ou le courant collec-
teur créte est modulé par un circuit de correction EST-OUEST, et si, la modulation ne dépasse pas + 10 %, on prendra en
compte la valeur moyenne des crétes du courant collecteur.

Pour obtenir un faible temps de descente (tf ) avec un transistor haute tension, le temps de stockage devra étre suffisamment
long, et, lors de la coupure, la tension négative base-émetteur devra étre suffisamment élevée.

Ces deux conditions peuvent étre obtenues par une inductance mise en série avec la base du transistor de sortie. Une résistance
RB réduira les variations du courant base, et, aux bornes de cette résistance, une diode et/ou un condensateur pallieront
les risques éventuels d'insuffisance d’énergie lors de la coupure. Plutdt que de donner différents circuits de base détaillés,
la figure 3 spécifie le dig/dt recommandé.

1 Tgiena)
Ry | |
0 '

Vee I

- Ld | I 4

] i T
d _ L —
° T £

T )

J—,

TR1 ’ ‘ ¢ 7273068 ——ig /{X

driver

Fig. 1 Circuit de déviation horizontale. 0

N

Fig. 2. Formes d'onde fondamentales. 0
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2 15
Pour ts=6,5us; Valeurs max. o
- Tmb=100°C
Ig(end) Vim>4v Tb
Ig (1d) 6=0,18
(A) 8 Ptot | = = Voir legende
(W)
1
-dig T
dt / A 10
(A/ps) [ -dig | |
dt
05 // ﬁ/
/
/
V4
( 5
0,2
T P:L__ T e ]
o P
T 5 0
Iy (A) 2
Fig. 3 Fig. 4 Icnm(A)
15 T T
Rth mb-a %
(°c/w) M}—-» T 1] [ 400 L—T»l
é‘ Vee
E] (V)
% 10 VCEMnom= I _
2 Faooov PRI TTHT T 14 3
3 el [N o FuS
§ —»-III, -I——\ \ -t + F+ g — \\
g 1250V { \\ % N\ N
. 64ps o L
] TTTPS R a 200 e N T-64ps
E [_[1000v A E N NC
5 [164ps 52016 I RBIINON g NC N
50 HS 6:0,2 _>\\\ R g: 1 " S - \\
1350V ST IINREE T 8 NG
164 ps 52018 02 3 <
7 Tl 50 us
i 0.18_]
] | |
| 0 { [ | 0 |
1 2 3 4 5 2 3
Fig. 5 Tem(A) Fig. 6 Icu(A)

FIG. 3 — Valeur finale de courant de base Ig 1, et sa vitesse de chute lors de la coupure, en fonction du courant collecteur créte,
permettant d’'obtenir, avec un transistor typique, la valeur recommandée de 6,5 u s de temps de stockage, (durant le
temps de stockage et le temps de décroissance du courant collecteur, la tension négative de commande — V|p doit
étre supérieure 3 4 V).

FIG. 4 — Dissipation totale d’'un transistor en cas limite sous des conditions de fonctionnement optimales, en 625 et 819 lignes,
Tmb= 100°C).

La ligne en pointillé donne la dissipation totale d'un transistor typique sous des conditions nominales (Tmb = 50 °C).

FIG. 5 — Résistance thermique maximale permise pour le radiateur assurant la stabilité thermique du transistor de sortie.

FIG. 6 — Tension collecteur-émetteur maximale permise au temps t, durant la coupure. t, = 0,5 u's a partir de 90 % de la valeur
créte du courant collecteur.
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transistors de puissance

haute tension - au silicium
NPN BU 326

BU 326 A

introduction

Transistors de puissance NPN haute tension, a commutation rapide, en boitier TO-3, utilisés dans les alimentations 8 commu -
tation des récepteurs de télévision couleur 90° et 110°.

caracteristiques principales
BU 326 | BU 326 A

Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ; VBg=0) ................. VCESM max 800 | 900 \Y,
Tension collecteur-émetteur (RBE=1009) ........ ... ... .. ...... VCER max 500 | 500 V
Tension collecteur-émetteur (baseouverte) . ........................ VCEO max 375 | 400 \Y;
Courant collecteur (CoNtinu) - . o oot ittt it i e e e e et e e e Ic max 6 A
Courant collecteur (valeurcréte ;tp=2ms) ........................ Icm max 8 A
Fuissance totale dissipée (Tmp < 50°C) .............. . Ptot max 60 wW
Tension de saturation collecteur-émetteur (Ic=2,5A;1g=05A) ..... VCE sat max 1,5 \Y
Temps de décroissance (Ic on=25A;1Bon=05A; —IBoff=1A) ... tf typ. 0,3 ws

données meécaniques

Dimensions en mm

hoitier T0-3

Collecteur relié
au boitier

Accessoires : 56339 19,5 max
56352 +' <315
AR
I 42
- jA,O
—
|
203 +
max ::* 10
L
‘—}\ 128
- 1’2—>
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valeurs a ne pas depasser (limites absolues)

tensions

Tension collecteur-émetteur (valeur créte ; VBg = 0)
Tension collecteur-émetteur (RgGg = 100 Q)
Tension collecteur-émetteur (base ouverte)
Tension base-émetteur (collecteur ouvert)

courants

Courant collecteur (continu)
Courant collecteur (valeur créte ; tp=2 ms)
Courant base (continu)
Courant base (valeur créte)
Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20 ms)
Courant base inverse (valeur créte, au blocage)

puissance dissipée
Puissance totale dissipée (Tmp < 50 °C)

températures

Température de stockage
Température de jonction

résistance thermique

Jonction - fond de boitier

GRESP 5 326/326 A - Page 2/8

VCESM
VCER
VCEO
VEBO

Icm

B

IBM

— 1B (AV)
—IBm

Ptot

Tstg
Tj

Rth j-mb

caracteristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire)

courant résiduel collecteur-émetteur (1)

VCEM = VCESM max : VBE=0
VCEM = VCESM max : VBE=0:Tj=125°C

gain en courant continu
Ic=06A;VCcg=5V

courant résiduel émetteur-hase

Ic=0;VEp=10V

tensions de saturation
Ic=25A:Ig=05A
Ic=4A;Ig=125A
Ic=25A;Ig=05A
Ic=4A;Ig=125A

tensions de maintien collecteur-émetteur
Ic=100mA;IBoff=0;L=25mH
Ic=100mA ;Rgg= 100 Q ;L= 15mH
fréquence de transition a f = 1 MHz

Ic=02A;Vcg=10V

temps de commutation

Temps d'établissement
ICon=25A:Vcc=250V;IBon=05A;—Igoff=1A

Temps de stockage

Icon=2,5A;Vcc=250V;|30n=0,5A;—IBOf-f= 1A

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoidale.

ICES
ICES

hrE

IEBO

VCE sat
VCE sat
VBE sat
VBE sat

VCEO sust
VCER sust

ﬁ-

tf
tf

max
max
max
max

max
max
max
max
max
max

max

max

max
max

typ.

max

max
max
max
max

min
min

typ.

typ.
max

typ.
max
typ.
max

BU 326 BU 326 A

800 900 Vv
500 500 Vv
375 400V
10 10V
6 A
8 A
2 A
3 A
100 mA
3 A
60 w |
|
—65a+ 150 °C
150 °C
1,65 °C/wW
1 mA
2 mA
30
10 mA
1,5 \%
3 Y
1,4 Vv
1,6 \%

BU 326 IBU326A

375 400V

500 500 vV
6 MHz
0,3 us
0,5 uws
2 ®s
3.5 ®S
0,3 us
1 us
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Oscillogramme des tensions de maintien.

—
min min  Veg (V)
Veeosust VeERsust

Circuit de mesure de VCEQ sust Circu t de mesure de VCER sust

+50V
100-200N

+50V
100-2000

hor.

hor.
1000
oscilloscope

oscilloscope
vert

~ oy ~ 6v 10
30-60Hz 3000 n 30-60Hz T

Circuit de mesure des temps de commutation

+25v
BD226 T
120 *i, 680 ‘
!

a WF 1000
- +
. | 1100 e
— T L70 FUF 250V
o | i TUT. ‘
VIM |
__l‘ l__|: |_
e 150 |
to

90-——& ——————— |~~~ Igon
la(a/o)
0 ===

Ot--—-tf-——---
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courbhes caractéristiques

aires de fonctionnement de sécurité

| - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

Il - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d’établissement dans les convertisseurs
n’utilisant qu’un transistor si :

RBEX 1000

tp £06uyus
IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si :
VBEKO
tp <2ms
BU 326 BU 326 A
65=001
T 1OIZICMmcn 1 1 T T
. T T AVAN = tp=
[ T I NSNS AN 10 ps |
l | 1 Cmax \\‘\\\\::I N \X\ ! lr
10~ Icmmax §=0,01 —TTT=- T Ic ‘ \\\ \&\. ‘M\X 20 —*T
== Y N~ 1ons 1 (A) IEINNANAN
F 'Cmax T T NORN 2}05 ] T \ Y 1 t
" NN AN | NN R
\\\\ N\ \\ l 1 - \ X A WA
(A N %N NN\ 50 111 i A Y
\\\ N\ ] N 100511
\ N\ \ H ANEAVAN 2100~~_4_
1 A - . : \ Y N
a8 \
\\\\ f;;bg—:: NN N T
ANER o \\\\\ 500
Nl AN
N \ \&J | I note 2 \ ms
‘\\4 1ms 17 10-° \ wan 2
, ! i =y
10 X 2| \ \
: AW\, Elin and 10
AVWA 7 ]
|- T
_ _ I dc
r ~Ndc T ;
1 | I |
o . [ i _ il
. Tmp< 50°C i 1072
1072
! Ty < 50°C
I— T
|
B | vy
v
1073 J il 10-3 , |
! 1 102 Vog (V)10 2 10 07y y 10
ce

1) Courbe de Pygt max €t Pcrate max

2) Limites de second claquage (indépendantes de la température)
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Facteur multiplicateur de la tension de
second clagquage a 1o myx
Msemn)
102
—6=
0,01
I—— 0,02
P ——
o TN
5 NN
10 TR
0.1
*
| ~N
0.2 S
% IS
033 ——
T M — \\~‘=
0.5 — \":%
1 T
T ——— |
1
10-5 104 1073 102 t, (s) 10-1
7272651
Facteur multiplicateur du courant de
second claquage 8 VCEOmax
Msgiv)
6:
102 0,01
002 T
P~
N NN
™
0.05 N
|| \\
T \
0.1 r _— N
10 pee -
i B b
T~
0.2 N
N~\
0.33 e VNN
s S T
05 T H—
I
-
P i -3 T = 1071
10 10 10 10 tp (s)
102 7272653
Zth J-mb |
0,
(°C/W) —>|tple— ) tp
«—T—» T
10
L 6=1
1 —075 e T | |
=03 -1
=033
| H
0.2 i
I 1A
—0, 1A
—1 ,._.--—-/ /;’4
10 =:,(_)v015 -
—— >
0,021
=
L=<001
e
1072
106 105 104 103 102 07 4 (s !
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103 1,5 T
Veg = 5V Valeurs typ.
T.=25° T, =25°C
100 ) v ) Te=] |
\ hee [?E;s)at - - 4 A
3A
P(ot max ,/ ~—]
I 2A
(o/o) 102 1 '/*/
V-'—‘ 1A
\
N TTINYP
50 \ N
\
\ 10 \\‘ 05
\
\ N
\
\
\
0
% 50 10 1 ho 1 Ic (A) 10 0 L Ig(A) 2
Tmp (°C)
10,0
Al \ k T =25°
| i<
V. ll 1 ~ \‘ == Valeurs max
Esat ) \ /Vlc =4A \ Valeurs typ.
(v) | 1 1 = ™~
1
] \ \ \
75 : |‘ l \\ \
|
I 3A- 1\ 1y \
M h A :
HATIL L A
JRTEANI \ A
50 T 2a ]\ A N
| \ \ A
\ N Y
] \\‘ \ \ \ N\ !
2,5 ‘\ \\ A \\ = N
1A ¢ ‘ ¥ \\ B
™~ \ \ \ e > B
\ L\ N
AY R -~
\‘ N =
=
% 0.25 05 075 10 Yo ™
8

222



@ BU 326/326 A - Page 7/8

application

Dans une alimentation a découpage, les parametres importants sont :
— les pertes du transistor de sortie,

— la détermination du radiateur adapté au transistor de sortie,

— les conditions de commande de base a la coupure.

Dans les alimentations pour télévision le rapport cyclique du courant collecteur varie entre 0,35 et 0,60.

La fréquence de fonctionnement se situe entre 15 et 35 kHz et la forme du courant collecteur varie d'un créneau, dans une
alimentation de type série, a une dent de scie dans une alimentation de type paralléle.

Les figures 3 a 5 nous donnent la commande de base optimale et la dissipation du transistor. Sur ces figures, |cm représente le
plus grand courant collecteur créte répétitif qui puisse apparaitre dans le circuit représenté au cours d'une surcharge.

La puissance totale pour un transistor limite est donné par la figure 5.

La résistance thermique associée au radiateur se calcule par la formule suivante :

100-Tamb

Rth mb-a =
Ptot

Pour assurer la stabilité thermique, cette valeur ne doit pas étre supérieure a celle représentée en figure 5.

Un exemple pratique de circuit de sortie d'alimentation a découpage est représenté en figure 1. Dans ce circuit pour un courant
collecteur de 2,5 A et un courant de base de 0,25 A, les temps de commutation sont les suivants :

Tmb=25° | Tmp=100°C

Temps de stockage tg typ 1.4 <2 us
Temps de décroissance tf typ 0,15 <0b5us
Circuit de mesure Oscillogrammes

+290V
% — X - 091
l T2 ﬂ T ™M
18K 100k | == | I | lem
F Ho ey | 01 Lo
56nF ] : : |::+ T I “
» -
Y 8v208 /T H T '
A H —
A 22 uF
—_ —
BAX12

.

- 4
T1 ——=16nF ty 05us

nl n2 T l
I "1 -
B | 'Blend)
sx21 1 r VT \/
150 pF = >
22K ~Vcommande ) |
._Ii [ Pe—
v
7 7 7 BE ij J/ ‘L_J‘—.
Fig. 1. Fig. 2.

TR1:BU 326 ou BU 326 A
T1 :noyau U20;n1 =400 spires

n2 = 25 spires

inductance de fu te au secondaire : 4,5 4 H
T2 :inductance primaire = 6 mH ; VCE (1) < 500 V

223



BU 326/326 A - Page 8/8
600 - 15 6
lc1/lcm =0 0ou0.4
'B(end) Lg Vcommande > ~Veom
(mA) (uH) 1 (V)
1
1
7 1
400 A 10 4
4 \\
T=32us N
N
y N
/| A [
/| N ILg
NG
200 5 B 5 ~ 2
4 64 us ———
]
- P
0 : 0
1 2 agyiAar 3 1 2 eya 3
Fig. 3. — Valeur recommandée du courant base en fin Fig. 4. — Valeur minimale de l'inductance de base
de conduction Ig gng en fonction du courant collecteur Lg et tension mégative de commande de base
créte Icm (—Vcommande) en fonction du courant collecteur
créte Icm
15 35 3 64
= 9 = o
Alg(end) =+ 20% T=32uscubdups
. Tmp < 100 °C - \
tot T=32usoub4 us (t)hmb-a \
(W) (PC/W)
\
10 25
y
/
lc1/lcm=04 A
N/c1/lem =0
/ N
A
4 0
5 > 15 N
A N N
e N N
]
/ N
/' /, N
7 N
N
= 0,4 *
N -
0 5
1 2 emA 3 ! 2 yAa 3
Fig. 5. — Dissipation totale d'un transistor limite si le Fig. 6. — Résistance thermique Rth (mb-g) maximale
courant base est choisi dans les conditions de la fig. 3. permise pour assurer la stabilité thermique du transis-
tor de puissance.
Note : Pour toutes ces courbes le rapport cyclique § = 0,5 comme indiqué fig. 2.
SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
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transistor de puissance
haute tension - au silicum
NPN BU 426

introduction

Transistors de puissance NPN haute tension a commutation rapide, en boitier plastique SOT 93 utilisé dans les alimentations
a découpage des récepteurs de télévision couleur 90 ° et 110°.

caracteristiques principales

Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ; VBg=0) ................. VCESM max 800 Y
Tension collecteur-émetteur (RBE=100Q) ......... .. ... ... ..... VCER max 500 \
Tension collecteur-émetteur (baseouverte) . .......... ... ... ... .... VCEO max 375 Vv
Courant collecteur (continu) ... ... oo Ic max 6 A
Courant collecteur (valeurcréte ;tp=2ms) ........................ Icm max 8 A
Puissance totale dissipée (Tmp < 73°C) ..., Ptot max 70 W
Tension de saturation collecteur-émetteur (ic=2,5A;Ig=05A) ..... VCE sat max 1,5 \Y
Temps de décroissance (ICon=25A;IBon=05A; —IBoff=1A) ... tf typ. 0,3 us

données mécaniques

Dimensions en mm

hoitier SOT 93

Collecteur relié
au boitier

Accessoires : 56368 - 152 ___

max

| 2 |-

max

b B

- B3 - "1[1"5 205 ©) wleou
‘ 0.95 e
- —[11] _—

225



226

valeurs a ne pas dépasser (limites ahsolues)

tensions

Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ; VBg=0) ............... VCESM
Tension collecteur-émetteur (RBE=100Q) ........ ... ... ..... VCER
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) ....................... VCEO
Tension base-émetteur (collecteurouvert) . ....................... VEBO
courants

Courant collecteur (continu) . ......... ..o ... Ic
Courant collecteur (valeur créte ; tp=2ms) ... Icm
Courant base (continu) ... ... i IB
Courantbase (valeurcréte) . .. ...t IBM
Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20 ms) . ......... — 1B (AV)
Courant base inverse (valeur créte, au blocage) .................... —IBM

puissance dissipéee

Puissance totale dissipée (Tmp < 73°C) ......... ... ... ........ Ptot
températures

Température de stockage .. ...... ...ttt Tstg
Température de JONCLION . .. ..ottt e e Tj

résistance thermique

jonction-fonddeboitier . . .. . ... ... L Rth j-mb

caracteristiques (Tj = 25° C sauf spécification contraire)

courant résiduel collecteur-emetteur (1)

VCEM=VCESM max:VBE=0 ... i ICES
VCEM = VCESM maxJVBEzor'Tj: 125°C oo ICES

gain en courant continu
IC=06A;VCE=5V . e hFg

courant résiduel émetteur-hase
Ic=0;VEB=10V e IEBO

tensions de saturation

IC=25A;IB=05A .. . e VCE sat
IC=4A;IB=1,25 A e e VCE sat
IC=25A;IB=06 A . VBE sat
IC=4 A IB=125 A . VBE sat

tensions de maintien collecteur-emetteur

IC=100mA;IBoff=0;L=25mH .......... ... ... ... ..... VCEO sust
Ic=100mA;RBe=100 Q ;L=15mH ..... ... .. ... ........ VCER sust
fréquence de transition a f = 1 MHz

IC=02AVEE=T10V ottt e e T

temps de commutation

Temps d’établissement

ICon=25A:Vcc=250V;IBon=05A;—Igoff=1A ......... ton
Temps de stockage

ICon=25A;Vcc=250V;Igon=05A; —Igoff=1A ......... ts
Temps de décroissance . ..............ouiuiiiinenannnn... tf
Temps de décroissance (Tmp =95°C) ..........cvoueennnon... . tf

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoidale.
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max
max
max
max

max
max
max
max
max
max

max

max

max
max

typ.

max

max
max
max
max

min
min

typ.

typ.
max

typ.
max
typ.
max

800
500
375

WNOO®

100

w

70

—65a+ 150
150

30

10

1,5
1,4
1.6

375
500

0,3
0,5

3,5
0.3

< << <

> > > >

>

°C
°C

°C/w

mA
mA

<< <

<

MHz

®ws
wsS
ws

us
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Oscillogramme des tensions de maintien.

Vee (V)
Veeosust VCERsus(

Circuit de mesure de VCEQ sust Circuit de mesure de VCER sust

+50V
100-2000

+50V
100-2000

hor.

hor.
1000
oscilloscope oscilloscope

——— vert.

r——— vert.
~
30-60Hz 5V 3000 0 30-60Hz T E_;

Circuit de mesure des temps de commutation

+25V
BD226
120
n
’ Vee
n—T—+| 410 250V
I
Vim
T—»L - 150
I
100
K o 82

t,<30ns

goj_—\ ——————— |~~~ Igon
IB(OIO)
10 ===

ic
(%)

10
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courhes caracteéristiques

aires de fonctionnement de sécurite

| - Aire permise pour le fonctionnement en continu.

Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

@ BU 426 - Page 4/8

Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d’établissement dans les convertisseurs

n’utilisant qu’un transistor si :

RBE<X 100 Q
tp <06us
Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si :
VBES O
tp <2ms
5=0,01
10 d
'cMmax —1 NN N t
! : AN N \
Cmax o N \\ N \\ _1;,10;15
(A) —”\Q\ MO RN
NS T Hso
| N\ “\ 1 11100
. \ \ \\1 200
A VAN \\ N |
AN N
] \\\\ A\
N , 500
\\ \ \ NI
\\\\\ \ |21 ms
2\ N T 2
-1 N ] | 5
10 A A NAY 13
AW, 10
NN 20
- N rd.c. 4+———1
1072
T
L
Tmb <73°C
T
v
10-3 1
10 102 10% veg (V)

1) Courbe de Piot max €t Pcrate max
2) Limites de second claquage (indépendantes de la température)
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Facteur multiplicateur de la tension de
second claquage a Ic max
MsB(1)
102
5=0
0,01
0,02
10
0,053
0,104 S ISC
*0,20 e, S
0,33 —3
0,50 L TTTI———1—1-1N
075 T
1 1,00 I B
102 107! 1 10 tp (ms) 10?
Facteur multiplicateur du courant de l
second claquage 8 VCEQ max
MsB(v)
5=0
102
£0,01 1>
- — ]
1. 0,02 <
NN
1 0,05 \1 N
0,10 \\\
10 P ——
0,20 NN
 —
0,33 -
0,50 T T
0,75 i SSS
1 1,00 LT
1072 101 10 tp (ms) 102
102
Zthj-mb I
o u— I
°c/w) ——»’ Ip | k tp
- T — 8= T
10
5=
1 0,75 s
0,50 .
0,33 """"':__
o 0,20 ] —
" )'_}— T 0'10- w";" /
vo- W] 0,08 21
4 1
- 1-0,02
H 1
P THIIT0°
10—2 l
10-3 1072 1071 1 10

102 tp (ms) 108
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103 1,5 v
Puissance totale dissipée permise Veg = 5V Valeurs typ.
Tj=25°C T =25°C
Ie=| |
hee VBEsat LA
(V) - a—
/ 3A
/2B 2A
100 102 1 o —
L—r—"11A
\
Ptot
(%) \
o \ ‘\typ
N
50 S 10 N 05
[\
NEaseass :
\
0 14— 1 0
0 50 100 150 200 10 I (a) 10 0 LI AR 7Y 2
Tmb (°C)
100
T \ ;=25
Veesat : l‘ 1. =LA \ —J—— Valeurs max
v) 4 1 L—Tc=3 Valeurs typ.
N ‘ h
| \ \ )
75 \
HIBN \) (
[ 13a[\ ]\ \
: l N ‘\‘ \
HITEN \
s ol \ \
SN BTN )
KA \ \
\ \\ \
\ Y N I\
K K
2'5 \ \\ \\ N\
- 1A\A‘ \ \ \ N
A \\ ) 3~
N d S
\ \ }
T ~ G
AY P~ ~— .
0 1= -
0 0,25 0,5 0,75 10 1,25 1,5
| ’ ’ Ig (A)
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application

Dans une alimentation a découpage, les paramétres importants sont :
— les pertes du transistor de sortie,

— la détermination du radiateur adapté au transistor de sortie,

— les conditions de commande de base a la coupure.

Dans les alimentations pour télévision le rapport cyclique du courant collecteur varie entre 0,35 et 0,60.

La fréquence de fonctionnement se situe entre 15 et 35 kHz et la forme du courant collecteur varie d'un créneau, dans une
alimentation de type série, a une dent de scie dans une alimentation de type paraliéle.

Les figures 3 a 5 nous donnent la commande de base optimale et la dissipation du transistor. Sur ces figures, Icm représente le
plus grand courant collecteur créte répétitif qui puisse apparaitre dans le circuit représenté au cours d'une surcharge.

La puissance totale pour un transistor limite est donné par la figure 6.

La résistance thermique associée au radiateur se calcule par la formule suivante :

100‘Tamb
Rth mb-a = ———
Ptot

Pour assurer la stabilité thermique, cette valeur ne doit pas étre supérieure a celle représentée en figure 5.

Un exemple pratique de circuit de sortie d'alimentation a découpage est représenté en figure 1. Dans ce circuit pour un courant
collecteur de 2,5 A et un courant de base de 0,25 A, les temps de commutation sont les suivants :

Tmp=25°C Tmp=100°C

Temps de stockage tg typ 1.4 <2 us
Temps de décroissance tf typ 0,15 <05us
Circuit de mesure Oscillogrammes
+290V
_L T2 /] 1
18k 100 k82 - ,1,20 | 'c v ‘em
: | 'c1 !
56nF ] | | + T
| =
YA B8Y208 /I By
Y 1k —
| VcE
N 2.2 uF )
BAX12
T1 1.6nF
- |
nl % 'B‘l 4
's \l i '8(end)
BY208 T
sx21 1 2,2k V v \/
150 pF ! « -t >
22kS2 ~Vcommande
— ‘/Jl — e ——
, . % , , Vge |J/ J/ ‘L—J__._—
Fig. 1. Fig. 2.
TR1:BU 426

T1 :noyau U20;n1 =400 spires

n2 = 25 spires

inductance de fuite au secondaire : 4,5 wH
T2 :inductance primaire= 6 mH ; Vg (11) < 500 V
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800 12 6
IC]/lCMzo et 0,4 L
600 Bmin
'B(end) / (uH) fmmande -V com
(mA) /’ /// (V)
9 —

400 N
/ | .
N

T=32ps /
/ /| 6 ™~
200 / N

/ 64 us 2
pd

100
/]
80
60 0 0
L 2 em(a) 3 1 2 iepm (A 3
Fig. 3. — Valeur recommandée du courant base en fin Fig. 4. — Valeur minimale de l'inductance de base
de conduction Ig gng en fonction du courant-collecteur Lg et tension mégative de commande de base
créte Icm (—Vecommande) en fonction du courant collecteur
créte Icm
_ I
P 12 Alg(end) = £ 20% Rth(mb-a)max T=32 et 64us
10| Tmb < 100°C /
(w) 10 mb ™ 7 40
g T=232 et 64 us
ci1/lem=0

6
n 0
ic1/lem=04)" i I

e L 8 N
% ;
d

2
4
1 2
1 2 3 1 2 3
lcm (A) _ lom (A)
Fig. 5. — Dissipation totale d'un transistor limite si le Fig. 6. — Résistance thermique Rth (mb-a) maximale
courant base est choisi dans les conditions de la fig. 3. permise pour assurer la stabilité thermique du transis-
tor de puissance.
Note : Pour toutes ces courbes le rapport cyclique 6 = 0,5 comme indiqué fig. 2.
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transistors de puissance
haute tension - au silicium

NPN BUX 80
BUX 81

introduction

Transistors de puissance NPN haute tension, a commutation rapide, en boitier TO-3, utilisés dans les convertisseurs, les

les onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations a découpage fonctionnant directement sur le secteur.

caracteristiques principales
BUX 80 | BUX 81

Tension collecteur-émetteur (valeur créte ; Vgg =0) . .. .................. Vcesm max 800 1000 V

Tension collecteur-émetteur (Rgg =5082) .. ......... ... ... ......... . Vcer max 500 500 V

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . .......................... Vceo max 400 450 V

Courant collecteur (continu) . . . . ... ... ... e Ilc max 10 A

Courant collecteur (valeurcréte ; t, =2ms) . ............. ... ........ lem max 15 A

Puissance totale dissipée (Tmp <40°C) . ... ... . . Piot max 100 w

Tension de saturation collecteur-émetteur (Ic =6 A ;lg=1TA). .. ........... VcEsar Max 1,5 \%

Temps de décroissance (lc on =5 A;lg on=1A; —=lgofs=2A) .. ........ t typ. 0,3 us
données mecanigues

Dimensions en mm

boitier T0-3

—1 9,5 max r~
Collecteur relié
et - |*-315
au boftier l
'
Accessoires : 56339 4,2
56352 {40
il
203 v
mIlX :::*1,0
~-_
]
12,8
T2
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valeurs a ne pas dépasser (limites absolues)

tensions
Tension collecteur-émetteur (valeur créte ; Vgeg =0) . ... ... ... ... ... .....
Tension collecteur-émetteur (Rgg =5082) .. ...... ... ... ... ... .......

Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ..........................

Tension base-émetteur (collecteur ouvert)
courants

Courant collecteur (continu)

Courant collecteur (valeur créte ; t, =2 ms)

Courant base (continu)

Courant base (valeur créte)

Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20 ms)

Courant base inverse (valeur créte, au blocage)
puissance dissipée

Puissance totale dissipée (T, <40 °C)
températures

Température de stockage

Température de jonction

résistance thermique

de la jonction au fond du boitier

caracteéristiques (T = 25° C sauf spécification contraire)

courant résiduel collecteur-émetteur (1)
Vcem =Veesm max ¢ Vee =0
Vcem =VcesM max ; Vee =0;Tj=126°C
gain en courant continu
Ic=12A;Vce =5V
courant résiduel émetteur-base
lc=0;Vgg =10V
tensions de saturation

=B A g =T A L
e =8 A lg 25 A oottt et
e =5A g T TA © ottt
e =8 A g T25 A oottt et

tensions de maintien collecteur-émetteur
lc =100 mA ;g 54 =0;L=25mH
Ilc =100 mA ; Rge =502 ; L=15mH
fréquence de transition a f = 1 MHz
Ic=02A;Veceg=10V
temps de commutation

Temps d’établissement
lcon=BA;Vec=250V ;lgon=1A

Temps de stockage
|C0n=5A;VCC =250V;|B°n=1 A;— IBoff=2A

Temps de décroissance
Temps de décroissance (T, =95 °C)

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoidale.
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BUX 80' BUX 81

VCESM max 800 1000 Vv
Veer Max 500 500 V
VC EO max 400 450 \
\) EBO max 10 10 \)
lc max 10 A
lem max 15 A
Ig max 4 A
Ism max 6 A
—lg(av) max 100 mA
_'BM max 6 A
Piot max 100 W
Tseg —65a+ 150 °C
T, max 150 °c
Rth j-mb 11 °C/W
lces max 1 mA
lcgg  max 3 mA
hee typ. 30
| EBO max 10 mA
Veesat Max 1,5 \%
VCEsat max 3 \
VBEsat Max 14 \%
VBEsar Max 1,8 \%
BUX 80| BUX 81
VCEOsust min 400 450 \%
VCEHsust min 500 500 \Y
fr typ. 6 MHz
ton typ. 0,35 us
max 0,5 us
tg typ. 25 us
max 3,5 us
ts typ. 0.3 us
t; max 0,8 s




T
min min
VeEosust VeeRsust

Vee (V)

Oscillogramme des tensions de maintien

6V

30-60Hz

Circuit de mesure de Vceosust

GREEP 5Ux80/81-Page 3/6

+50V
100-2000

hor.
oscilloscope

vert.

Circuit de mesure de VcgRrsust

Circuit de mesure des temps de commutation

+25V
BD226
22440 +
120 .J_-,sso
a ’ HF 500
v |
T—»
L TUT.
Vim l
T_ ?
tp '
. g
' 82| | *L es0
! 9} WF
I BD227 T
RS
t,<30ns

——————— =~ Igon
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courhes caractéristiques GRESP suxs0si-page 6
aires de fonctionnement de sécurité

I - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

11 - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d’établissement dans les convertisseurs
n’utilisant qu’un transistor si :

Rge <100 Q2
t, <0,6 us
IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si :
Vge <O
ty <2ms
BUX 80 BUX 81
102 102 -
Teb <40°C Tmp S40 °C
I Ie
(A) (A)
[ ICMmux 0= 0’01 _ICMmg =001
T NN NN AV T NN SN N
e AN NN \\\ AN : 10 |miimax - “\\\ . \\\ -
N \} \\ o \\\\ \N S tp= 1 - \\ N AV \Q\ \\ tp= .
> ANTANN 10ps 111 ) ANANN 10 ps ]
) VEINNANY 20 ) N SN N20
N TN \Q\ 5( \\ NN \Q\\ L
N
RNANIRAN N 1190 | ALANT AN\
A NN\ XN\ \H N oy \\_ 200
I N | N \ 1 \ \ N
MR N . \
1 A W W ¥ X 500 4+H - \\\\ X X
o O ' mas - ; AV 5001
Eo1c \\\\H - Ic \\\\H
[ (A) NN 1ms - B (A) LRV NE W HuS i
i ANBANAVE i \ANB ANV
I ANANN i AV
|
101 - 10—3 | R 1c.= 10-—1 - 10—3 ll 103 10
= Veg (V) 107 - \\ 1 - Veg (V) -
d.c.
t Y]
[
bus
10-2 o 10—2 5 ,
2 10 102 Vee (V) 103 2 10 10 Veg (V) 10

1) Courbe de Piot max €t Porate max
2) Limites de second claquage (indépendantes de la température)
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104 15
Veg =5V Valeurs typ. I! I -
— ] _ o c= —1
100 hee T;=25°C T, =25°C 6 1]
VeEsat .
) (V) - - _’5__5_:_:{
103 s
tot max \ ) - -+
(%o) N 1 =11
102
50
\
typ
\ — N 05
N
\ 10
N\
N AN
0 1 0 :
’ * e 0 o ! 10 Ic(A) 0 1 2 31g (A b
Tmp (°C) 8
10
\
HEl|
T ¥ Tj=25°C
== === \aleurs max
' l ) Valeurs typ.
1A \
! \
Veesat - \
(V) Hh \
| I.=8A\
I ¢ \
] | \/ ~
i ,
5Ay |\
| N N
1AW Y
1 \ b
T2A A\ »
\ \\‘
VLN <
WA\ ~J
A1\ SN
IS
0
0 2 4 Io (A) ry
102
Zth j-mb
(°C/W) N tp|<— .
- 5oto
«—T—» T
10
5=1
1
= 0,75
—05 =
0,33 — 52
L-————IO,Z‘ ;f:—
01 y--/ ~
prammem= Uy L+t
o [ oosHAt |
1
0,02
<001
102 — — — - -
10 10 10 10 10 1 tp (s) 10
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Facteur multiplicateur de la tension de second claquage a Ic max
Msen)
102
6=0,01
0,02
é0,05
&
10 =
=
F— 01 ~
T ——
0,2 g
033 ) — sy
T M~
05] - )\:Sb\
T 1 Py
0,75 ——
1 i L I ITTTT '-‘L~
-5 -4 -3 -2 -1
10 10 10 10 tp (s) 10
Facteur multiplicateur du courant, de second claquage 8 VCEQ max
Msg(v)
6=
020
002
b~ q
I~
~
0.05 N
\"""‘-n- N
-d\t\ NK
0,1 ~ N
10 =
AN
L N RN
0,2 N
~4 \
0.33 N
T~
—-—u
05 TN
e~ ~~
075 : T —
[ n S
1
-5 -4 -3 -2 -1
10 10 10 10 tp (s) 10
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transistors de puissance
haute tension - au silicium
NPN

BUX 82
BUX 83

introduction

Transistors de puissance NPN haute tension, 8 commutation rapide, en boitier TO-3, utilisés dans les convertisseurs, les
les onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations a découpage fonctionnant directement sur le secteur.

caractéristiques principales BUX82 | BUX 83
Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ; Vgeg =0) . . ... ... ... . ...... Vcesm max 800 1000 V
Tension collecteur-émetteur (Rgg =100€2) . ... ... ... . ... ... ... ... .. Vcer max 500 500 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ... ...................... Vceo max 400 450 V
Courant collecteur (continu) . . ... ... . ... ... . ... .. . Ic max 6 A
Courant collecteur (valeur créte ;t, =2ms) ......................... lem max 8 A
Puissance totale dissipée (T <B50°C) ... ... . i Piot max 60 w
Tension de saturation collecteur-émetteur (Ic =25 A ;1g=05A) .......... VcEsar Max 1,5 \Y
Temps de décroissance (I on =2,5A;1lg on =05A;—lg ot =TA) .. ... .. 1 typ. 0,3 us

données mécaniques

Dimensions en mm

boitier T0-3
Collecteur relié
au boitier

Accessoires : 56339
56352

—

-—
<315
1
4,2
40
t
1
————>—10
}
12,8
~Tn2"
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valeurs a ne pas dépasser (iimites absolues) GREED £0%82/83 - Page 2/6

BUX 82| BUX 83

tensions

Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ; Vgg =0) . . .. ................. Vcesm max 800| 1000 V

Tension collecteur-émetteur (Rgg =10082) . ... ....................... Vcer max 500 500 V

Tension collecteur-émetteur (baseouverte) . .......................... Vceo max 400 450 V

Tension base-émetteur (collecteur ouvert) . .. .. ...... ... ... ... .. Vego max 10 0 V

courants

Courant collecteur (continu) . . . .. ... ... .. ... . Ic max 6 A

Courant collecteur (valeurcréte ; t, =2ms) .. ........................ lem max 8 A

Courantbase (continu) . . .. ... ... .. ... Ig max 2 A

Courantbase (valeurcréte) . .. ......... ... . ... . .. ... lem max 3 A

Courant base inverse (continu ou moyen sur période 20ms) . .. ............. —lg(av) max 100 mA

Courant base inverse (valeur créte,aublocage) . . ... ... ................. —lgm max 3 A

puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tp, <B50°C) . ... .. ottt Piot max 60 w

températures

Température de stockage . .. .. ... ..ttt Tstg — 653+ 150 °C

Température de jonction . .. ... ... .. .. ... .., T; max 150 °C

résistance thermique

de la;jonction au fondde boitier . ... ......... ... . ... .. .. .. ..., ... Rthj-mb 1,66 °C/W

caracteristiques (T; = 25° C sauf spécification contraire)

courant résiduel collecteur-émetteur (1)

Veem TVeesM max s VBE =0 - o oo i lces max 1 mA

Veem =VeesM max s Ve =0, Tj=125°C ... ... ... .. v, lces  max 2 mA

gain en courant continu

lc=0,6 A, Ve =5V L hee typ. 30

courant résiduel émetteur-base

le=0;Veg =10V e lego  max 10 mA

tensions de saturation

lc=256 A lg=056A .. . . VcEsat Max 1,5 \Y

e =4 A g = 1,25 A L VcEsat Max 3 \Y

Ic=26A;1g=06A .. . . VgEsat Max 1,4 Y

le =4 A g =125 A L Vgesat Max 1,6 \Y,

tensions de maintien collecteur-émetteur BUX 82| BUX 83

Ic=100mA lgors=0;L=26mH .. ... ... ... .. .. .. . . .. ... VcEOsust MiN 400 450 V

lce=100mA ;Rge =100 ;L=15mH . ....... ... ... ... ... VcERsust MiN 500 500 V

fréquence de transition 2 f = 1 MHz

Ic=02A Ve =10V fr typ. 6 MHz

temps de commutation

Temps d’établissement

lcon=25A; Ve =250V 1y ,,=05A . ... ... ... ... ton typ. 0,3 us
max 0,5 s

Temps de stockage

lcon=25A Ve =250V ;lg o =05A;—lg (=1A ................. te typ. 2 us
max 3,5 us

Tempsdedécroissance . . . . ... ... t typ. 0,3 us

Temps de décroissance (T, =95°C) . .. ..o, t; max 1 us

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoidale.
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min min  Vee (V)
Veeosust VeERsust

Oscillogramme des tensions de maintien

+50V
100-2000

hor.

oscilloscope

~

6V

30-60Hz ' T :30:]0‘1 0,
;/

Circuit de mesure de Ve eosust

+50V
100-200 0

hor.
1000

oscilloscope

——— vert.

~

6V
30-60Hz 10

Circuit de mesure de Ve g Rsust

Circuit de mesure des temps de commutation

+25V
BD226 +:|:.
120 680
a HF 1000
a L
100 Vee
-
T L70 HF 250V
v | \ TUT.
Vim I}
Wy !
74‘* i 150
t

e

680

90J

ig (%)

t,<30ns

o)
i

-___lBOI'\

———

—
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courhes caractéristiques GRESP suxs2/s3-rageass
aires de fonctionnement de sécurité

I - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

I11- Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d’établissement dans les convertisseurs
n’utilisant qu’un transistor si :

Rge <100 Q
t, <06 us
IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si :
Vge <0
ty, <2ms
BUX 82 BUX 83
) 6=001 6=0,01
10 =1 cpmas rRaE=: 10 = Iemmax TT7
—— ANAN A UNEAN PT 1 =T < VAN ~Jt.=
1 AN GHA NI NN 10 ps 1H 1 AN AN SIS, P
N AR AY A AN 1 NSRS RN 10ps[T]
I Cmax N NN NN Zlo I Cmax AN \\\\\\‘ NN |
(A 1) \:\\ BN (A RN
1
AN \\ \\ NN \\\\\ '
A\ \\n 50 \\1 \ L
, AN NAN 1 AN N NS
X \\\ AW X T )‘\\‘ N\ \C
NSO IR (100 NS,
NN\ 200 H] Seawa
\NANRN it \NANBN 200
\\\\\H \\\\\\H
5
A N ?0} AN \\\ Tolo
1 ?) \ \ ms I 2 \ \ N1ims
NN AN
101 \ 101 S HH
X - 2 AVAY T
AN c AY 2
ANEAN b N \Ne
Y10 2
1 g
\d,'c. \ I
i de 1]
[
o pii
10-2 : 10-2
T.. <50 Tmp <50 °C
i
v s
10-3 l 103 > L R
2 10 102 Vee (V) 103 2 10 10 Vee (V) 10

1) Courbe de Piot max et Perate max
2) Limites de second claquage (indépendantes de la température)
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103 1,5 T
Veg = 5V Valeurs typ.
— o = °
100 Tj=25°C T,=25°C e
heg VE(‘%/S)“ LA
/’ 3A
Ptot max 102 1 //’_
(/o) L A4—1a
™~
50 NP
\\
10 ™ 05
00 50 100 150 1‘|0—1 1 10 00 1 2
T, (C) Ic (A) I (A)
0O T X T
" t Y T;=25°C
V. T — Y - —=— Valeurs max
iEys;“ } |‘ —— |1 lc =4AL | Valeurs typ.
1 1 | » ™
gs L L] \ \
N HEEE \ \
! | 3A \ \ \\
' N ) A
'l \ \ \
RN \ \
50 T 124\ [ A)
\ M \
\ \ \ I\
\ v\ NI\ N
25 1A\ \ X \\ N
1Ay \
A \\ AN I~
\ B\ N D
=S= S8 e Remmmm—
N ~
0 :
0 0,25 0,5 0,75 10 1,25 1,5
Ig (A)
102
Zth j-mb
(°C/W) - tp"— tp
—T—» 5=?
10
L 6=1
1—.0,745 = ::___....——-T'—‘ o
=—10.3
——]0.3i) ———p—
—— 0,2
'01l —H LI
=—0,
C T AT
107" —005H =
——0,02
J
<001
1072
10-6 10-5 10-% 103 102 07 ¢ (s) !
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Facteur multiplicateur de la tension de second claquage a Ic max
Msan
102
—256
0,01
0,02
~
‘1\\
NN
—005 "R
1
0 0,1
P,
] NN
02 I
2 N
_—0'33 '\ = S
T fed oy Ny
0,5 T TS
T ™
0,75 ] =~ |
. T —= ]
105 10-4 10-3 102 tp (s) 10-1
Facteur multiplicateur du courant, de second claquage & VcEQO max|
Msa(v)
0,01
102 P
0,02
—
N "N
NN
0,05 N
~—n~~~~ '\
0,1 T~
10
B
0,2 - IS
SN
0,33 ‘~~-\\\
05 T —
—
0,75 e R
1 LI T :J-
- -4 -3 -2 -1
10-5 10 10 10 tp (s) 10
SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
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S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F — R.C. PARIS B 672 042 470
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transistors de puissance
haute tension - au silicium

BUX 84
NPN BUX 85

introduction

Transistors de puissance NPN haute tension, a commutation rapide, en boitier TO 220 utilisés dans les convertisseurs, les
onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations a découpage fonctionnant directement sur le secteur.

caracteristiques principales
BUX 84 | BUX 85

Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ; VBg =0) ................ VCESM max 800 | 1000 V
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ...................... VCEO max 400 450 V
Courant collecteur (continu) . ........ it Ic max 2 A
Courant collecteur (valeurcréte ;tp =2ms) .................oooan. Icm max 3 A
Puissance totale dissipée (Tmp< 50°C) ... oo ... Ptot max 40 w
Tension de saturation collecteur-émetteur (Ic=1A;Ig=02A)....... VCEsat max 3 \V]
Temps de décroissance (Icon=1A;IBon=02A; —IBoff= 04 A) .... tf typ. 0,4 us

données meécaniques

Dimensions en mm

hoitier T0-220

Collecteur relié

au boitier
Accessoires : a
56359 (mica + canon isolant) 1
3 12y
min

| - ‘4 0,9 max

—»i O
2,54 254

T
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valeurs a ne pas dépasser (limites absolues)

tensions

Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ;VBE=10) ..« oo vvviii ... VCESM
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ..., VCEO
courants

Courant collecteur (Continu) ... ... ... oot i Ic
Courant collecteur (valeur créte ; th=2ms) ... Icm
Courant base (continu) .......... e e B
Courant base (valeurcréte) . .. ...t e IBM
Courant base inverse (valeur créte, aublocage) .. ............c.uuiuunnn. .. —IBM
puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tmb << 50°C) . ... ... ... .. ... . ... . . . i .. Ptot
températures

Température de StOCKAgE « - « .o vttt e e e Tstg
Température de JONCHON . . . ..ottt et e e e Tj
resistance thermique

jonction —fonddeboitier ..... ... ... .. Rth j-mb
jonction —airambiant. . ... L. Rth j-a
caracteristiques (1j = 25°c sauf spécification contraire)

courant résiduel collecteur-émetteur (1)

VCEM = VCESM max: VBE = O e, ICES
VCEM = VCESM max;VBEzo;sz 125°%C ottt e ICES
gain en courant continu

IC=0,1 A VCE= BV o e hrg
courant résiduel émetteur-hase

IC= 0, VEB = O V o e IEBO
tensions de saturation

IC=03AIB=30MA ¢ oottt ittt e VCE sat
IC= 1 A IR =02 A VCE sat
IC=T1 ALIB=0.2A oo VBE sat
tensions de maintien collecteur-émetteur

IC=T00MAIBoff =0, L=25mH .. ... e, VCEO sust
fréquence de transition a f = 1 MHz

IC=0.2 A VCE= 10V ot T
temps de commutation

Temps d’établissement

ICon=1A;Vcc=250V;IBon=02A;—IBoff=04A - oo, ton
Temps de stockage . . . ..t i it tg
Temps de décroissance . ...........uiuitn ettt tf
Temps de décroissance (Tmp =95°C) « .« ot ot in ettt e tf

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoidale.

max
max

max
max
max
max
max

max

max

max
max

typ.

max

max
max
max

min

typ.

typ.

max
typ.
max
typ.

max

BUX 84 | BUX 85

800 l 1000 V
400 | 450 v
2 A
3 A
075 A
1 A
1 A
40 w
—65a+ 150 °C
150 °C
25 °C/w
70 °C/w
0.2 mA
1,5 mA
50
1 mA
1,5 Y%
3 Y%
1.1 %
BUX 84 | BUX 85
400|450 Vv
20 MHz
0,2 s
0,5 us
2 ws
3.5 s
04 us
1.4 us
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oscillogramme des tensions de maintien

min - Vee (V)
VCEOsust

circuit de mesure de Vgpgg sust

+50V
100-2004.
hor.
oscilloscope
30-60Hz &V T :3°°ﬂ [:m
v

circuit de mesure des temps de commutation

+25V
BD139 +:L
200 680
Q ]_“F 250 2
' Lo Vv
-~T 100 2 ='F cc
= uF 250V
Vim
r T.U.T.
tp |
Vi {]100
I Q +
ty =20us 50 == 680
T = 2ms Q T wF
Vivi= 15V BD140
wm
t,<30ns

go.~_x 7777777 -~ Igon
ig (%)
10 t===

90

ic
(%)
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courbes caractéristiques

aires de fonctionnement de sécurité

I - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

Il - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d’établissement dans les convertisseurs
n’utilisant qu’un transistor si :
RBe< 100 Q

tp <06pus
IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si :
VBEKO
tp <2ms
10 10
BUX84 BUX85
| tp = |
CM = P CMmax - =
Ic g n?x 5=0,01 H s (12) : 5=0,01 ;‘its
(A) < v N AN =
lcma)l( i\\ \\ N \ \\\‘/ /,/: 150 Cmax i\\{\?\\ N \\‘\\\_// 5
N LT N Nr111L4H10
note\ §§\ \\\ N 20 note 1 \\i\ \\\ \\// 20
1 NN N 0 | NS INI
. \\\ A = 700 Y \‘\ N 50
™ 100
AN = NN 23
NN 200 NN NAA
! N NN BE NN X [11T200
N1 NI N
| 1
\\\ —500 \ ‘\ N
\ NLLHT \ | 500
17 L
107" DAY \\ X, Tms 107! R\ A Y \ﬂ( 1
note 2 \\ note 2 A% \\ AV —HF ms
N 2 \\ i
\\N \ ] \NAN 2
N ] N BEg
NN TH 0 N
\\// ins A '?o
[ }iirde. N T
B \—”:,_,_d.c.
10_—2 “0—2 T
i 1
Tmb < 50 °C Tmb <50 °C
v
| 10-3 > IY 3 10-—3 > il .
10 10‘ 10 Veg (V) 10 10 10 VeE (V)

(1) Courbe de Piot max €t Pcrate max
(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température).
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Facteur multiplicateur de la tension
de second claquage a lcmax

Msg(1)

10

0,05
_0,'10
‘0,[20 N
——0,331_]
0,503 ]
0,75
1] Tt
10 10 1 10 t, (ms) 102

1 J17

/
/4
17

-

Facteur multiplicateur du courant de second
claquage 8 VCEQ max BUX84

™M [
SBVIL L,
0,01

/
M

10

/
74
/4

102 10! 1 10 102

1 {ms)

Facteur multiplicateur du courant de second
claguage a VCEQ max BUX85

Mgg(v)N =0

)

0,02

—— .

AN

10

/
7

0,05

10 0,10 h

v

0,20

0,33 ey

0,50 HHHNL

0,75 T

102 10! 1 10 tp (ms) 102
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courhes caracteristiques (suite)

val. typ
Ti=26°C
100 1 T
|c=—
1 A
- =0,5 A
= - =TT [ 03A
Prot max VBEsat ——
(%) (v)
50 0,5
\
\
0 0
0 50 100 o 150 0 100 200 300
Tmb (°C) |B (mA)
102
Ti=25°C
T | N
hee ~
N
N
\\ typ
10 \T
AN
AN
N
1
10 102 103 Ic (mA) 104
4
T
TI { \ L \ Ti=25°C
\" 4 I~=1A
CEsat - 'C 7 — — Val.max.
(V) 1 ! ] [~ Val. typ.
\ \
3 1 0,7A \
M C 3 \f X
b N
H
| \
1 11 \
. \
N \
2 \ \ A\
. \ .
| \ \ M
, \ \ \ \
[N \
|| 0,5A \ '
0.3AYY{ N ™ e
A VA NR IS - ~
o - ol il ] C) S o pae
0 T
0 0,1 0,2

|B (A) 0'3
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102
Zthj-mb _,
B — L
(°C/W) *l Ip\<— } tp
- Tl 6—?
10
.
=075 T B
—1 0,50 -
' E=0.331
E==0.20
J
L 10.10 —1 o
L 10,05
10,_1 1/’
£0,02
r0,01
0
1072 3 2 -1 2 3
10 10 10 1 10 10 tp (ms) 10
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transistors de puissance

haute tension - au silicium
NPN BUX 86

BUX 87

introduction

Transistors de puissance NPN haute tension, 8 commutation rapide, en boitier TO 126 utilisés dans les convertisseurs, les
onduleurs, les commandes de moteurs et les alimentations 4 découpage fonctionnant directement sur le secteur.

caractéristiques principales

BUX 86 l BUX 87
Tension collecteur-émetteur (valeurcréte ; VB =0) ... ..o ovvnon.... VCESM max 800 1000 V
Tension collecteur-émetteur (base ouv.erte) ........................ VCEO max 400 450 V
Courant collecteur (continu) . ....... ... ic max 05A
Courant collecteur (valeurcréte ;tp=2ms) ........................ Icm max 1 A
Puissance totale dissipée (Tmp<60°C) .. ..o iitnenninnn... Ptot max 20 W
Tension de saturation collecteur-émetteur (Ic=0,2A; Ig=20 mA) ..... VCEsat max 3V
Temps de décroissance (Icon =0,2 A ; IBon =20 mA ; —Igoff = 40 mA) . tf typ. 04 us

données mecaniques L
Dimensions en mm o4
7y
£
| =
hoitier T0-126 |
\ H 4
Collecteur relié ‘
au boitier \ ]
<
. E
Accessoires : ’ i e
56326 : rondelle métallique ell <l bl '-,
56333 : rondelle + mica + canon isolant ‘ ot ]
458 les asemll | lane
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valeurs a ne pas dépasser (limites absolues)

tensions

Tension collecteur-émetteur (valeur créte : VBE=O0)......
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . ............

courants

Courant collecteur (continu) ................... ... ..
Courant collecteur (valeur créte : thb=2ms) ............
Courant base (continu) . ..................... ... . ..

puissance dissipée

Puissance totale dissipée (Tmp < 60°C) ...............

températures

Température de stockage . ..........................
Température dejonction . ................... .. ... ...

résistance thermique

jonction — fond de boitier

jonction —airambiant ... ... 0L

caractéristiques (1j = 25°c sauf spécification contraire)

courant résiduel collecteur-émetteur.(1)

VCEM = VCESM max VBE=0 ..o ..

gain en courant continu

IC=580mMA;VCE=5V ..o,

courant résiduel émetteur-base

IC=0VEB=5V ...,

tensions de saturation

IC=0TAIB=10mA .. ... .,
Ic=02A:IB=20mA ... ... ... .. ... ..
IC=02A;IB=20mA ... ... .. ... ..

tensions de maintien collecteur-émetteur

IcC=100mA;IBgoff=0;L=25mH .................

fréquence de transition a f = 1 MHz

IC=50MA;VCE= 10V ..o,

temps de commutation
Temps d’établissement

IcOn=0,2A;Vcc=250V;IBon=20mA;—l30ff= 40 mA

Tempsdestockage .. ...........oooennn .

(1) Mesuré au traceur de courbe sous une tension demi-sinusoidale.

@ BUX 86/87 - Page 2/8

max
max

max
max
max
max
max

max

max

max
max

typ.
max

max
max
max

typ.

typ.
max
typ.
max
typ.
max

BUX 86 , BUX 87

800 | 1000 V
400 450 Vv
0,5 A
1 A
0,2 A
0,3 A
0,3 A
20 w
—653a+150 °C
150 °c
4,5 °C/W
100 °C/wW
100 wA
1 mA
50
1 mA
1,5 \
Vv
1 \

BUX 86 , BUX 87

400 , 450 Vv
20 MHz
0,25 ns
0,5 us
2 us
3.5 ®s
0.4 us
1,3 ®s
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courhes caracteéristiques (suite)

oscillogramme des tensions de maintien

250 J
200 A
Ic
(maA)
100 1
0 +
min  Veg (V)
VcEeosust

circuit de mesure de Vggg sust

— +50V
é 100-2000
.

'
L

hor.

. _@) oscilloscope

—— vert

6v 3000 1n

30-60Hz T 2% L
{—}I
7

circuit de mesure des temps de commutation

+25V
8C107 +l 7
200 680 1250
Q uF Q
-T 500
Q +
V}—l *] ) =100 Vcc
M 1 BAVIO T #F 250V
. || T.UT.
)
bl
100
v 50
! L Q
i
50 680
. Q uF
20 BC177 T
tp = ws : 7}7
T = 2ms 7
Vim= 15V

t,<30ns
30 ——&\7 ——————{ "~ laon
ig (%) N
10 t==- s
t
IEDN
90 b e -
Ic
(o) |
N
0 1
R
ton
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courbes caracteristiques

aires de fonctionnement de sécurite

I - Aire permise pour le fonctionnement en continu.
Il - Extension permise pour le fonctionnement en impulsions répétitives.

Il Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives pendant le temps d’établissement dans les convertisseurs
n’utilisant qu’un transistor si :

RBe< 100 Q
tp <06 us
IV - Aire de fonctionnement permise en impulsions répétitives si :
VBES O
tp < 2ms
10 10
Tmb< GOOC BUX86 Tmb <6OOC BUX87
'c I
(A) (A)
6=0,01 tp= 5=0,01 o=
: 'CMmax 116 us 1 !CMmax 5us
-——noit? RS . “Lj\ i = 170 —ote 1 X \\) \\ u 10
'Cmax ANNA : l\\\\\ 20 ICmax : \\w \\ s 20
NN AN ONA =S 50 ANIANERRANAY 50
\ \\\\\ BN N\ \\\
N
NN \&‘ JIEEY i NN 100
I'| note 2 \ I A\l ||[]200 | .| 1] note 2 \ h \SQ
- s E 4 LN 200
10! X N\ 10
ANAWEAY N
\\ \ \\ N\
X 1500
\NA'= N 500
11 ms \‘\ [l
] 2 1ms
[ L] N 2
2 T 2 N
lc TiptTio 'c \ 150
] . i1 /’/
10-2 (mA) 1 }ibd.c 10-2| (mA) 1 1 LT gc.
vt I vt ]
| T ;
0,5 ] 0,5 I "
400 800 400 1000
Vee (V) Veg (V)
1073 — S 1073 5
3
10 10 10 Veg (V) 10 10 10 Veg (V)

(1) Courbe de Piot max €t Pcrate max
(2) Limites de second claquage (indépendantes de la température).
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102

Facteur multiplicateur de la tension de
second claquage a IC ma

Msg(1)

§=0
0,01
0,02

10

0,05
0,10
|

0,20 ™

0,33 N
T
0,50

1

N
:X\
—

0,75

tp (ms) 10

Facteur multiplicateur du courant de second
claquage a VCEQ max BUX86

MsB(v) AJ

X

)
o200
0,02

/
]
|

o
=1 N —+11 ~_|
(=]

N
S

w

1 1774

I
|
1

-2 |o |*
FHNTo 1w
o

102
tp(ms)

Facteur multiplicateur du courant de second
claquage 3 VCEQ max BUX87

MsB(v) AJ

1 6=0
\/ 0,01
102

£ 0,02

///

/

10 1 0,10 ™.

/
Tz

=)
&
117
T
i
+7

1072 107! 1 10 tp (ms) 102

257



courbes caracteristiques (suite)
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0,9
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accessoires T03

56201 C

canon isolant
isolement < 500 V
TO3 semelle 3,15

—=| $3.8 |~

56201 G

canon isolant
isolement > 500 V
TO3 semelle 1,6

~| 238} '

56201 D

mica isolant

isolement < 500V

56352

support isolant

isolement > 500 V

56339

mica isolant

isolement > 500 V

v

=‘ 0,075+0,025
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accessoires SO0T9

2 canons isolants

32
23
56203 n -
l
-©-
1 mica isolant “ @ [
0
752 25pm
accessoires S0T93
0335 = . W0
+0.,05 T
-, /‘ ¥
6’1 ) ;}S ﬁ-)l&a
Y bz
07
2 canons isolants
) 0,05
636 o oo
| AN
56368 + ' e N
41‘:0,0‘3 Lw__:@ N
1 mica isolant i 28
19
e 25 _
accessoires T0126
- 8 —&
56326 rondelle métallique
. |
) _71,6
—J kAR o
13
rondelle métallique 8 — F —
28
+ B
56333 mica isolant
+ — '
canon isolant A ) L j 26 he
"2,6<— +2.7 _>I 295 L_
rondelle mica canon
métallique




accessoires T0220

canon isolant

o 235 0 3.1
¥
56338 3. 25
isolement < 500V -2 > )
canon isolant
035 FCEARS
56346 ;éJ L
| 2,3 .
isolement < 500 V o7 . A
6 , 6
ij‘ o » -« 0,05
mica isolant
56325 s
isolement < 500V
@35
|
mcxl *
' 2,7
L J— *}
* 14—@ 7—>‘ - |<——
canon isolant 23,
isolement > 500V
36+0,05 0,05+0,01
- |<— > -
1 i |
56359 + b ] 1
'

mica isolant

isolement 22 500 V

-~ 15—
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